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symholes utilisés

bgs (b1 )
bip, (by1y)
bis (byy)
by, (b2op)

bos (b225)
brs (bIQS)

9fs (9215
gib (911p)
gie (9 le)
gis (911
b (9225
9e (922e)
9os (9225)

Gtr(
PG

um)

susceptance de transfert, source commune, sortie en court-circuit
susceptance d'entrée, base commune, sortie en court-circuit
susceptance d'entrée, source commune, sortie en court-circuit
susceptance de sortie, base commune, entrée en court-circuit
susceptance de sortie, source commune, entrée en court-circuit
susceptance de réaction, source commune, entrée en court-circuit
bande passante a -3 dB

susceptance de la source

capacité différentielle

capacité collecteur

capacité de la diode

capacité émetteur

capacité de transfert, source commune, sortie en court-circuit
capacité entre la grille et les autres électrodes réunies

capacité d'entrée, base commune, sortie en court-circuit
capacité d'entrée, émetteur commun, sortie en court-circuit
capacité d'entrée, source commune, sortie en court-circuit
capacité de sortie, base commune, entrée en court-circuit
capacité de sortie, émetteur commun, entrée en court-circuit
capacité de sortie, source commune, entrée en court-circuit
capacité de rétroaction, base commune, entrée en court-circuit
capacité de rétroaction, drain commun, entrée en court-circuit
capacité de rétroaction, émetteur commun, entrée en court-circuit
capacité de rétroaction, source commune, entrée en court-circuit
rapport de réjection en mode commun

distorsion en intermodulation

fréquence

fréquence de transition

facteur de bruit

facteur de bruit de conversion

conductance de transfert, source commune, sortie en court-circuit
conductance d'entrée, base commune, sortie en court-circuit
conductance d'entrée, émetteur commun, sortie en court-circuit
conductance d'entrée, source sommune, sortie en court-circuit
conductance de sortie, base commune, entrée en court-circuit
conductance de sortie, émetteur commun, entrée en court-circuit
conductance de sortie, source commune, entrée en court-circuit
conductance de réaction, source commune, entrée en court-circuit
gain en puissance, base commune

conductance de la source

gain de transfert en puissance

gain en puissance maximal unilatéralisé



gain en tension

gain de transfert en courant alternatif, émetteur commun
gain de transfert en courant continu, émetteur commun
impédance d'entrée (émetteur commun)

admittance de sortie (émetteur commun)

rapport de transfert inverse en tension (émetteur commun)
courant d'anode maximal

courant d'anode répétitif maximal

courant d'anode non répétitif maximal

courant base

courant base maximal pendant le temps de recouvrement inverse
courant base pendant le temps de recouvrement inverse
courant base de commande pour une conduction donnée
courant collecteur

courant collecteur correspondant a lg

courant résiduel collecteur-base, émetteur ouvert
courant résiduel collecteur-émetteur, base ouverte
courant résiduel collecteur-émetteur, pour Rp donnée
courant résiduel collecteur-émetteur, pour Rp nulle
courant résiduel collecteur-émetteur, jonction B-E bloquée
courant résiduel collecteur-émetteur, jonction B-E passante
courant collecteur maximal

courant drain

courant drain maximal

courant drain, pour une tension grille-source nulle
courant drain au blocage

courant émetteur

courant émetteur répétitif maximal

courant direct

courant direct moyen

courant direct répétitif maximal

courant direct non répétitif maximal

courant grille

courant résiduel grille-drain

courant résiduel grille-source, drain ouvert

courant résiduel total de grille, D et S en court-circuit
courant de maintien

courant de sortie

courant de sortie répétitif maximal

courant de crete

courant continu inverse

courant inverse répétitif

courant de vallée

courant de régulation d'une diode régulatrice de tension

courant de régulation dans la région du coude de claquage
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Izm
lZRM
1ZsMm
\zT
tot
PZRrM
PZsm

bb* Cb'c
rdS on
DS on
D

G

rz

rZK

7T

th(h-a)
'rh(| amb)
Rih( (j-a)
th (j-¢)
'rh(| mb)
th(| fb)
Rih(mb-h)

Rth(fb-r)
R.O.S.

T.0.S.
SF
Sz

tq

i
toff

|
|
|
|
$
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courant de régulation maximal

courant de régulation répétitif maximal

courant de régulation non répétitif maximal

courant de contrle de la tension de régulation

puissance totale dissipée

puissance de régulation répétitive maximale

puissance de régulation non répétitive maximale

charge recouvrée

constante de temps de rétroaction

résistance drain-source a |'état passant (mesure en alternatif)
résistance drain-source a |'état passant (mesure en continu)
résistance de la diode polarisée en direct

résistance de générateur

résistance différentielle

résistance différentielle dans la région du coude de claquage
résistance différentielle pour le courant inverse de mesure dans la région de régulation
résistance extérieure en série dans la base

résistance extérieure reliant base et émetteur

résistance extérieure en série dans le collecteur

partie réelle de |'admittance d'entrée
partie réelle de |'admittance de sortie

résistance extérieure en série dans |'émetteur
résistance du circuit grille
résistance de charge

.. . . p
résistance de perte d'un circuit accordé
résistance de source

résistance thermique, refroidisseur-air ambiant
résistance thermique, jonction-air ambiant
résistance thermique, jonction-boitier

résistance thermique, jonction-fond de boitier

résistance thermique, fond de boitier-refroidisseur

taux d'ondes stationnaires

coefficient de température

temps de retard a la croissance
temps de décroissance

temps total de coupure

temps d'établissement du courant
durée d'une impulsion

temps de charge

temps de croissance du courant



VBB

VBE sat
V(BR) CBO
V(BR) CEO
V(BR) CER
V(BR) CES
V(BR) DSX
V(BR) GDO
V(BR) GSO
V(BR) GSS
V(BR) R
Ves
VeBo
Vee

VcE
VCEK
VcEo
VCEO sust
VCER
VCER sust
VCEs
VCE sat
VicL) R
VbB

VDpD
VbGo
Vps

Vpss

VEB
VEBO
VEE

VE
VFAKO
Vfr

Vea

temps de recouvrement inverse

temps de retard a la décroissance du courant
période (durée du cycle)

température ambiante

température du boitier

température de jonction
température du fond de boitier

température de stockage

tension anode-cathode en direct

tension continue d'alimentation de la base

tension de saturation base-émetteur

tension de claquage collecteur-base, émetteur ouvert
tension de claguage collecteur-émetteur, base ouverte
tension de claquage collecteur-émetteur, pour Rg donnée
tension de claquage collecteur-émetteur, pour Rg nulle
tension de claquage drain-source, grille au blocage
tension de claquage grille-drain, source ouverte
tension de claquage grille-source, drain ouvert
tension de claquage grille-source, drain et source en court-circuit
tension d'avalanche

tension collecteur-base

tension collecteur-base, émetteur ouvert

tension continue d'alimentation du collecteur

tension collecteur-émetteur

tension de coude collecteur-émetteur

tension collecteur-émetteur, base ouverte

tension de maintien collecteur-émetteur

tension collecteur-émetteur, avec R entre E et B
tension de maintien collecteur-émetteur

tension collecteur-émetteur, B et E en court-circuit
tension de saturation collecteur-émetteur

tension d'écrétage

tension drain-substrat

tension continue d'alimentation du drain

tension drain-grille, source en circuit ouvert

tension drain-source

tension drain-source, source et grille en court-circuit
tension émetteur-base

tension émetteur-base, collecteur ouvert

tension continue d'alimentation de |'émetteur

tension continue directe

tension directe anode-cathode, grille ouverte

tension directe de recouvrement

tension grille-anode
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tension grille-substrat

tension grille-drain

tension grille-cathode

tension grille-source

tension grille 1-source

tension grille 2-source

tension grille-source, drain ouvert

tension d'entrée

tension de bruit

tension de sortie

tension grille-source au blocage

tension inverse

tension inverse anode-cathode, grille ouverte

tension inverse répétitive maximale

tension inverse de travail maximale

tension source

tension source-substrat

tension de régulation d'une diode régulatrice de tension
admittance de transfert, base commune, sortie en court-circuit
admittance de transfert, source commune, sortie en court-circuit
admittance d'entrée, source commune, sortie en court-circuit
admittance de sortie, source commune, entrée en court-circuit
admittance de réaction, base commune, entrée en court-circuit
admittance de réaction, base commune, entrée en court-circuit
impédance de la source

impédance thermique

impédance thermique jonction-air ambiant

rapport cyclique = durée d'une impulsion/ sa période
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diodes a pointe
au germanium

appariees 2 AA 119

Diodes a pointe appariées, en enveloppe JEDEC DO-7, destinées aux détecteurs de rapport en FM et a la
détection en AM.

caractéristiques principales hrochage Dimensions en mm
x 8 o
VR e max 30 V £ 8 non étormé
VRRM -« o v e max 45 V s s 2me [+-2max
_ A | K
Vg =10mA). ............. ... max 2,2 V o —l—a— ”)‘:?f:———w

i =
lF .......................... max 35 mA _L25'4m’-n—1' lZGmaxﬂ; j|_25‘4,nm4L

lFRM ........................ max 100 mA ‘Ll‘
T max 60 °C L73min—j

Boitier JEDEC DO-7.

La bande de couleur indique la position de la cathode.

valeurs a ne pas depasser
{limites absolues)

VR ot max 30 V Ip o max 35 mA
VRR.M ......................... max 45 V IFAV (T =20 ms) .............. max 35 mA
IFRM ....................... max 100 mA
Ipg @<1s)..... ...t max 200 mA
N 0
Tstg ..................................................................... -55a+75°C
]
P max 60 °C
0
Rthj-amb .................................................................... 0,65 C/mW
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caracteéristiques

VF (]F = O,I mA) ..........................
VEUp=1mA) ....... ... ... ... ..........
VEp=10mA). ........ .. ... ... .........

VEAp=30mA) (D) ........................

IROVR=01V) oo
IROVR=LSV) oo

IR(VR=10V) ............. A
IR (VR= 30 V) ............................
lR (VR=45 v) ............................

montage de mesure

GRES» o+ 119, Page 2/4

— 0 — 0
Tymp =25°C Tymp = 60°C
typ. max typ. max
0,23 0,30 0,16 0,25
0,56 0,88 0,50 0,80
1,5 22 1,4 2,1
28 4,0 2,6 38
0,35 1,0 4.5 12
08 28 6 25
45 18 16 60
35 150 60 300
90 350 170 500

Tomp = 25°C
Vieff =3V

f = 10,7 MHz
\Y

J- =

Vi 0,85

Rg= 15 kQ (> 13,5 kQ, < 19 kQ)

(1) Mesuré en impulsions pour éviter toute dissipation excessive.

< < < <

MA

MA
MA
uA
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diode au germanium
a pointe d’or

>

AAZ 15

Diode & pointe d’or au germanium, en boitier JEDEC DO-7, destinée aux applications de commutation et aux

usages généraux.

caractéristiques principales hrochage Dimensions en mm

%x x

g E non étamé

]
VRRM ........................ max 100 V l?; g 2max->+e- - 2max
IERM - v v ormee e max 250 mA Y ¥ A ” K

- T I/ 1
VF (IF = 250 mA) ................ max 1,1 \" zs‘mhz'!:‘r-. 6 %_'_25‘ .
. —4
Qg (delg=10mA a Vg =10 V) ... max 1800 pC Fresemt u!" 5 max—eres.4min
I3min—j

Boitier JEDEC DO-7.

. . , d - "
valeurs a ne pas dé passer L’anneau de couleur indique la position de la cathode.

(limites ahsolues)

VR oo max 75V 0 max 140 mA
VRRM v rvrvrrrermneeiiiiannn max 100 V Ipav(T=20ms)............... max 140 mA
VReM 6 <1s).................. max 115V IERM « - v v v vee e max 250 mA

Ipgt<1s).................. max 500 mA
Tgge + -+ v v o e et e —-652+85°9C
LT max 85 °C
e 0,55 °C/mwW
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GRES» 7 0.Fese 2/4
b7 J
VF (IF = 0,1 MA). . .. max 0.20 0,15 \%
VEAp = 10mA) ... max 0,45 0,40 \%
VF (IF =250 MA) . . . max 1.10 1,07 \Y%
IROVR =15 V) max 2,5 30 MA
IROVR=10V) oo max 4 40 -IJA
IROVR=50V) oo max 15 80 MA
IRVR=T5V) max 25 120 MA
IR(VR =100 V) ..o max 100 300 HA
Cd(VR=lV;f=lMHz) ......................................................... max 2 pF
montages de mesure
Temps de recouvrement inverse
t (de Ig = 10 mA a VR =1V RL = 100 £2 mesuré a lRR T mMA) e e e, typ. 350 ns
| AAZ 15 [
AN | D . ‘ I
\\ T 1 \y , F B -
| L L tre—
Rs=500 = SN A : ety
| Lo g l Oscilloscope a /T
v | I l N ' échantillonnage 1 mA
Ri=500N
V:VR‘IFRS L_ —_—-—] !
I ' Impulsion de sortie
Impulsion de mesure : t, = 0,6 ns; tp =500ns:8 =5Y%.
Capacité de Poscilloscope + capacités parasites < 1 pF.
Charge emmagasinée
Q(delp=10mAAVR =10 VIR = 1KQ). ... max 1800 pC
AAZIS D1
Ae o .
ng/ 4 v Impulsion de sortie
| o
Rg= 1k D2 :Q | o
VII I ‘B N VC § Osc1.//oscope
Ir 3 S Ri>10MN
V=Vp ']F'RS v
| |

D1 = D2 ~ BAW 62

: St o= = 5§ =90
Impulsion de mesure : t_ = 2 ns: tp =04us;6 =27

16
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diode au germanium
a pointe d’or

AAZ 17

Diode 4 pointe d’or au germanium, en boitier JEDEC DO-7, destinée aux applications de commutation et aux

usages généraux.

caractéristiques principales brochage Dimensions en mm

x 3

g s non étamé

0 n

g g 2max >t re-2max
VRRM “ - v rrrmrmmmrme e max 75 V o n K
IERM = - s mrrrmmr e max 250 mA 1 .‘L : :‘Z‘_L g‘l_ ‘
Ve (Ip=250mA). ..o max 1,1 V 25"’"""11——*;1 76 max—4—{25.4min
Qs(delF=10mAéVR=10V).... max 900 pC ‘""3 .

min

Boitier JEDEC DO-7.

L’anneau de couleur indique la position de la cathode.

valeurs a ne pas dépasser
(limites absolues)

VR ............................ max S50 V IF .......................... max 140 mA
VRRM ......................... max 75 V IFRM........................‘max250mA
VesM (0 <1ls)................... max 75 V Iggq<ls).................. max 500 mA

IFAV (T=20ms) . ++v ... .+ .. max 140 mA
g « -« v oo —65a+85°C
Tj ....................................................................... .. max 85 °C
Rphjamb - - - -+ - oot 0,55 °C/mW
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caracteristiques

VF (lF =0, MA) . . max
Ve (g =10 MA) . . max
VF (Ig = 250 MA) L. max
IROVR=1S5V) o max
IR(VR=10V) .o max
IROVR=50V) oo max
IROVR=T5V) o max

Cq(VR=1Vif=1MHz) . ... ............................. ..

montages de mesure

Temps de recouvrement inverse

t, (I = 10 mA: VR =1 ViR =100 £: mesuré a IRR = I1mA) . ... ......

————————— -
fr AAZI7 |
Ja) | 1 ! o
| 7
1 oL
— I =
' | N I
} o TIF } Oscilloscope
i
| I Echantillonnage
| ! R; =500
L4 —J

Impulsion de mesure : t. = 0,6 ns: tp = 500ns;6 =5 %.

Capacité de l'oscilloscope + capacités parasites : max 1 pF.

Charge emmagasinée

QS([F= 10 mA.VR= IOV,RLz 1 kQ) ...........................

-—
c

V:VR’IF'RS

AAZ17 D1
JA\N J
L% Y T
w !
=1
Rg=1kN TIF D2 . & [ ¢ Oscilloscope
- B R .
vil] Ir ® i7 lc 8 | Rizrom

D1 = D2 = BAW 62

Impulsion de mesure : t. = 2 ns; tp =04us;6=29,.

20
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Tj=25°C Tj=60°C
0,20 0.15 \Y%
0,45 0,40 \%
1,10 1,07 \Y%
2.5 30 HA
15 60 uA
150 300 MA
300 500 UA
................... max 2 pF
............. .. ... max 350 ns

Impulsion de sortie

................. max 900 pC
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courbes caractéristiques
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diode au germanium
a pointe d’or

AAZ 18

Diode a pointe d'or au germanium, en boitier JEDEC
DO-7, destinée aux applications de commutation et aux
usages généraux.

Caractéristiques principales

VR max 20 V
A== max 20 V
I =S max 130 mA
IERM e max 300 mA
L max 75 °C

max 1V

BrOChage Dimensions en mm

x 3
g £ non étamé

N
W6
g 8 2max 2max
L]
TTITA [ K
pi— L |l Tj

- Ar
25,4 min —ﬁ—4>—7,6 max—e—-25,4min

U
LIJ min A—j

Boitier JEDEC DO-7.
L'anneau de couleur indique la position de la cathode.

Valeurs a ne pas dépasser
(limites absolues)

VR .. . . max 20 V
VRRM oo B . max 20 V
VRem (t<1s) ... .. .. .. ... . .. . . max 30 V
=S . max 130 mA
IFAV (T=20ms)........ ... ..... . max 130 mA
{FRM o ...... max 300 mA
lEsm (t- 1s) o . max 400 mA
Tstg oo —65a+ 75°C
T max 75°C
Résistance thermique

Rthj-amb - ... .. .. 0,55 °C/mw

Caractéristiques
Tj:25°C Tj:60°C

VE(F=0,1mA) ... max 0,20 014 | v
VE(gp=1mA) .... max 0,30 0,25 \
VE(E=10mA) ... max 0,42 038 | Vv
VE(F=30mA) ... max 0,50 048 | Vv
VE (Il =150 mA)(1). max 0,75 0,75 \Y
VE (I = 300 mA)(1). max 1 \Y
IR(VR=15V) .... max 3,5 30 uA
IR(VR=10V) .... max 15 45 A
IR(IVR=20V) .... max 50 100 wA
Cq(VR=1V;

=1MHz) .... max 2,5 2,5 pF
Temps de recouvrement
(mesure a Tj = 25 °C)
tr lF= 10MA3aVR=1V;
RL = 10082, mesure a IR =1 mA) max 70 ns

Montage de mesure

|
Res500 , : 1 1, Diode Oscilloscepe
!I:I_r L léchantillonnage
VeV oTo *Rs —_ Rr=500

ﬂtr f—— tp —— .
110% ¥

+1 <_‘trr—’l
i -t

X 90% ﬂ
VR

impulsion
d'entrée

impulsion de sortie

“JIRR = 1 mA

Impulsion de mesure : tr = 0,6 ns: tp = 100 ns; 3= 5%.
Capacité de |'oscilloscope + capacités parasites < 1 pF.

23

(1) Mesure en impulsion pour éviter une dissipation excessive.
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BA 221

Diode au silicium planar épitaxial, en boitier JEDEC DO.35, Caractéristiques
destinée aux usages généraux.
VE (Ig TmA)
VEUF = 100mA) ... ... ..
VE(E - 200mA) ... ...
2. H H H IR(VR= 10 V) .. ... ... ... .........
CaraCterISthues prlnclpales IR(VR= 30 V)....................
VR ............................ max 30 \Vi Cd(\/R:O,fZ 1TMHz) ...
L == max 400 mA
TSUG - v -65a - 200°C Temps de recouvrement
T max 200°C trr lF=10mAaVR=6V,R_= 100 @
Y 0,50°C. mW Mesurealg = 1TmA) ... ... ... .......
VEUF=1mA) ... ... .......... max 625 mV
VE(F=100mA) ................ max 950 mV
VE(F=200mA) ................ max 1050 mV
. . 5 .
Circuit d’essai
BrOChage Dimensions en mm

Boitier DO-35

(Tj = 25 °C)

max 625 mV
max 950 mV
max 1050 mV
max 25 nA
max 200 nA
max 2,5 pF
max 4 ns

< 5,1min diode en 2 [esciTloscope 3
g -l_r | essal echantillonnagp
it L | (=
] i ¥ V=V *lF Ry Lo _TIF__ ——a Ri=%00
=) T A [ ]
k N ') a
— | —
L tr tp
- / . N
\/ LN J 1,85 L t
; . i ) 1109
25,4min- 4,/5max —ste-254min-- max 10%%0 b et
. , ,/ \‘ ~ . 4 ¢
, / ‘\ N F
. / \ AN 30% 1"
Cathode repérée rouge marron beige clair Vo

par anneau
large, rouge

impulsion d’entrée

Valeurs a ne pas dépasser

(limites absolues)

VRRM

IE

(*) Pour fonctionnement en régime sinusoidal Ipay =

Impulsion de mesure

impulsion de sortie

*lg=1mA

max 30 V b o e e 0,6 ns
max 30 V
200 m A ;p ............................. 10805ns
M 200mA T ,
max 400 mA
max 4000 m A Oscilloscope
max 1000 m A
654 . 200°C L8 0,35 ns
max 200 °C
0,50°C/mwW Capacité du circuit = Capacité de lI'oscilloscope
+ Capacité parasite
130 mA. C <1 pF

25



Courbe caractéristique

300 7]
w /. T.=25°C
Ie ] E”]a_jr’—‘-“ ‘
(mA) enNzr's
e
T
200 T
T
|
i
f
[l
1
f
100 1
iU
]
J
Ji
0
1 Ve (V) 2
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diode mélangeuse Schottky @

BA 280

INTRIODUCTION

Diode & barriére de Schottky, en boitier plastique S0D-23, pour mélangeurs de
fréguences UHF et VHF.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

VR ............................... max 4 \Y
IF o max 30 mA
Tj ................................ max 100 °C
F (IF=2 mA, =900 MHZ) itevenenenns < 8 dB

DONNEES MECANIQUES

Boitier S0D-23 Dimensions en mm.

Ce boitier plastique répond aux tests

de "chaleur humide"” conformément

0,8
sux normes DIN 40046 (feuille 6) P Y P
N[ 29
et CEI 68-2-4 sévérité IY "‘*""" 4\:: (@) I— max ¢ D
Bl P
—| 2,6 = ‘q—max—>i — 26 |- — 24 ]4—
-~ 129 min ————& ii -
281
0,19 f
7261372.3

La cathode est indiquée par
une bande orange.

VALEURS A NE PAS DEPASSER (1imites absolues selon publication CEI 134)

\/R ................................ max 4 Vv
IF(C.(:.J ......................... max 30 mA
Tj ............................... max 100 °c
- > o
TStg ............................. 65 a +100 C

27
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RESISTANCE THERMIQUE

_ o
Rip jog trorrrerresmnsnneneanen, ceve. = 0,25 C/mi

CARACTERISTIQUES

(aTgmp= 25 °C, sauf indication contraire)

VFé F=’1U MA e eeeeesassssareaseess < 600 mV
IRa VR= BV titiitrtnirrtirrtnaees < 0,25 WA
~ . = = o
VR 3V et Tamb B0 "Cevn.ne. < 1,25 JA
Cd éVR = 0etf=1TMHZuveevenaans < 1,0 pF
r‘DéIF= 5mA et f =17 KHZiveeooeo < 15 Q
F 8 F =900 MHZ:ivietnertnonnonenne < 8 dB (1)
2
10° EEREREERREE
=1 A5 i Tamb =25 °C ]
T T T T
A T T T
10
typ A+
iy
1 =t :
*ﬁ;‘tl ~ S 0 O
T T T
1 t T
*f/*fﬁz IRSEANERNE
e b | P
AR
10~1 : il Ll
300 350 400 450 500
VF(mV)
(1) courant direct I_ =2 mA

F
et F = 1,5 dB pour f = 35 MHz.

Gu>
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diodes diffusees
au silicium
BA 316 a 318

Diodes silicium, planar épitaxial, en boitier JEDEC DO-35, destinées aux usages industriels et grand public.

Caractéristiques principales
BA316 | BA317 |BA318
VR e max 10 | 30 | s vV
FERM -t v et e e e e e max 225 mA
TQUG v v v e max —65a+ 200 °C
LT R max 200 °C
T T max 0,60 °C/mw
VEAlE=  TmA max 700 mV
VEAlE= 10mMA ... . max 850 mV
VEaIF=100mA . . max 1100 mV
CqiVR=0:f=1MHz) .. .. ... ... ... ... ... ... ...... max 2 pF
trlF= 10mMAAVR=6V;R =100 Q;IR=1mA) .. .. ... max 4 ns
BrOChage . Dimensions en mm
min 5,1
Boitier DO-35. F-80 'rl]
i
n o

K
| S— ) ——
}
L
25,4 L 4,25 3| 25,4 | o185 (o
| m max

min ax | min
[
————— [,
- R -
| r 1 [

BA 316 orange marron bleu beige
BA 317 orange marron violet  beige
BA 318 orange marron gris beige

Valeurs a ne pas dépasser
(Limites absolues)

BA 316 | BA317 | BA318

VR e et max 10 | 30 [ s0o v
IF(AV) (T = 20MS) - - oo e max 100 mA (*)
LE ettt max 100 mA
FERIML - v v v e v e ettt e e e et e max 225 mA
IESM (E=THS) oo max 2 000 mA
IFSM (t=1s) . max 500 mA
TG e — 654+ 200 °C

T max 200 °C
RUNJ-8 o« oo e e e 0,60 °C/mW

(*) Pour fonctionnement en régime sinusoidal Ig (ayv) = 130 mA.
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Caractéristiques

(a Tj = 25 °C sauf indication contraire)

VEllp=  1mA) ...

VE(lg= 10mA) ....
VE(lp=100 mA) .....
IR(VR=10V) .......
IR(VR=30V) .......
IRIVR=50V) .......

BA 316/ BA 317/ BA 318 Page2/2

Impulsion d’entrée

................................. max 700 mV
................................. max 850 mV
................................. max 1100 mV
BA 316 | BA 317 IBA318
................................. max 200 50 — nA
................................. max - 200 50 nA
................................. max — — 200 nA
................................. max 2 pF
trlF=10mMAAVR=6V;RL=100Q ;IR=1mA) ......... max 4 ns
mEN ]
100 }— Tj=25 °C X
Oscilloscope 1
d'échamillonHage F
Rj= 50 (mA)
] 75
|
|
f
310% t ﬂf-— tor 50 |
4 t
90% "
Vo 25 II
Impulsion de sortie /
*IR=1 . /
R mA o g
0 0,5 1 VE(V) 1,5

Impulsion de mesure :

.................. 0,35 ns

Capacité du circuit (C = Oscilloscope + capacité parasite) < 1 pF.

Gu>
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diode Sili(l:,i-lll-l:l\' @

BA 379

Utilisée principalement comme &lément actif dans les atténuateurs
UHF /VHF .

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

VR max 30 \Y,
IF max 20 mA
Tamb max 60 °cC
Cd (VR =0 ; f = 900 MHz) typ 0,3pF
ry (IF = 10 wuA; f = 35 MHz typ 1,7kQ

(IF = 10 mA; £ = 35 MHz typ 4,5 Q
BROCHAGE (dimensions en mm)

Boltier SOD-52

_y

g;sr:c::E:::jf :::chzq;i

. \’

1,6 max

0, 19+max
—

La cathode est indiquée par une bande colorée

VALEURS A NE PAS DEPASSER

Tension

VR max 30 V
Courant

IF max 20 mA

- 55 3 +100 °cC
T max 60 °C

31



@ BA 379
page 2/4
CARACTERISTIQUES ( a Tamb = 25°C)

Tension directe

Ve = 10V I < ] UA
Capacité de_la_diode
VR =1V ; f = 100 MHz Cd typ 0,34 pF
Ve = 0 ; £ = 900 MHz cd typ 0,30 pF
Impédance _de_la_diode polarisée_en direct
IF = 10 yA ; £ = 35 MH:z Ty typ 1,7 kR
IF = 10 mA ; £ = 35 MHz Ty typ 4,5
< 6,5 Q

P (1)
Inductance série
---------------- Lg typ 2 nH
92955_9992125199_(2)
f = 55 MHz ; f. = 50 MHz
(o] int
IF = 50 uA Vinttyp 0,5 \Y

(1) Mesurée directement sur le boitier

(2) La cross modulation est définie comme é€tant une tension
d'interférence modulée a3 80 7 de profondeur abppliquée sur
la diode P.I.N, provoquant une profondeur de modulation

de 0,8 7 sur le signal utile ( K = 17%).
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COURBES CARACTERISTIQUES

102 =
Ig Tamb =25 °C [
(mA)
jf
10 7
/
1
y A
/oo
1071 Z
y &
1072 r/
y 4
10-3
10—4
0,25 0,5 0,75 Vg (V) 1
104 E— T3
Tamb =25 °C {
rp f=35MHz
Q)
103
typ
102 \,
.
10
10 102 103 104 105 Ig (@A) 106
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diode ultra-rapide
au silicium

GR>

BAV 10

INTRODUCTION

Diode ultra-rapide au silicium planar épitaxial, en boitier DO-35, destinée a lacommande de tores dans les mémoires

trés rapides.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Tension continue INVErse . ........cccccccceeeiviiieeeerieeereiensereneeennnns VR max 60
Tension inverse répétitive maximale ..........cccceeeveevveveineennnnn.. VRRM max 60
Courant direct répétitif maximal .......cccoevviiviiiiiiiiiieeeeene. lERM max 600 mA
Température de [onCHon .......ccoeeeivuiiiiiiiiieeieeeeeee e e Tj max 200 °C
Tension directe a |p = 200 MA oo Vg < 1,0 \
Temps de recouvrement inverse
(|F=400mA;1R=400 mA ; R_ =100 Q)
mesuré a lpp = 40 mA .. te < 6 ns
Charge recouvrée
(|F=10mA;VR=5V;RL=500§2) .......................... Qs < 50 pC
DONNEES MECANIQUES
Boitier DO-35 Dimensions en mm
ggsgk:,:m::é Marquage conforme a la
4 | T | norme CECC 50000
25,4 |l 4,25| 25,4 | 11,85 | 2éme édition
min I maxl min max
F————— I L S, . 7266063
| I ]
marron noir vert
(cathode)
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-air ambiant, en air calme,
au maximum de longueur des connexions .......c.ccciiiiciiiiiiiiiiieiee R‘rh(j-omb) = 0,5 °C/mW
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134)

Tensions inverses

T ensSion CONtINUE INVEISE ..ouoiiviiuiiiieieiieeiieeeiteerieeesieeetee st ernnareeesannaaeanaees VR max 60 \

Tension inverse répétitive maximale .........cccoeiviiiiniiiiiininiiiiiiii VRRM max 60 v (1)

Courants directs

Courant MOyen redreSSE .....cocueeeriiiieneeeniiiiiiieiiie s sae e lF(AV) max 300 mA (2)
COUTANT COMTIMU ouiititiiiieeeeeeeeitieeete e s ettt e et e eestateeeebateesas et eeseeareaeeeennnnees g max 300 mA
Courant répétitif maximal ...........oooiiiiiiiiiiiiii e 'ERM max 600 mA
Courant non répétitif maximal

LR LTT S USSP USSP lEsMm max 4000 mA

B OO PURPOUPRP IFSM max 1000 mA
Températures
Température de stockage ..........coooiiiiiiiiiiiiiiiee e Tstg - 65a+ 200 °C
Température de jonction ...c..cccocciiiiiiiiiiiniiiiiiii Tj max 200 °C

CARACTERISTIQUES (Tj = 25 °C sauf indication contraire)

Tensions directes

IF - ]0 mA ............................................................................................ VF < 0,75 V
IF 2 200 M A et e et a e et et re et et et aan e ataeaaaanannan VF < 1,00 \'
|F=200mA;Ti=100°C ...................................................................... VF < 0,95 \'
IF I 00 M A oo ettt e e e et e e tae e e e et araaanean VF < 1,25 \"
Courants inverses
VR 00 Ve e et e et b e raa e e re e e et e ara e eaaas IR < 100 nA
VR=60V;Tj=150"C ........................................................................ IR < 100 pA
Capacité de la diode
VR—O,f——]MHz .................................................................................... Cq < 2,5 pF
Tension de recouvrement directe
IF = 400 mA ; ty = B0 NS teeenrerntttnin ittt eaeraeatereearataaataeaaaaas Vfr < 2,0 \
|F:400 mA, fr2= ]00 1S  eteeeeeenesesosessessenssncesasssesssesssssasasesasssnsssssessnssasss Vfr < ],5 \Y
Circuit de mesure et forme du courant d'entrée et de la tension de sortie.

1, 1000 L5000 1 v

90%
h M;:I:I:;c“ope / 10% \ l
\ Wl ko — - '
Signal d'entrée Signal de sortie

(1) Mesure a zéro heure a g = 10 LA et VR 275V

(2) Fonctionnement en régime sinusoidal (voir page 5) ; fonctionnement en régime impulsionnel (voir page 4).
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Signal d'entrée :

Temps de croissance de I'impulsion directe n® 1. ..........ccoiiiiiiiiiiiiiieeceee, t
Temps de croissance de I'impulsion directe n® 2 ... ....ccccoeiiiiiiiiiiiiieccieeeeenaeeen, to
Durée de I'impulsion directe . .......cooiiiiiiiiiiieiieee e to
Rapport CyCliqUe ettt ae e e e e e enraeaeeeas ]

Oscilloscope :

Temps de croissance du CoUraNt ..........cccoeceeiriiireiiierciie e eeeerre e seae st e e e e enaeeeas t,

Capacité d'entrée ......ooiiiiiiiiiiiieicie e et e e et e s e e s s e st atrae s e s aerntraaeaeas o
Capacité du circuit C< 20 pF (C = C; + capacité parasite)
Temps de recouvrement inverse

(|F=400|T\A,"|R=4OOITIA; RL=]OOQ)
mesuré a IRR I 0 MA e ee et r e e e e e e ra e eereeeeararar———_. -

Circuit de mesure et forme de la tension d'entrée et du courant de sortie.

v tpitot) |
’——%—o——@—o?—l -t [ tp —e )
4 4 90%"*‘,‘% /d-K ;r—l
! / J; ot ——‘

Rs =500 Oscillos. t
i 90% I
l Signal d'entrée Signal de sortie
Signal d'entrée :
. ' .
Durée totale de I"iMPuUlSion .......uuveieiiiiiiiiiie e et eseanes to(tot)
RaPPOrt CYCliqQUe ..ottt e e e ra e s e e e e e st aeeeenranenas 5
Temps de croissance de |'impulsion inverse .......ccccoccieeeiiiniiiiiieiii e t,
Durée de 1'impulsion INVErse .......ccccceiiiiiiiiiceciieee ettt e to
Oscilloscope :
Temps de croissance du COUFANT ....c.cciviiiriiiiiiinieieeer et et ettt e t,

Capacité du circuit C< 1 pF (C = capacité d'entrée de |I'oscilloscope + capacité parasite)

Charge recouvrée

Circuit de mesure et forme de la tension VC

D1
[ @ o l %
Rs=5000 T . i Veus 22
A 4900 | oscilloscope C
fx, 02 ED c= Ve I ha| g oMo Veu
VaVp +1e-Rs ) 263pF 1 i 1 .
s

Signal de sortie

D1 = BAW 62

D2 = diode dont la durée de vie des porteurs minoritaires a 10 mA est inférieure a 200 ps.

Signal d'entrée :

Temps de croissance de I'impulsion inverse .....ccccccoeveviiiiiiccieeecieieecec e, t,
Durée de 1'impulsion iNVErse ......ccccviiiiiiiiiiiiiriiiieeee ettt e e ee e eeeees t
RAPPOIT CYCHIQUE .iiiiiiiiieiiiiie e eeiteee e e ertte e e e e tee e e ete e e e eeateeasaessraaasasesaae s enssaennnnnees 5

Capacité du circuit C <7 pF (C = capacité d'entrée de |'oscilloscope + capacité parasite)

N

I

30

100

300
0,01

0,35

0,2
0,0025
0,6

30

0,35

400
0,02

ns
ns

ns

ns

ns

uS

ns

ns

ns

pC

ns

ns
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COURBES CARACTERISTIQUES

7210682
4
f=1MHz
Tj=25°C
Cq
(pF)
\
N
2 S
= max
N ]
typ
0
0 10 20 Vg (V) 30
aoo 1272621
el M Mlerm
: AX Y Ie(an)
Te(av) ;"?go_c | T t
(mA) 7 == T | 6= T
— o, <
/ /"/ =~ 50ic t<05ms
=T 75°¢ VR < 20V
VPP g _-9”L =~~~ Ve =60V
200 = ; = 100°C
] 1 =
AT = Io
b2 125°C
’7/‘:’ et T L =T |
] /// /” I
T LT p— 150°C
y fl p—— T !
=T et 175°C
e e - =TT IF(AV) max en
y, 4= _fonction de &
I == (régime impulsionnel)
0
0 05 16
1000 1272422
i —l M) 1FRM
0
TerM | 1 ¢
(mA) r 5= T
t<05ms
VR < 20V
K
\ LA ———Vg = 60V
500 ‘ y“\\ \\ <
[ | R \\ : N \\‘
\\\‘ \\‘ N \§ ~:~ ~ Tamb =25 °C
WA NSNS EN S5 1 |
\URNDRASAEINSIN l
S L NAOINSESSE ~450 :C
bl +~ 75°C
S Y S S Pt 100°C
T~ ~—tt125°
™ TT3==r 150°c|  |FRMmaxen
—]— R N Ry B B e e — 175°%C fonction de &
P (régime impulsionnel)
0
0 0,5 106
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7210678 .1 7210677 .1
Courant direct moyen max. redressé Courqnf .direct continu maximal
en fonction de la température admissible en fonction de la
1 ambiante temperature ambiante
T<1ms Ie
Z7lean TiVe <20V (o
T H:VQ =60V "
200 T 400
Ieiav)
. b4 -4 I . -
N ]
(mA) - \;\ i
S I NN ]
O . NN A
o f‘[——vF}—rr"'F N [
100 ! H o 200
T , TH \\\i” I AN
0 L N
R I 1\\» B N
\ N
\‘
| \
RN | ATA
ol | [ [ | | 0
0 100 Tamp (°C) 200 0 100 Tamp(°C) 200
72106831 ~ 7210684
800 T 7T T 1] '8 TTTTTT ]
1] [ SR B LTI
Ie Tj=25°C H [ minl 1 1] Ve Valeurs typiques
(mA) | ',l v)
{ I ) -
] IF:5 )0 ma ]
400 gy 1
i
I ™
I i S
r ~ 100y
] HEEE ~
1 ~
Jil
L]
200 1 05 ey
N ~
1
i
1
-
7
0 = 0
0 1 Ve (V) 2 0 100 Tj (°C) 200
3 7210679.1 600 22107151
{‘% } } { } % I1r=600mA Valeurs typ.
Valeurs typ. Ig me':ulre'__(:l }g%delR
Ver Tj = 25°C (mA) 500mATY ] T, = 250C
V) circuit d'essai
\ page 3
A A \
m
2 \ 400 \
\ [\
300m \
\ \
\‘ I::‘*?OITT\.A \ N
1 e 200mA] 200 200mA .
\
= 11 NN
50mA A
N 3
COmA ~H
80mA N ™
oM N
[40mANS
0 0 [T 17
0 50 tc (ns) 100 0 5 telns) 10
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite)

6 ll 7210680.1_ 75 7210681 .1
typ
A
ter ter
(ns) (ns) - typ
pd
y y
4 / 5
A
/7
R =100 L
R,_:lOO.ﬂ. IF =400mA
Ig = 400mA Ig =400mA
) ]%?Zf[i, 25 mesurea 10%
o » de IR
T] = ‘2’.5 °C . circuitd'essai
cnc:::ge c;ssal page 3
0 0
0 500 Ir (mA) 1000 0 100 T; (°0) 200
10° 7210685
'q.
: 5
Z ]
R_ , IdQ
(pA) I/
7 /I%Q
r <
102 1/
z 7 2
.
7 V.4
SISV Y
VY 'Q/ Q
O_4 Q
ST
10 Nyl |/
v 4 . v &
, 4
yd
7 /
| Y
y ’ >
y4 y 4
A 7
¥ 1 A [/
avva
10" / _/
A
y 4
/
1072
1073
0 100 Tj (°C) 200
Ces informations sont donndes A titre indicatif ot sons garantie d’arreur ou d’oubli. Leur publication n'implique pas que Ia matiére exposée soit libre de tout droit de brevet et ne

confére aucuna licence de tout droit de propriété industrielle, R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC n’assumant en outre aucune responsabilité quant aux conséquences de laur
utilisation. Ces caractéristiques pourront éventuellement 8tre modifiées sans préavis, et leur publication ne constitue pas une garantie quant d la disponibilitd du produit. Ces
Iinformations ne peuvent &tre reproduites par quelque procédé que ce solt, en tout ou partie, sans I'accord écrit de R.T.C. LA RADIOTECHN!IQUE-COMPELEC.
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BAV 18 a 21

Diodes planar épitaxial en boitier JEDEC DO-35, elles sont principalement destinées aux applications de commutation et
aux aoplications générales dans I’équipement industriel comme les oscilloscopes, les voltmétres numériques et les étages de

sortie vidéofréguence en télévision couleur.

Caractéristiques principales
BAV 18 BAV 19 BAV 20 BAV 21
VR ot e e max 50 100 150 200 \")
e max 250 250 250 250 mA
Ti .............................. max 175 175 175 175 °c
Rth o s 0,375 0,375 0,375 0,375 °C/mW.
VE (Ig =100mA) ................. max 1 1 1 1 \
IR (VR=50V) ...... ... ... .. ... max 100 — - — nA
IR (VR=100V) .................. max - 100 - - nA
IR (VR=150V) ... ... ... ... .. ... max - — 100 - nA
IR (VR=200V) ........ ... ....... max — - - 100 nA
typ. 15 15 15 1,5 F
Cq (vR=osaf=1MHz)'...........,{yp : 6 6 6 o
tyy (IF =30 mA alg =30 mA, max P
IRR=3mA) .. .. ... max 50 50 50 50 ns
Brochage
Boitier DO-35 - F 80 (Dimensions en mm)

ossiv k a
] o

R ] I
254 I L 6,25 | 254

A | 1785 -
min I qul min max M f ~ l
| _ arquage conforme a la

e J | - 7266863

| ! | norme CECC 50000
BAVIS: marron gris fond vert 2éme édition
BAVI19: marron blanc fond vert
BAV20: rouge noir fond vert
BAV2I: rouge marron fond vert

(cathode)

4




Valeurs a ne pas dépasser
(Limites absolues)

VR t i e max
VRRM + ¢ v vttt e e e e max
IF(AV) (T=20ms) v vvii .. max
e max
IERM - - oo max
lpsm (t<1s:Tj=25°C) ............. max
Piot Tamb<25°C) ..., max
Tgtg < <« oo
Ti ............................... max

Résistance thermique
Rth j-a

Caractéristiques (a Tj = 25 °C
VE (lg=100mA) .................. max
VE (lg=200mA) .................. max
VBR)R(IR=100pA). ... ... ... ..... min
IR (VR=50V) ................. max
IR (VR=100V) ................. max
IR (VR=150V) .............. ... max
IR (VR=200V) ................. max
IR (VR= 80V ;T.=150°C) ..... max
IR (VR=100V;T =150°C) ..... max
IR (VR =150 V :T! =150°C) ..... max
IR (VR=200V ;T =150°C) ..... max
D (lg=10mA) .. ... .. ... ...... typ.

X typ.
Cq (VR=0af= 1MHz) .......... {max
t,, (Ig=30mAalg =30 mA ;

Ry = 100 §2 mesuré a IRR =3 mA).. max

GRESP 61V 18 2 21 Page2sa

BAV 18 l BAV 19 l BAV 20 I BAV 21

50 ( 100 l 150 I 200 v
60 120 200 250 v
250 mA
250 mA
625 mA
1 A
400 mw
—65a+175 °C
175 °c
0,375 °C/mW
sauf indications contraires)
1 v
1,25 v
BAV 18 BAV 19 BAV 20 BAV 21
60 120 200 250 v(1)
100 nA
100 nA
100 nA
100 nA
100 MA
100 MA
100 MA
100 uA
5 Q
1,5 pF
5 pF
50 ns

(1) Mesurée sous des conditions d’impulsions pour éviter toute dissipation excessive tension de mesure limitée & 275 V.
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Courbes caractéristiques

300 R R 300 Courant moyen
e Fometion maximal admissible
de la tempeérature ambiante tempgrature T<20ms
Ig Igav) |'F
(mA) (mA) 72"
1«4—T—~>l
N
P
200 200 RS VAN it 150 v §m:s§-
4 VRM jusqu’a 180 V (BAV20)]
N) L4 VRM jusqu’a 250 V (BAV21){
N\
\
N
\ \
N\
100 \ 100 \
\
\
W
0 0 1
0 100 T,ump (°C) 200 0 100 Tamb (°C) 200
600 - —
Puissance totale dissipee Tension inverse continue
maximale admissible | maximale admissible
en fonction de la temperature 200 “en fonction de la température
BAV21
Piot VR \
(mW) W) \
400 150
BAV20
A\
N
100
N BAV19 \
200
N
N
S0 \
BAV18
] \
0 = 0
0 100  Tams (°C) 200 0 50 100 150
Tamb °C)



Courbes caractéristiques (suite) BAV 18 & 21 Page 4/
103 11 T T 1T TT
) 11 1
[7i=25°cH
ro | |
()
102 1
! ITI
f:m:lzr___
\\ '.:;’ 1,:25°C
\ 15
N T
P—
10 S
117 1
ﬁ.—«-—«
\\ ] T 0.5
\ ]
N 1
1 oL [
1 10 I (A) 102 10 1 10 Ve (V) 102
103 - ) A D I
BAV18:Vg= 50V Valeurs typiques
I.(T.) | BAV19:Vr= 100V
RUi'| BAV20:Vg= 150V 200
IR(25°C)| BAV 21:Vg= 200V
Ie
> 150
Ti=100°C JI] Tj=25°C
1
10 .
v 100
1]
A /
1 50 |
y 4
/
[1]
i
7|
10" 0
0 50 100 T (°C) 150 0 05 1 Ve (V) 15

>
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‘ diode plqngr
a avalanche controlee

BAW 21 A
BAW 21 B

La BAW 21 A (ou B) est une diode a avalanche au silicium diffusée planar, dans un boitier compact JEDEC DO-35. C’est une
diode a temps de mise en conduction faible et & haute conductance, destinée principalement a la commutation de charges
inductives et d la récupération d’énergie dans les centraux téléphoniques semi-électroniques et a toutes autres applications

industrielles.

Caractéristiques principales

BAW21A | BAW21B

min 90 120 \%
V(BR)R ............. max 150 175 v
IR (VR max) . ... ... .. 100 nA
VE (I = 400 mA ;
t =300us;5 =0,02) .. max 1,25 \%
tre (I =30mA ; VR =3V
Ry =100 Q ;IRR=3mA)max 300 ns
Cd(VR=O;f:1MHz)... max 35 pF

Valeurs a ne pas dépasser
(Limites absolues)

BAW21A | BAW21B

VR c v max 70 I 90 \Y

I o max 400 mA
IFSM (t=1s)......... max 1500 mA
IRRM - v r v vvmeenee e max 600 mA
[e]
Tstg ................ max 200 C
Tj o max 200 °c

Résistance thermique

Rth i_a ......................... 0,38 OC/mW

Brochage

Boitier JEDEC DO-35 (UTE F-80)

h

(Dimensions en mm)

min 5,1

|

U U
n n
1 1
osst X I l a
m'axr':: Z—c— (O
25,4 ‘ 4,25 25,4 | -l 1,85 | o
min max min max

La cathode est indiquée par une bande colorée

(marquage conforme a la norme CECC

50000, 2eme édition)
Caractéristiques

(a T = 25 °C sauf indication contraire)

BAW21A l BAW21B

Vv min 90 120 \
(BR) R ............. max 150 175 V
VR +riiiiii max 70 90 \
Ig{vgmax) .......... max 100 nA
dVR 1 MHz). . max 35 pF
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Montage de mesure GRES» 5rw 21 -Page 2/2
Temps de recouvrement inverse
ty (IF=30mA 3 VR =3V ; R_=100 Q)

mesuré & lpp =3mA ... e e e e max 300 ns

! I
= BAW 21 . t
Rg =500 | (A ou'B)| TI0%
! r | TR
I I |
| 90%
V=Vp+ I .Rg L | )VR=
[ A B FRL
%

Impulsion d’entrée
Impulsion de sortie

Impulsion de mesure : t, = 0,6 ns ; tp = 300 ns ;6 =25%
Oscilloscope : t, = 0,35 ns ; capacité d’entrée + capacité parasite < 1 pF.

Exemple d’utilisation
Calcul du courant maximal possible dans la diode et du temps de blocage maximal toff pour un circuit déterminé.

Une tension inverse VR plus grande que celle indiquée dans les valeurs a ne pas dépasser peut étre permise sous deux

conditions :

1. Que I'énergie transitoire W ne dépasse pas 5 mJ pour une température de jonction de 25 °C (I’énergie sera plus faible
pour des températures plus élevées) ;

2. Que la fréquence de récurrence ne soit pas inférieure 4 50 Hz avec un rapport cyclique § maximal de 0,01 en signaux
rectangulaires et de 0,02 en signaux triangulaires.

Dans le cas de la figure 1, I'énergie transitoire emmagasinée par le circuit nous est donnée par la formule W=~ LI? donc le

2
courant sera égal a 11\/_ soit | max = 130 mA pour W max < 5 mJ a 25 °C.
2 L
Aussitot aprés I'ouverture du commutateur S, le courant inverse dans la diode est égal a | max calculé plus haut.
Le tempsde blocage t,¢5 est égal a ___W . Cetemps sera maximal pour les dispositifs présentant une tension d’avalanche
;—'R' V(BR)

et le courant de circulation maximal.
Dans I'exemple ci-dessus, nous avons donc to¢s max = 0,6 ms.

ICirculation
*—ICjrculation
R L=06H |, SFermé  SOuvert
S @9 —
BAW 21 (A ou B)
[4
lae——Off —
Fig. 1
Fig. 2

G>

R.T.C. LARADIOTECHNIQUE-COMPELEC

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS
MATERIAUX, COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS / ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC
CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS
130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TELEPHONE : (1) 355.44.99

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES : CAEN - DREUX - EVREUX - JOUE-LES-TOURS - SURESNES - TOURS
S.A. AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F - R.C. PARIS B 672 042 470

Réf. 3863 - 02-75




diode au silicium
planar epitaxial

BAW 62

Diode au silicium planar épitaxial, en boitier JEDEC DO-35, destinée principalement aux applications en logique
rapide.

caractéristiques principales brochage Dimensions en mm
VR ............................... max 75V .
ive—51 min —|

Ip e max 100 mA 056max L L_Bleu cloir
VE(p =100mA). ... max 1V |1 (couleur du corps)

ol A
IROVR=20V). o, max 25 nA e e [t @
Cq(VR=0;f=1MHz) .............. max 4 pF | Rouge J !

mesuré alp =1mA) ............... max 4 ns

Boitier JEDEC DO-35.

(Marquage conforme a la norme

CECC 50000 2éme édition)
valeurs a ne pas dépasser
(limites absolues)

VR ............................... max 75V 1) IFAV .......................... max 100 mA 2‘)

VRRM ............................ max 75V IF .............................. max 100 mA
IFRM ........................... max 225 mA

Tgtg + + o+ o e e e et e 652 +200°C

Ti .................................................................................. max 200 °C

Rifyfammb <+ @+ o e oo e 0,6 °C/mW

1) Mesuré a Ip =100 pA ; Vg >100V

2) En sinusoidal - Voir page 4, en impulsions - Voir page 3.
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caractéristiques “i = 25 °C)

Ve (T =S MA) oo e e min 0,62 V
F (g ) U max 0,75V
VF (IF =100 mA) .......................................................................... max 1 V
Vg (Ig = 100 mA ;Tj =000 0C) Lttt e e e e max 0,93 V
IR VR =20 V) e max 25 nA
IR(VR=20V;Tj_—:150°C) ............................................................... max 50 uA
IR (VR = 75 V) ........................................................................... max 5 IJA
Cq(VR=0:f=1MHz) ... max 2 pF
trr(dé IF =10mA a VR =1 V,RL: IOOQmesuréélel 117: ) 2 max 4 ns
montage de mesure

Mesure de la Tension directe de recouvrement

Vi, (IF =50mA ; t. = 0 I 1) 1 N max 2,5V

. wn 4500 | Impuison detrée | Impulsion de sote
Rsz500 osc il lgscope Vfr
échantillonnogey
R,':ISOH
L ] ‘ '

Impulsion de mesure : t = 20 ns ’:‘p =120ns;86 =1%

Oscilloscope : t. =0,35 ns ; capacité d’entrée + capacités parasites <1 pF

a8
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Mesure du temps de recouvrement inverse
t,; = temps de recouvrement inverse quand la diode est commutée de :

IF=]0mAéVR=lV;RL=IOOQ;mesuréé[R_—_lmA ........................................... max 4 ns

trtp
[ t
110% St
Oscilloscope f '
a
échantillonnage /’F
R;=50n 90 % 0% d’n%?'n
Ve . .
W sz Impulsion Impulsion
d’entrée de sortie

Impulsion de mesure : ¢, =06ns; t. =100ns;8=5%

p

Oscilloscope : t_=0,35 ns ; capacité d’entrée + capacités parasites <1 pF

Mesure de la charge emmagasinée
Qq(delp =10mAaVp =5V, Ry =50090) ... typ 50 pC

Ve Impulsion de sortie

1

X | Oscilloscope
R; 210MN

|

M

D1 = D2 = BAW 62

Impulsion de mesure : t. =2 ns ;tp =400ns ;5 =2%

Oscilloscope : Capacité d’entrée + capacités parasites <7 pF
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v / 25°C] - pch e
z - 0 'rav
Iry 54
(mA) L b
£ P
/ d lcouront ,qu-en
= = 175CYfonctign du cycle de
50
£
7|
2 P2
/ "
7
7
7
00 as ()
A 4180
courant moyen maximal admissible en
fonction de la température.
I TS Ims
I ; Vg jusqua 20V]
I, Vp=75V
‘%Z!
¢ FAY
100
Ipay
(mA)
50
\
\
\
0
0 100  Tamp PC) 200
A 4182
300
Tjs25°C
Ir
mA
typ m‘cx
200
1l
100
t
4 ! ) 2

50
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400 courant direct de créte maximal .
admissible en fonction du cycle de travol 'F Ierm
0
-+ 8:*
(m,
loy Mg 201
— U
P 14
20014 RN
S N Jornb =125°C
=L N
T e o 59
[~ |
—— T
= 175
A~ | | i
00 05 18
150, - - —
courant continu maximal admissible en
fonction de la température.
1
1
(mA) t
100
1110 \
\
5
0
0 100 amof®C) 200
15 A RS
lvaleurs typiques
73
v
1 = le=225, 4
Py
| ™ oy
0 ;;,—‘
0,5 1\4
|
1
m
/]
(/] 100 Tj (°C) 200
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A 4179 Asin
2 l valeurs typx f=1MHz 15 valeurs typi !
Vel } Tj=25°C Tjs25°C RL = 1008,
| Tj =25°C
Vi ¢ ] =
7 \ (nZ Ip =10% de If]
Cd 1]
\ 1
1 (oF) + N
\ 1]
15 !
N ; . :
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di’ode a avalanche @

au 'silici,um
diffusee mesa BAX 12

La BAX 12 est une diode a avalanche au silicium diffusée mésa dans un boitier compact. C’est une diode a temps
de mise en conduction trés faible et 4 haute conductance, destinée principalement a la commutation de charges inductives
et 4 la récupération d’énergie dans les centraux téléphoniques semi-€lectroniques et a toutes autres applications industrielles.

caractéristiques principales brochage Dimensions en mm
7,6
V(BR)R ........................ min 120 V Lﬁ. |*'2<f;"l }H
IFRM ........................ max 800 mA )
[
VE o max 1V ~— el e
L max 50 ns T ~ T ! e
marron rouge noir
(cathode)

Boitier SOD-17

(Marquage conforme 4 la norme
CECC 50000, 2éme édition)

valeurs a ne pas dépasser
(limites absolues)

IF ......................... max 400 mA
IFRM ....................... max 800 mA
Iggy@=1s8)................. max 1,5mA
Iggy t=10ps) ............... max 30 mA
VR ............................ max 90 V IRRM - - v rvvreeee e max 600 mA
N °
Tstg .................................................................... — 653+ 200°C
Tj ..................................................... e e e max 200 °C

0o
Rifaamb - 7« «++ e e e 0,3 °C/mW
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caractéristiques [Ti = 25 °()

VEUp= 10mA). ... max 0,75 V
VEUR = S0mA). max 0,84 V
VEUR =100 mA). .. o max 0,90 V
VF (IF = 200 mA) ............................................................. max 1,0 \Y%
VF (IF = 400 mA) ............................................................. max 1,25 \%
V(BR)R (IR = 1mMA) - o 120a175v
Ig (Vg =90 V;Tj= 150 0C) . oo max 100 uA
C =0;f=1MHZ) . ..o typ. 25 pF
d VR ) { max 35 pF

montage de mesure

Temps de recouvrement inverse

ty g =30 mA a Vg =3 V; Ry =100 Q)

‘s _ typ. 37 ns
mesuré a Ippy =1mA . .o o { max 60 ns
PR _ typ. 30 ns
mesuré & Ippy =3 MA L L g n}gx 50 ns

Impulsion d’entrée

Impulsion de sortie

Impulsion de mesure : t. = 0,6 ns; tp = 100 ns; 6 = 2,5 %.

Oscilloscope : t. = 0,35 ns; capacite d’entrée + capacité parasite < 1 pF.

Charge emmagasinée
Qs(IF=10mAa‘1VR=SV;RL=SOOQ) ............................................. max 0,5 nC
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D1 = D2 = BAW 62

Impulsion de mesure : t. = 15 ns; tp =35 us.

Oscilloscope : capacité d’entrée + capacité parasite < 30 pF.

Exemple d’utilisation

Calcul du courant maximal possible dans la diode et du temps de blocage maximum tg¢¢ pour un
circuit déterminé.

Une tension inverse Vp plus grande que celle indiquée dans les valeurs a4 ne pas dépasser peut étre permise sous
deux conditions :

1. Que I’énergie transitoire W ne dépasse pas10mJ pour une température de jonction de 25 °C (I’énergie sera plus
faible pour des températures plus €levées);

2. Que la fréquence derécurrencene soit pas inférieure a2 50 Hz avec un rapport cyclique & maximal de 0,01 en
signaux rectangulaires et de 0,02 en signaux triangulaires.

Dans le cas de la figure 1, I’énergie transitoire emmagasinée par le circuit nous est donnée par la formule W = % LI?
donc le courant sera égal a '} 11 soit I max = 130 mA pour W max < 10mJ a 25 °C.

2 L
Aussitdt aprés I'ouverture du commutateur S, le courant inverse dans la diode est égal 4 I max calculé plus haut.

Le temps de blocage t,r est égal z‘r;l__l___..Ce temps sera maximal pour les dispositifs présentant une tension d’ava-
2IR-V(BRR
lanche et le courant de circulation maximal.

Dans I'exemple ci-dessus, nous avons donc t, e max = 0,4 ms.

ICirculation
*—I¢jrculation
R L-06H | SFermé  [SOuvert
S b
QDBAXIZ I
le—toff— o]
Fig. 1. Fig. 2.

3/4
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© @ @ ! I Vo Impulsi '
r_‘ c Impulsion de sortie
Rs =500N
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S |0scitloscope
S | R = 10M0
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C
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68 nF
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Impulsion de mesure : t. = 15 ns;t_ = 35 us.

p
Oscilloscope : capacité d’entrée + capacité parasite < 30 pF.

Exemple d’utilisation

Calcul du courant maximal possible dans la diode et du temps de blocage maximum toff pour un
circuit déterminé.

Une tension inverse Vi plus grande que celle indiauée dans les valeurs a ne pas dépasser peut €tre permise sous
deux conditions :

1. Que I’énergie transitoire W ne dépasse pas10mJ pour une température de jonction de 25 9C (I’énergie sera plus
faible pour des températures plus élevées);

2. Que la fréquence derécurrencene soit pas inférieure 2 50 Hz avec un rapport cyclique 6 maximal de 0,01 en
signaux rectangulaires et de 0,02 en signaux triangulaires.

Dans le cas de la figure 1, I’énergie transitoire emmagasinée par le circuit nous est donnée par la formule W = % LI?

donc le courant sera égal a " li soit I max = 130 mA pour W max < 10mJ a 25 °C.
2 L

Aussitdt aprés 'ouverture du commutateur S, le courant inverse dans la diode est égal a I max calculé plus haut.

Le temps de blocage t ¢r est égal a— W Ce temps sera maximal pour les dispositifs présentant une tension d’ava-
1p.V,
2'R-Y(BRR

lanche et le courant de circulation maximal.

Dans 'exemple ci-dessus, nous avons donc t,ee max = 0,4 ms.

ICirculation
“—I¢jrculation %
R L=06H |‘ SFermé  1SOuvert
s d3
Q‘ BAXI12 'l'
le—toff— ]
Fig. 1. Fig. 2.
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diode a avalanche
au silicium
diffusee planar BAX 12 A

>

INTRODUCTION

La BAX 12 A est une diode a avalanche au silicium, diffusée planar, en boitier DO-35, destinée principalement a la
commutation de charges inductives, a la récupération d'énergie dans les centraux téléphoniques semi-électroniques
et a toutes autres applications industrielles.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Courant direct répétitif maximal ........ccccoviiiiiiiiiieiiiiieeeee e, 'ERM max 0,8 A

Energie inverse répétitive maximale

fp>50 us;f<20Hz;Tj:25°C ............................................ ERRM max 5,0 mJ
Résistance thermique jonction-air ambiant .....cccccccoivieiiniinerennennn. Rth(j-amb) = 0,38 °C/mW
Tension directe a Ip =200 mA ..o VE < 1,00 Vv
Tension d'avalanche inverse a IR = 100 WA e V(BR)R 120 a 175 v

Temps de recouvrement inverse

(Ig =30mA; I =30 mA; R_ =100 Q)

mesuré a IRR: B M A e - < 50 ns
DONNEES MECANIQUES
Boitier DO-35 Dimensions en mm
o6t X a
m’uxr': , ) 1}4
25,4 le 4,25 25,4 11850
min max min max

7266721

L'extrémité colorée indique la cathode

RESISTANCES THERMIQUES

Jonction-air ambiant, en air calme .....coooiiiiiiiiiiiiiiiii e R’rh(j-amb) = 0,38 °C/mW
Jonction-air ambiant, en air calme, la température des
conducteurs étant de 25 °C a 8 mm du corps de la diode .................... Rth(j-amb) = 0,30 °C/mW
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134)

Tension

Tension CONtINUE INVEISE .c..ceeivrceuerieiiiiiiiiiiirreneeeeeenirirareseeaeessessneneassees VR max 90 v (1)
Courants

Courant direct moyen redressé (mesuré sur une période de 20 ms) ......... IF(AV) max 0,4

Courant direct (CONTINUY wereeriieerieeetie ettt e max 0,4

Courant direct répétitif maximal ..o 'ERM max 0,8

Courant direct non répétitif maximal

t=1 us ; T] initiale = 25 L G TP P SRPPTPNN lFSM max 6,0 A

t=1s ;Tj inifigle = 25°C lEsMm max 1,5 A
Courant inverse répétitif maximal ..o |RRM max 0,6
Energie inverse
Energie inverse répétitive maximale

t >50 us; <20 Hz ; Tj = 250C it e ERRM max 50 mJ (2
Températures
Température de STOCKAGe ...oveiiriiiieniiniieeteeet e Ts,rg —-65a+ 200 oC
Température de ONCHON wueiietieirtinieteiin s Tj max 200 °C
CARACTERISTIQUES (Ti = 259C sauf indication contraire)
Tension directe
|F = L0 7 - N T T TR PR VF < 0175 \Y
IF = 50 A et ettt et VF < 0’84 \"
lg = TOO MA  coteeeereeeieenaenranrrnerrrteeeeeeesarasateessesssssnrntressesesesssiaiararassasans Ve < 0,90 vV
lg = 200 MA  ceeeereeirerrneeerearrerrataeeeee et et ee e s s an e s e e s e e ae e st b sraraaaaaeas VE < 1,00 V
g = 400 MA  coreeriieiiiiiieee et eeeeereee e e et e et e eeaeseee e s e nnanananns VE < 1,25 V
Tension d'avalanche inverse
IR = 100 UA ........................................................................................ V(BR)R 120 a 175 \'%
Courant inverse
VR = 90V o IR < 100 nA
VR = 90V,Tj=150°C .................................................................... IR < ]00 HA

(1) Des tensions inverses plus élevées que cette valeur sont permises pourvu que :
a. {'énergie transitoire n'excéde pas 5mJ a T; =25°C;;
b. T (période) > 50 ms ; 5 < 0,01 (impulsion rectangulaire)
5 < 0,02 (impulsion triangulaire)

(2) L'énergie transitoire maximale admissible doit diminuer de 0,03 mJ/°C avec I'augmentation de la température.
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Capacité de la diode

VR=O;f= T MHZ e re e e e Cyq typ 15 pF
< 35 pF

Temps de recouvrement inverse

(|F=30mA;|R=30mA; RL=]00§2)
mesuré a lRR= B MA et e e ee e s e e e s s t < 50 ns

Circuit de mesure et forme de la tension d'entrée et du courant de sortie.

v [ tpitot) - |
- -t [ tp ——
90%; 10% +1T_|
3
[\ [\ v |

Rs =500 Oscillos. —tr—l
_l".l_ f‘L__ echant,
Ri =50 Q2 ' / /-4
*90% 1 |
[ ] RR
T Signal d'entrée Signal de sortie
Signal d'entrée :
. v . _
durée totale de |"impulsion .....ccccccoviiiiiiiiiiiiiieeee e tp(tof) = 2 us
rapport CYcliqUe oottt e 5 = 0,0025
temps de croissance de |'impulsion inverse ...........cccccoviieiiniiiinnnn. t, = 0,6 ns
durée de I'impulsion inverse .......cccccoviiiiiiniiiiiiiniie e, t = 100 ns
Oscilloscope :
temps de croissance du courant ........ccccceeieeiiiieeeieeeeiieee e t, = 0,35 ns

Capacité du circuit C < 1 pF (C = capacité d'entrée de I'oscilloscope + capacité parasite)
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Ces informations sont données A titre Indicatif ot sans garantie d’arreur ou d'oubli. Leur publication n'implique pas que la matiére exposée soit libre de tout droit de brevet et ne
confdre aucuno licence de tout droit de proprié¢té industrielte, R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC n’assumant en outre sucune responsabilité quant aux conséquences de leur
utilisation. Ces caractéristiques pourront éventuellemant 8tre modifides sans préavis, et leur publication ne constitue pas une garantie quant 3 la disponibilité du produit. Ces
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diode au silicium diffusée

BAX 13

Diode au silicium, diffusée, dans un boitier compact, la BAX 13 est principalement destinée aux applications de

logique rapide et aux usages généraux.

caractéristiques principales

VR coee e max S0 V
VRRM ......................... max 50 V
IFRM ........................ max 150 mA
VEAg=20mA).................. max 1V
ty(@delp=10mAaVp=6V).... ... max 4 ns

valeurs a ne pas dépasser
(limites absolues)

brochage Dimensions en mm
7,6
-
b

ok | _a
B : . —
[} 1
. 254 16351 25 _,! N

2,0
min | max min max +
f————— - : L 1 7258644.2
'
marron orange noir
(cathode)

Boftier SOD-17

(Marquage conforme a la norme
CECC 50000 2éme édition)

Ip oo max 75 mA
IERM - - v oo ... max 150 mA
Iggqt=1s)................. max 500 mA
Ipgyt=1wms)................ max 2000 mA
............................. — 654+ 200°C
................................ max 200 °C
................................ 0,6 °C/mW
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caractéristiques [Ti = 25 °C)

VEdg= 2 mA)......... 7S O max 0,7 V
Vg (I = 10 mA; Tj =100 00) . o o max 0,8 V
VE R =20MA) (1) Lo max 1 V
VER =T75MA) (1) ... max 1,53V
I VR =10 V) e max 25 nA
IR(VR=10V;TJ-=150°C) ...................................................... max 15 uA
IR (VR =25 172 T max 50 nA
IR OVR =50 V) oo max 200 nA
IR(VR=50V;TJ~=150°C) .................................. e max 25 MA
Cd(VR=0;f=1MHz) ........................................................... max 3 pF

montages de mesure

Mesure de la tension directe de recouvrement

Avec t. > 20 ns et I compris entre 1 et 75 mA., la valeur de la tension directe de recouvrement Vi  ne dépasse pas

la valeur de la chute de tension statique V.

Ir kN 450N Ir Impulsion d'entrée v Impulsion de sortie
Vfr'

Impulsion de mesure : t, = 20 ns; t, = 120 ns; §=1%.

Oscilloscope : t, = 0,35 ns; capacité d’entrée + capacités parasites < 1 pF.

(1) Mesurée en impulsions, pour éviter une dissipation excessive.
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Mesure du temps de recouvrement inverse

t.r = temps de recouvrement inverse quand la diode est commutée de :

IF=10mAéVR=lV;RL=lOOQ;mesuréz‘1IRR=1mA ................................. max 6 ns
IF=IOmAéVR=6V;RL=IOOSZ;mesurééIRR=1mA ................................. max 4 ns
- t t
r n o n——
—H 0%
’_?ili[sln = | : oscllgscope | | +If trr ,
| TIF | léchantiltonnage | | 3
V:VR¢IF,RS | . R;=50N 90% I/‘
r — —_—— l VR: RR
L . % IR,
impulsion d’entrée impulsion de sortie
Impulsion de mesure : t_= 0,6 ns; tp =100ns;6 =5Y%.
Oscilloscope : t. = 0,35 ns; capacité d’entrée + capacités parasites < 1 pF.
Mesure de la charge emmagasinée
QeI =10mAaVp =5V;R =500Q). ... max 45 pC
BAX13 D1
l_“"@ 4o T 1
Rs=5000
}-Lj— b2 5 % v 8 |oscitloscope
@TIF @j ST C 38| Ri>10Mn
V=Vp+lrRs ]Fl Un‘l-l T
| | t

B 3775

D1 = D2 = BAW 62

Impulsion de mesure : t. = 2 ns; tp =400ns;6 =2 Y%.

Oscilloscope : capacité d’entrée + capacités parasites 7 pF.
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diode au silicium diffusee

BAX 16

Diode au silicium diffusé a faible courant inverse, en boitier compact, destinée a un emploi général dans les appli-

cations professionnelles et industrielles.

caractéristiques principales

VR ..................... max SO \Y
VRRM ........................ max 150 \Y4
IFRM ........................ max 300 mA
VEAp=100mA) ............... max 1,3V

tIg=30mAaVp=3V). . .. ... max120ns

valeurs a ne pas dépasser
(limites absolues)

VR e max 150 V
VRRM ........................ max 150 V
Tstg --------------------------------------
Tj ........................................

(1) Pour un fonctionnement en courant sinusoidal, et pour un fonctionnement en impulsion, voir courbe.

brochage

Dimensions en mm

7,6

5

3.4

4
|‘mhx+| %
gggz:l . l| Il Lo

| [
|le— 254 _, ~ «— | 6351 >le— 254 »' —»l 2,0 l..
i min

min | mOXl max
F————— B T f 7258664 2
| | '
marron bleu noir
(cathode)

Boitier SOD-17

(marquage conforme a la nome
CECC 50000, 2éme édition)

IF .......................... max 200 mA
Ifav WD (T=20ms) ............ max 200 mA
IERM - - e max 300 mA
lFSM (t =1 S) .................. max 500 mA
Ipgqt=1ps). ... ... ... max 2500 mA
............................. — 654+ 200°C
................................ max 200 °C
................................ 0,5 °C/mW
67



@BAX 16 ,Page 2/4

caractéristiques (Ii = 25 °()

VE(p= 1TmMA). ... max 0,65 V
Vg (g = 10 mA; Tj = 100 O0) . oo max 0,85 V
VE(E=100mA) (1) .. ... max 1,3 V
VE(p=200mA) (1) ... o max 1,5 V
VF(1F=200mA;Tj=l75 O (1) ot max 1,4 V
IROVR= SOV). o max 25 nA
IR VR = SOV;Tj=ISO°C) .................................................... max 25 pA
IROVR =150 V) oo max 100 nA
Ig (Vg =150 V;Tj = 150 00 . max 100 A
CqOVR=0;f=1MHz) .. ... ... max 10 pF

montages de mesure

Mesure du temps de recouvrement

t,; = temps de recouvrement inverse quand la diode est commutée de
Ir=30mA3aVp =3V ; Ry =100Q2;mesuré 3 [IRR=1mMA ..... ..., typ. 70 ns
F R L RR { max 120 ns
Lo i
Rs=500Q N E ! oscillgscope
| ' échantillonnage
V=Vo+leRs [ ! R;=500 ol
l e 3 Vol Impulsion d'entrée Impulsion de
sortie
Impulsion de mesure : t. = 0,6 ns; tp = 300ns;6 = 0,25 %.
Oscilloscope : t. = 0,35 ns; capacité d’entrée + capacités parasites < 1 pF.
Mesure de la charge emmagasinée
Qs(delF=IOmAéVR=5V;RL=SOOQ) ......................................... max 0,7 nC
BAX 16 D1
O —oe (1
[ N o 1
Rg=5000N D2 % o
] b 2 b3 " 'E; ascilloscope
V:Vp¢1pp$ TF 1 1(3 I f 3| RizloMn
[ i T

D1 - D2 —~ BAW62
p= 35 us; f =25 kHz.

Oscilloscope : capacité d’entrée < 30 pF.

Impulsion de mesure : t. = 15 ns;t

(1) Mesurée en impulsions, pour éviter une dissipation excessive.

68



GRES ¢ 16.Poge 3/4

courbes caractéristiques

Iepn,
I T T T T Ly T
FAY T T i (mA) T IH iiH
(m;o,o:l’— P : — Ir jsanum
= FPM 2 Courant mo; i jssible ] 00— IrrM T
- yen maximal admissible —+ H— I - . 4+
[ Ieay 1 #n fonction du cycle de travail Ee — 0 _I Ban Courant ‘Lm'd,.":' nt: r.p.l“'"" en
— o EE ( en régime impulsionnel ) bu = 4 ;on roglf:vlom. e. rava‘l) e
— 5.t uuE Enes Eete b buy binwe s us. — |l | seF anSssassbssssetes
— T ISDES SNESY ESSRLES " e T 4 T T
— RS b Tamb = 50 °C ¢ e Tt [ESEE DENE DREEE
2001 t<<10ms, Vg < 150V " AT 400[— t<10ms, VoS 150V T S PEPEES
I . T e - TT . : y T
— IS SSSE DESEE REESE DY L5 _ o SIS DS DEY Hpe! i " T ! o Jamb =50°C 1T
:
PEBE RN IO B 100 °C = e an I : g InEe -
doe i e X
- t t——tv t - 1 T I
100 : ’ A 1 150°C 1 200 1 XL%TIL I
pads Tt T 50°c B
+ ° —
775 C i . 175°¢C
- 790°CI 190 °C
0 T HHH f 0 T I
0 02 04 ™ 06 08 s 0 g2 ™ 04 06 08 )
300 18 il e TTIT 300 . T
: 1 1T P c [T I 4 pes
F ) Ve T voleurs typig d feIMHZ fia jaee
(ma) KL max] gy AL oF) f=25°C (ma - Irav E
T Imy I ]
Frs250c I pun (ma) 1
L I 300 ma ] Ts20ms; g <150v1
200 ) ! 1o 200 HH ]
7 —
- T
] t /00,,,‘: + ‘f 4t t
v~ : —
117 1 M M T
1 )8 B DS
/ f 2
7 H — et
100 05 ”’";L 5 100 e
7 gan v T N
Im, _F* + v
11 g Sk ) Uh Ve
Q x! —
4 + HE I A
~ i 4
o i 11 Bt
00 A 3458 00 A 3459 00 1.1°C) 200 [ I 111 ‘ 0 T
I vetv) 2 i 0 20 VR (V) 40 0 100 Tamb (MQ 200
?
0 =0 T
Ip ter Ip = 30 mA E
(nA) (ns) V=3V
R = 1000 T
106
150
105 =.
”0 R 100 200 T.(°C) 300
104l YR =150V | Y
:Emax = =
H typ. B + 200
8 Vg =50V TTIITT
’ mox o A
03 H-+typ. (ns) g =3v 1]
R = 1000 H
Ti = 25°c T
00
10254
A
L
10 0
[ 00 °*** 200 300 ; (°C) 0 A0 50 100 I-(mA) 150
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diode au silicium diffusee

BAX 17

Diode au silicium diffusée a trés faible courant inverse, en boitier compact, destinée a un emploi général dans les
applications professionnelles et industrielles.

caractéristiques principales brochage Dimensions en mm

VR e max 200 V A
IFRM ........................ max 300 mA |

1k l \ J | a
VE(p=200mA). ............... max 1,2 V S rl ﬂmrb:
-l 20 |4

t, (de Ip =30 mA a Vg =3V;

min | max; min max

R; = 100 §2; mesuré a IRR=3mA). . max 120 ns P - : e 1 22506642
marron violet noir
(cathode)

Boitier SOD-17

(marquage conforme a la norme
CLECC 50000, 2émc édition)

valeurs a ne pas dépasser
(limites absolues)

VR oo max 200 V Ip o max 200 mA
VRRM “ - v rrrrmmmremeneeennn max 200 V Ipay W(T=20ms). ............ max 200 mA
IERM - - - o max 300 mA
Iggm@t=1s)......... ... .. .. max 500 mA
gt =1ps)............. ... max 2500 mA
Tstg .................................................................... — 654+ 200°C
Tj ........................................................................ max 200 °C
Repjaamb + =+« vt 0,5 °C/mW

(1) Pour un fonctionnement en courant sinusoidal et en impulsion voir courbes .
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caractéristiques [Ti = 25 °C)

VE(lg= 1 10/ N max 0,65 V
VE (g = 10mA; Tj =100 0C) . max 0,75 V
VE (IF= 100 MA) (1) oo ot et e e e e e e e e e e max 1,1 V
Vg (Ig = 200 MA) (1) o e e e e e e e e e e e max 1,2 V
Vg (Ig = 200 mA;Tj= 175 0C) (1) vttt max 1,2 V
Ig (Vg =50 V) max 25 nA
Ig VR =50V; Tj =150 00) .o max 25 uA
IR (VR=IS0V) Lo max 100 nA
Ig (VR =200 V; T, = 150 L 0) P max 100 uA
Cq (VR=0;f=1 MHZ) . . e max 10 pF

montages de mesure

Mesure du temps de recouvrement inverse

R L a — typ. 70 ns
t (delo=30mAaVp=3V;R; =100 Q;mesuré a [gp=3mA) ........................
mr (de Ip R L e . RR max 120 ns
— f T
= BAX17 | = .
Rg=500 E 11,: | oscrlléoscope Tl’O/' ': 'I:- tr r
y V-I_II—R % i écha;hllonnage 90%
=R*F"s [ i i=500 Impulsion d‘entrée - Ir i
[ b : " Inese RR
e (]
Impulsion de mesure : t, = 0,6 ns; tp =300 ns; 6 = 0,25 %.
Oscilloscope : t. = 0,35 ns; capacité d’entrée + capacités parasites < 1 pF.
Mesure de la charge emmagasinée
Qs(de IF=10mAéVR=5V;RL>SOOQ) .......................................... max 0,7 nC
BAX 17 D1
T ae Imoutsion d
) 1on
C T 1 | e
Rc=500N w
2 ‘I DZGD §== V] gg oscilloscope
g = & 3T ¢ 8| R z10omn
Vg *JeRs , l |
[ , i : ]
D1 = D2 = BAW 62

Impulsion de mesure : t = 15 ns;t_ = 35 us; f = 25 kHz.

P
Oscilloscope : capacité d’entrée < 30 pF.

(1) Mesurée en impulsions pour éviter une dissipation excessive.
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diode au silicium mesa

BAX 18

La BAX 18 est une diode au silicium Mesa, en boitier compact, d’usage général, utilisée principalement en redresseur.

caracteéristiques principales brochage e Dimensions en mm
VR .......................... max 75 V
056_
VRRM ....................... max 75 \Y max } l .
]FAV ........................ max 350 mA e 25&_$.*,:e'35:_. _ 254 ~l 20 |*
| le min
Ty max 200 °C P e 1
Rth'-amb ....................... 0,3 °C/mwW marron gris noir
] (cathode)
Bofitier SOD-17
valeurs a ne pas deépasser
(limites absolues)
VR e max 75 V Ipg (t=10ms). ... max 6 A
0

VRRM - - v oemeemeeee e max 75 V Tgtg - cvvvevvee e — 654 + 200 °C
Igavy (T=20ms)............... max 350 mA Tj ........................... max 200 °C

0
L o max 500 mA Rihjoamb -« << 0,3 °C/mW
IFRM ........................ max 2 A
caracteristiques
VE(GE =2AT=15000) .o max 2V \
IR (VR= 75V, Tj =150°0) .ot max 100 puA
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diode au silicium planar (GRE=P

BAX 18 A

INTRODUCTION

La BAX 18 A est une diode au silicium planar, en boitier DO-35, d'usage général, mais utilisée prlnC|po|emen1 com-
me redresseur.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension inverse répétitive maximale .......ccoovevvvuveveeeeereeeeeennn. VRRM max 75 \
Courant direct MOYen ... [E(AY) MOX 400 mA
Courant direct non répétif maximal .........ocoovvvevieeiivieieeeieeenane. lESM max 6,0 A

DONNEES MECANIQUES

Boitier DO-35 Dimensions en mm

0, ss L.
mux C:D!___::D: ’!
. 254 ,__A.zs | 25,4 ,|1es -
max min

min
7266721

L'extrémité colorée indique la cathode

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction-air ambiant, en air calme,

au maximum de longueur des conNexions ...........cccocceiviiiviineiiceieiieeeene e, th([-amb) = 0,38 °C/mW
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134)

Tensions

jon i Spétitive maximale ......ccccoveeeviiiieiiieiiiennnen.
Tension inverse répétitive maximale ............ccccoeeiiiiinii VRRM
Tension CONtINUE IMVEISE ....ccuuiiieeiiiiriiineieiieeirteertneeeenesstneeereeereeeesnaaannssesenes VR

Courants directs

Courant CONTINU  .uiiiiiiiiiiieeeeeeiieee e e e e et s e s e e e e baan e s e e e reas e e eeeeanannaeans IF
Courant moyen (mesuré sur une période de 20 ms) .....cceeereiinincnenicnnnnee IF(AV)
Courant répétitif maximal .......ccooeiiiiiiiiiiiiiii lERM

Courant non répétitif maximal
(durée max = une alternance de 10 ms

6T] Imho|e=25°C) .......................................................................... |FSM
Températures
Température de stockage .oocceieviiieiiiiiiiiiiii i Tstg
Température de jONCHON ..cc.eceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicie e e e Tj
CARACTERISTIQUES
Tension directe
|F:2A;Tj:]500C ............................................................................ VF
Courant inverse
VR =75V 5 Tj = 150 0C oottt I

Capacité de la diode

80

max

max

max
max

max

max

max

typ

75
75

500
400
2,0

6,0

-65a+ 200
200

1,4

100

15
35

mA
mA

°C
°C

pA

pF
pF
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COURBES CARACTERISTIQUES

7272936.1

0,6
'k et
a= .
Ptot F(AV)
(W) 20 1,5711,42
2,5 A LA c.c A
0.4 Vi Av.y. / N
Y, A N
/ 4
4
7
a=3,0 /j \\
8’974 Y
/4 V
YA A Y
0,2 717
7 pd
A
A AN
N
N
o N
oO 0,4 0 10 200
’ IF(AV) (A) ’ 0 Tamb (OC)

La partie gauche de la courbe donne la puissance totale dissipée en fonction du courant de sortie moyen.

I diod R, +r,.
M—m—i—e—, fonction denw R C et de —L—jif—f, peut étre lu sur des courbes (n=1ou2).

IF(AV) pardiode nR_

Le parametre a =

Quand la puissance dissipée est connue, la température ambiante maximale admissible peut étre lue dans la partie

droite de la courbe.

Quant a la résistance série, ajoutée pour limiter le courant de redressement initial créte, sa valeur minimale peut

étre lue sur la courbe de la page 4/6.

La valeur de la résistance ry; ¢ peut étre lue sur la courbe de la page 5/6.

8l
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite)

Valeur minimale de la résistance série R, (comprenantlarésistancedu trans-
formateur) destinée a limiter le courant de redressement initial maximal.

Vieft
(V)
30 CL<2504F 500 710004F 1500 pF
i JA4
y
A1 / Pa
iV a4
20
P
/44 pd
4
Yy 7
//
10 A //
P’
4 ,/ Tolérances admises :
4 - tension secteur : + 10 %
+ - capacité i+ 50%
/ | - résistance :—10%
0 |
0 5 10 Ry (0)

Tensionde sortie en fonction du courant de sortie pour le circuit ci-dessous.

40
\\
vO
N
(V) 1
—lg
1 Viets gn
30 ™30V
T L
\ =C, [ R
| .
20 ~ 20V 7272600
t
- 30 5,6 1000
10 20 3.4 1000
|
0 T 7
0 250 500 I, (mA) S0
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7272938 7272934
3 T 1.5 = T ™ ]
1 — T, = 25°C -4~ *:T‘ -Jv“{l Valeurs typ.
+ i -+ t b T
AR - o il i e L
e ! I —__Ti =150°C Ve r »L B 1 T
~ SEaE q Ve R
T 1 T et
bt bod e o o lg = 2000 mA
: H ] N ERERS - F
2 lij T t maxl—i: N i - =
ik | i I T
! AR EER=SESE i i
. . + : = =11 500 mA 1]
i T RINEE ™~ .
i L sd 1 i
N <100 mA;
] ,'[. I > L I
1 H t 0,5 — 10 mA +
; [ ,l ; I
% /] |
i
}.11" )54 rgifs =cot® =030
- O |
0 £ BN EEEEN ol
0 Tovp v 2 0 100 1 ogy 200
, 7211238.1
10 o
—
Is T T
(LA) Vg=75V
102 )
10 -/
/
/|
/
]
v
107
v 4
10*
103
0 100 200 T (°c) 300
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Ces informations sont données A titre Indicatit ot snons garantie d’orreur ou d’'oubli. Leur publication nimplique pas que Ia matidre exposée soit libre de tout droit de brevet et ne
confére aucunn licenco de tout droit de propriété industrietle, R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC n’assumant en outre aucune responsabilité quant aux conséquences de leur
utilisation. Ces caractéristiques pourront éventuellement 8tre modifides sans préavis, et leur publication ne constitue pas une garantie quant 3 la disponibilité du produit. Ces
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diode au germanium @

a pointe d’or
OA 47

Diode au germanium, en boitier JEDEC DO-7, destinée aux circuits de commutation et aux usages généraux.

caractéristiques principales brochage Dimensions en mm
x x
VR - max 25V g E non étamé
o9
VRRM ......................... max 25V :; g 2max-s+b 2max
I (T =25°C) ... max 150 mA — K
FRM *"amb == D=y
VEAQg=150mA)................ max 1,1 V —L St e
254min i b7 ] A
Q (delg=10mAa Vg =10V). ... max 600 pC 4min u” #7%6 max—4—{r254min
3minaj

Boitier JEDEC DO-7.

. . L d leur indi ition de 1 .
valeurs a ne pas depasser anneau de couleur indique la position de la cathode

(limites absolues)

VR oo max 25 V Ip o max 110 mA
VRRM ......................... max 25V IFAV (T =20 ms) .............. max 110 mA
VRSM (t <1 S) ................... max 30 V IFRM ........................ max 150 mA

Ipg t<1s).................. max 200 mA

0

Tt « v v vt ~652+75°C
£ max 75 °C
Rth]-amb .................................................................... 0,55 OC/ITIW
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caracteristiques

Vg (Ig = 0,1 mA)
Vg (Ig = 1,0 mA)
Vg (I = 10 mA).
Vg (I = 30 mA).
Vg (I = 150 mA)

IROVR=LSV) oo
IROVR=10V) oo
IROVR=20V) oo
IROVR=25V) o

CaOVR=1Vsf=1MHz). ... .. ... .. ... ... .. .. .. ... .. ....

montages de mesure

Mesure du temps inverse de recouvrement

t (de Ig =10 mA a Vp =1 V; Ry =100 £ ; mesuré a [RR= 1 mA)

Diode
en essa/

Rg =500 Oscillqscope
g
V{ | I échantillonnage
V=g + Ir. Rg Ri =500

Impulsion de mesure : t, = 0,6 ns; tp =100ns;6=5%

Oscilloscope : capacité d’entrée + capacité parasite < 1 pF

86
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T, =25°C

0,20
0,31
0,45
0,65
1,10

3,5
15
50

100

3,5

max

0,14 \%
0,28 \%

043 \%

0,62 \%

1,10 \%
20 MA
40 uA
90 MA
160 MA
3,5 pF
max 70 ns

Impulsion de sortie



GRES» o ¢ reee w4

Mesure de la charge emmagasinée

Qs(de 1F=10mAéVR=10V;RL=1kQ) ......................................... max 600 pC
Diode
en essal DI
OB o JOPA
W A | 1Y VC ~
Rc =500 Q % w \
S D2 3 ] Q
, T :D o _L ‘}C %S Oscilloscope Ve VCM='C—S Impulsion
ﬂ—l ko, N T " 28 R > 10MQ | de.
V=Vp +Ie . Rg F (&) \ sortie
| Ly '
¥

D1 = D2 = BAW 62

Impulsion de mesure : t= 2 ns; tp =04ns,6=2%
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diode a pointe
au germanium

>

0A 90

Diode au germanium destinée aux circuits de détection, en particulier aux circuits de détection vidéo.

caractéristiques principales brochage Dimensions en mm
x 8
g E non étamé
5 o
VR (T = 20 mS) ................. max 20 V g g 2max . 2max
= A A
Ipay (T=20ms)............... max 8 mA EF.A — I K
LEQM v oo max 200 mA 1 »L =t _—}r[
25,4min —H—o—?, 6 max—e—{i-25,4min

] ——j
13 min

Boitier JEDEC DO-7.

L’anneau de couleur indique la position de la cathode.

valeurs a ne pas dépasser
(limites absolues)

VR (T=20ms) ................. max 20 V IFAV(T~20 MS) e e v et e e e max 8 mA
VRRM ......................... max 30 V IFRM ........................ max 45 mA
VRSM ......................... max 40 V IFSM (t <1 S) .................. max 200 mA
TStg ..................................................................... —-554+90°C
5 0
b - v —55a+75°

89



caracteristigues

VeEdp=01mA) ...... ... .. ...
VF (IF =10 lnA) ...................
VEAp =30mA). ............ ... ...

schéema d’utilisation

Condition d’utilisation en détection vidéo

90

min

Tymp = 25 °C
typ. max
0.18 0.25
1.0 1.5
20 3.2
24 10
20 135
90 450
300 1100
Vig -
Rp oo
Cpoe
foo
n...... . tvp
Rd ....... typ.

GRES» o o0 Faee 4

Tymp = 00 °C
min typ. max
0.12 0.20 vV
04 0.93 14 \Y
1.0 1.95 3.1 V
11 40 UA
45 270 UA
140 650 MA
400 1500 HA
§ 1.4 0.5 5 \%
3 3 3 39| k2
10 10 10 10 pF
40 40 40 30 MHz
63 54 34 > 00 Y%
24 28 371> 29| kQ
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courbes caracteristiques
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diode a pointe

au germanium

0A 95

Diode a pointe au germanium, en boitier JEDEC DO-7, destiné a des usages généraux.

caracteristiques principales

VR (T=20ms) ................. max 90 V
Ig (T=0ms) ............. ... max 50 mA
lpgy <L) max 500 mA

valeurs a ne pas dépasser
[limites absolues)

VR(T=20ms) ..... ........ .. max 90V
VRRM e e e e e e e e e e e e e e e max 115V
Tstg ......................................
Tamb .....................................
Rthj"all]b ...................................

brochage Dimensions en mm

x 3

g s non_étamé

©on 'i

§ § me(»rx—I - —T+~+2max

- _ A ,,7,,‘___>_'_
i F',L— -t
\ ,3. H: \
»-25 zmm-ﬁ»475 max—+ — Tr254mm -

p U
fe——13min - -

Boitier JEDEC DO-7.

max 50 mA
max 150 mA

max S00 mA
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caracteristiques (T, —

VEAp=01mA) .. ................
VEUp=10mA). ..................
VEUp=30mA). ..................
IROVR=15V) oo,
IROVR=10V) ...,
IROVR=T5V) oo
IROVR=100V). .. ...,

courbes caractéristiques

GRESP 0~ 95,Page 2/4

— — [
Tomb = 25 °c Taymp = 60 °C
typ. min typ. max
0,18 0,05 0,1 0,2 \%
1,05 0,55 0,95 14 \Y
1,85 09 1,75 2,5 \%
1,2 55 12 26 HA
2,5 8 17 40 MA
35 20 100 250 MA
80 30 200 430 MA

Ie(mA)

re

(L2885,

,
ol NG H Y

I (uA)

A
T
H
e

94

++ —
1,17 l’-flr T
~ATamb = 60° 11
e Ll
ol Al
kAT TTOA
Pl
p 1
. —H
‘IVL
,I[ %1 "‘
4 : rfl
i
e L1
At S
! T oe I
’{1 1 i }A” !
4 \o"t + ‘v ILER!
A Hikiie
1 |
i t l‘]] (BRI ‘
“; 1 } i
1 1 E
1 I
T T !
} } }
S I
Ly i
50 (V) 1000 50 Vp(v) 100
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diodes ultra-rapides
au silicium

>

1 N 4148/50/51
1N 4446/48/49

Diodes au silicium planar, en boitier JEDEC DO-35, destinées aux circuits de logique rapide et aux usages généraux.

caracteristiques principales

1 N 4148
1 N 4446
VR ...................... I N 4448 max 75V
1 N 4449
v fl N 4150 N
Rovr e UN4|5] max 50V
g 1 N 4148 max 75 mA
e max 200 mA
e I N 4150max 300 mA
Ptot (Tamb =25°C) ................. max 500 mW

valeurs a ne pas dépasser
(limites absolues)

1 N 4148
VR ...................... I N 4446 max 75V

1 N 4448

1 N 4449
VR ...................... I N 4150 max S0V

1N 4151
»I,-t()‘ (I \l[]]h == :S C(‘) ................................
vI_S“c! .............................................
I~‘ ..............................................
Rtthumb .........................................

.................................. .. _65a+200°C

....................................... 0,35 °C/mW

hrochage Dimensions en mm
“ t
Ve-51 min —,
-Q56mox 4’:17 _?UF
" i
K " ' A :
i —

| l—lL
- 28min 45max>l'¢~28mm — 1,85max

Boitier JEDEC DO-35.

............................... max 200 mA

1N 4148 max 75 mA

1 N 4150 max 300 mA

max_ 500 mW

max + 200 °C
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caractéristiques [Tj = 25 °C)

V(BR)R (IR = ].OO ,lLA) ....................
V(BR)R (IR =5 p.A) ......................

VF(lF =SMA). .

VF (lF =10 mA) ..........................

V(g =20 MA) .
VEUp=30mA) ...
VEUp=50mA) ...
VF (IF =100mA) ........ ... .. ...
IR(VR:ZOV) ..........................
IR(VR =20V Tj =150°C) .............
IRVR=30V) ..o
[R (VR =50V Ti =150°C) ............
- (IF =10 mA ;VR =—0V :RL =100 §2) ..

Cd(VR =0V .f:l M“/) ..................

min
min
min

max

max

IN4148
100

75

1N4148-50-51-11.4446-48-43,Page 2/2

IN4150

0.74

0.86
002

100
100

(9]
‘N

Reproduction autorisée sous réserve d’indication compléte de |‘origine :

R.T.C. -

IN4I51{IN4446

100
75

to
‘N

IN4448
100
75
0.62

0.72

IN4449
100
75
0.63
0.73

La Radiotechnique-Compelec.

nA
uA
n\
uA

ns

R.T.C. LARADIOTECHNIQUE-COMPELEC
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diodes stahilisatrices de tension
diodes de reférence
diodes écréteuses
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diode stabilisatrice QGRA=P

de tension
BA 220

INTRODUCTION

Diode au silicium planar épitaxial, en boitier DO-35, destinée aux usages généraux et aussi a la régulation de ten-
sions,

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension inverse répétitive maximale ..........ccccccvveiiiiiiiinnnnn. VRRM max 10 \
Courant direct répétitif maximal .........cccoeiiiiiiiiiiiiiiecce. IFRM max 400 mA
Températures de stockage .......cccceeeiieiiiiiiiriciiee e, Tstg -65a+200 °C
Température de JONCHON ...oiiiiiiiiiiieiiieiteeeeeece e Tj max 200 °C
Résistance thermique jonction-air ambiant .......cccccceeceene. th(i-omb) = 0,50 °C/mW
Tension directe alp = 0,1 mA .. Ve 460 4520 mV

lg = LOMA e, VE 560 a 620 mVY

lE= 100 mA s Ve 680a750 mVv

lE =100 mA L VE 8254950 mV
Capacité de ladiode a Vp =0 ; f=1MHz ..o Cq < 2,5 pF

Temps de recouvrement inverse

(|F= 10 mA ; |R=60mA; RL = 100 Q)
mesuré a 'RR ST mMA e t < 4 ns

DONNEES MECANIQUES

Boitier DO-35 Dimensions en mm
056*
gt ||l' =
) L | l
25,4 ‘uazsjl 254 | ,mesl
min | TG;( | min max
~————-— B e 1 7266719
I r—4 bt |
rouge rouge noir beige
(cathode)

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction-air ambiant, en @ir calme ..ccooeeeiiiiiiiiiiiiiie e, Rth(i-amb) = 0,50 °C/mW
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues
selon publication CEl 134)

Tension

Tension inverse répétitive maximale .........ccccoevviiiiiiiiiiiiiiiieeeee, VRRM

Courants directs

Courant moyen redressé (mesuré sur une période de 20 ms) ......cc.cceee. 'F(AV)
Courant CONTINU  ooeeiiiiieieeere et eeet s eeeeereae e e et et seet e e e snaaesaees IF
Courant répétitif maximal ......ccccoooiviiiiiniiiiiniiii lERM
Courant non répétitif maximal .........oocoiiiiiiiiiii

t=1 IS etteereeseaenaaeaeasaaeeaaeeateeteaeeaannccnnnanteatattetttttettataratanttttestteioraranasaoes IFSM

L T T -SSP PP ST PR PR PP PPN IFSM
Températures
Température de stockage .....ccooeiiiiiiiiiiiiiie e Tsfg
Température de JoNCHON ...cciiiiiiiiiiiiiiiit e Tj

CARACTERISTIQUES (T; =25°0)

Tension directe

IE = 0,1 MA e ettt e \

F= O F
‘F = ],0 1117 - NPT PP TP P PPN VF
lF = 5,0 11 N PP TPRPRPPIRt VF
IF = 10 117 NP TSR P PPN VF
IF = 100 (111 NPT PPPUPPPORN VF

Temps de recouvrement inverse

(le =10mA ; Ip =60 mA; R =100 @)
F R L

mesuré a IRR L I 117 N U NOU OSSN t,

Circuit de mesure et forme de la tension d'entrée et du courant de sortie.

—.If, [t ] .

10% T
+1e t
o .
0% /1-? .

V=Va‘ll; xRs Ve R
Signal d'entrée Signal de sorti
Signal d'entrée :
temps de croissance de |'impulsion inverse ... t,
durée de I'impulsion inverse ...........ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiie e t
rapport cyclique .ooociiiiiiiiiii 5
Oscilloscope :
temps de croissance du courant ..........cccccceeiiiiiiiiiiiiiii t,

max

max

max

max

max
max

max

Capacité du circuit Cg 1 pF (C = capacité d'entrée de |'oscilloscope + capacité parasite).

(1) En fonctionnement sinusoidal, lF(AV) = 130 mA.

10 \
200 mA (1)
200 mA
400 mA
4 000 mA
1000 mA
- 65a+ 200 °C
200 °C
460 a 520 mV
560 a 620 mVY
640 a 700 mV
680 a 750 mV
825 a 950 mV
1 500 nA
2,5 pF
4 ns
0,6 ns
100 ns
0,05
0,35 ns
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COURBES CARACTERISTIQUES

103 7261050.1
Tj=25°C
| T 1T
F 1
(mA) min| typ [max
[ 4
102 A%
T/ 17
U
10 Y
7
Wi
1 1A
y &
I
T
J
107! L
250 750 v (mv) 1250

103
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Ces informations sont données A titre Indicatil nt sans garnntia ('arreur ou d'oubll. Leur publication n'implique pas que 1a matidre exposée soit libre de tout droit de brevet et ne
conféra aucuna liconco de tout droit de propri¢té industrielte, R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC n‘assumant en outre aucune responsabilité quant aux conséquences dé leur
utilisation. Ces caractéristiques pourront éventuellement #tre modifides sans préavis, et leur publication no constitue pas une garantie quant 3 la disponibilitd du produit. Ces
Informations no pouvent e reprodultes par quelque procédé que ce solt, en tout ou partle, sans I'accord écrit de R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC.

R.T.C. LARADIOTECHNIQUE-COMPELEC

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS
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CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS
130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TELEPHONE : (1) 355.44.99

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES : CAEN - DREUX - EVREUX - JOUE-LES-TOURS - SURESNES - TOURS
S.A. AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F - R.C. PARIS B 672 042 470




diode stahilisatrice

tde tension
BA 314

Diodes au silicium planar stabilisatrices de tension en Caractéristiques

boitier DO-35, destinées aux étages de sorties d'ampli-

ficateurs classe B, aux circuits de stabilisation, etc... (T 25 C)
— T VEalp=01mA. . .. ............ 610 a 690 mV
Caractéristiques principales = TmA........ 680 & 760 mV
IFRM ........................ max 250 mA .
) le= B5mA.... ... ... .. ... 730 a 810 mV

T max + 200 °C .
J lge= 10mA. ... ........... 750 a 830 mV

Cqy (VR =0 ;f=1MHz) ........... max 140 pF
d (VR = ’ xre E=100mA. .. ............. 870 4 960 mV
IR@VR=4V) ....... ... ... max 5 uA
Brochage Cq@VR=0;f=1MHz) .......... .. max 140 pF
(Dimensions en mm) SE@IE=TmA) .............. typ. — 1,8 mV/°C
51 min

102 e
i | H ;=25 °C ey
oset X ::{I]:]r‘;‘:):al I
~, e > ()
25A 4, 25,4 11,85 |
| | | min max mln max
Tt L-1 _____ } 10 1
orange  marron  jaune beige f
1
|
Boitier JEDEC DO-35
Valeurs a ne pas dépasser 1
(Limites absolues)
VERM - - - - oo e e max 250 mA
Totg - e — 65 a + 200 °C
T max + 200 °C 107!
025 05 075 1 1,25
Rthjoa oo 0,38 °C/mw VE (V)
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R.T.C. LARADIOTECHNIQUE-COMPELEC

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS
MATERIAUX, COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS / ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC
CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TELEPHONE : (1) 355.44.99

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES : CAEN - DREUX - EVREUX - JOUE-LES-TOURS - SURESNES - TOURS
S.A. AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F - R.C. PARIS B 673 042 470

Réf. 3386 - 06-73




diode stahilisatrice
de tension

>

BA 315

INTRODUCTION

Diode au silicium planar épitaxial, en boitier DO-35, destinée a la stabilisation des basses tensions.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension inverse répétitive maximale .............ccoovvvvvveveeeenee... VRRM max 5 \
Courant direct répétitif maximal ...........oooooiiiiiiiiiiiiie 'ERM max 225 mA
Température de stockage ..........ccccoovvviiviiiiiiiiiiiiiieeeeenn. Tng ~65a+200 °C
Température de joNCtion .......ccccooiiniieiiiiiniiniinic e Tj max 200 °C
Résistance thermique jonction-air ambiant ............................ Rth(i-umb) — 0,60 ©°C/mW
Tension directe a IF = 0,TmA el VF | 480 a 540 mV

Il = LOmA VE 590 a 660 mV

Ip = 10 mA Ve 710 a 790 mV

lp = 100 mA L Ve 875 a 1050 mV
Capacité de ladiode a Vp =0; f=1MHz ... Cyq < 3,0 pF

DONNEES MECANIQUES

Boitier DO-35 Dimensions en mm

a
oss
max+ %:
[. 25,4 I_Lasz,, 254 | |185]

min | max | min max

' __.____T__J L_l‘-] _____ ] 7266719
orange marron vert beige
(cathode)
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-air ambiant, en air calme . ...cccooiiiiiiiiiiii - R'rh(j-omb) = 0,60 °C/mW
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Tension

Tension inverse répétitive maximale ...

Courants directs

Courant moyen redressé (mesuré sur une période de 20 ms) .........ccce.ee.
CoUrant CONTINU  iiiiiiiriiiieeeeieieee e eeentee e s et e e e st e e st e et ee s e s ean e
Courant répétitif maximal ..o

Courant non répétitif maximal

T T PRI PR

Températures

Température de stock@ge .......cciiiiiiiiiiiinieiini e

Température de JONCHON ..o

CARACTERISTIQUES (T;=25°C)

Tension directe

IF = 0, T MA et s
g = 1,0 MA oo
IF = 5,0 MA oo eee ettt et e
IE = 100 MA s
T = 100 MA o

(1) En fonctionnement sinusoidal, IF(AV) =75 mA

108
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEIl 134)

max

max

max

max

max

max

5 \
100 mA (1)
100 mA
225 mA
2000 mA
500 mA

~65a+200 °C

max

typ

typ

typ

200 °C

480 a 540 mV
590 a 660 mV
670 a 740 mV
710a 790 mV
875 a 1050 mV

1500 nA
-2,1 mV/°C

50 Q

6 Q

7 Q

3,0 pF
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COURBES CARACTERISTIQUES

102 — 7252742
T 1T 1T 1 I Il r 4
- Tj=25 oC
IF [/
4
(mA) /
min max
10
I
1
1
I
[
1 /
14
]
I
|
i
10-1 ] |
0,25 0,5 0,75 1 1,25
VE (V)
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Ces informations sont données A titre Indicntif nt sans parantie d’orreur ou d'oubll. Lour publication n'implique pas que 1a matidre exposée soit libre de tout droit de brevet et ne
conféra aucuna licence de tout droit de propriété industrielle, R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC n'assumant en outre aucune responsabilité quant aux conséquences de leur
utillsation. Ces caractéristiques pourront éventuellement &tre modifides sans préavis, et leur publication ne constitue pas une garantie quant A la disponibilité du produit. Ces
Informations no peuvent dtre reprodultes par quelque procédé que ce solt, en tout ou partie, sans I'accord écrit de R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC.
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diodes de référence @

de tension
BZV 10
a BZv 14

Diodes de référence de tension en boitier JEDEC DO.35.
Ces diodes présentent un coefficient de température trés faible. Elles
sont utilisées comme source de référence en instrumentation ( tels que
les voltmétres digitaux).

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
VREF (IZ = 2 MA) vttt i ettt e ettt e 6,5 £+ 5 Z \'
AVREF(Iz = 2 mA; Tamb_ 0 70°C)
cf note 1 et courbe 3) ....ccc... BZV 10 46 mV
BZV 11 23 mV
BzZV 12 9 mV
BzZV 13 4,6 mV
BzZV 14 2,3 mV
amb 1 Tamb g ettt 0 a7o0 C

BROCHAGE

(Dimensions en mm)

Boltier JEDEC DO.35-F.80
La cathode est indiquée
par une bande colorée.

minsa
L i
U U
N M

111
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VALEURS A NE PAS DEPASSER

(Limites absolues)

Courants

Y st e e et e e e et et et et e e . max 50 mA

I N T | =D 50 mA

< °C) v C e e e e e e e 00 e o oo
P (Tam < 50°C) max 400 mW

........ e e s e s e e s e e e e et ettt e et - 65 3 +200 °cC
stg
amb . C e e e et e e e e e e e e e e e s c e e e e e 0 a 70 °C

RESISTANCE THERMIQUE

Ry jog "7 rr et e 0,375 °C/mW

CARACTERISTIQUES

a Tomb = 25°C ( sauf indication contraire) nro typl nax

Vegp (I, = 2 mA) ..o, e 6,175| 6,5 | 6,825 \

rZ (IZ = 2 mA) et s e et e e e e e et P 30 50

SZ (IZ = 2 mA) ( cf Notes 1,2 et courbe 3)
BZV 10 + 0,01 %/°cC
BZV 11 + 0,005 7%/°C
BZV 12 + 0,002 %/°cC
BZV 13 + 0,001 Z/°cC
BZV 14 + 0,0005 %/°C

AVREF(IZ = 2 mA) (cf. Notes 1,2 et courbe 3)

Tamb= 0°C; 25°C; 70°C)

BZV 10 46 mV
BzZV 11 23 mV
BZV 12 9 mV
BZV 13 4,6 mV
BZV 14 2,3 mV

NOTES

1. Tolérance et stabilité de 1

Les valeurs de V_ sont fonction de la stabilité du courant
I_. Deux facteurs peuvent faire varier V_, : la résistance
différenti€elle r, et le coefficient de températurée SZ'
1.1 Comme la résistance r, maximale du circuit peut &tre
de 50 Q ,une variation de 0,01 mA de l'intensité qui
traverse la diode de référence provoquera

AVppp= 0,01 mA x 502 = 0,5 mV
Ce taux de AVREF est insignifiant sur BZV 10 ol
112 AV = 46 mV, mais devient sensible sur BZV 14 od

REF

/
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Notes
1.1 (suite)
AVREF = 2,3 mV.

Ainsi la STABILITE de I_ est d'une importance coneidérable
particuliérement pour B%V 12, BZV 13, BZV 14.

1.2 Le coefficient de température de la tension de référence

S, est fonction de I,. Les diodes de référence sont classées
par rapport 3 leur courant de test et le coefficient S, de

la diode de référence sera différent 3 des taux différents

de I,. La valeur absolue de I, est trés importante, cepen-
dant"la stabilité de I, est p%us significative encore. Ceci
s'applique particuliéreément 3 BZV 13 et BZV 14, L'effet de
stabilité de IZ sur SZ est montré sur les courbes ci-dessous.

2 . . .
£:_Excursion de_tension (AV .. et le coefficient de température)

Toutes les diodes de référence sont caractérisées par la
méthode de la boite ". Ceci garantit une excursion de tension
maximale (AVR F) dane la plage de température spécifique et au courant
de test spéc1§1que I,, vérifié par des tests aux limites extrémes
de température de fonctionnement préconisées.

Le coefficient de température S, de la tension de référence V est
' 2 . . Z REF
obtenu de 1'équation suivante :

v -V x 100
s - REF1_"REF2 7/°C

(Tamb2 - Tambl) X VREF(nom)
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e LI
@11+ AN ] . S S S .

251414+ +1-1++-1 1T 11 1 1 SN 4--4 3 +4 44 3 4 4 4-4-4—

1,5 2 2,5 I (mA) 3

+0,3

Variation typique du coefficient de
température en fonction du courant

+0,2| de fonctionnement. %
T T 1

r+0,004

- +0,003

1}I}]

1 +0,002

Fo,l 1 LA
J1314113 +0,001

A1 L1 1 1 -o.001

0,1 A InE

AN

SRRNEERRRRN - ~0,002

- —0,003

|
Variation du coefficient de

Variation du coefficient de
température (%/°C)

température (mV/°C)
IR
|
r
I
N\,

T I E T 000

R.T.C. LARADIOTECHNIQUE-COMPELEC

SEMICONODUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS
MATERIAUX, COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS / ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC
CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS
130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TELEPHONE : (1) 355.44.99

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES : CAEN - DREUX - EVREUX - JOUE-LES-TOURS - SURESNES - TOURS
S.A. AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F - R.C. PARIS B 672 042 470
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dicdes écréteuses
de transitoires

>

serie BZW 70

Diodes au silicium utilisées principalement pour la

protection des équipements électriques et électroniques

contre les transitoires.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

I I 5,6 3 62 \Y

V(BR)R. ........................................ 6,4 a 70 \Y
T. = 25°C avant surcharge

PRSM J . max 3 kW
t = 100 us (impulsion exponentielle)

BROCHAGE

Dimensions en mm

non &tamé

£, max I_———l 4 max
g a
et o ==
24™n 12.5Max 24™n

BoTtier SOD 18

=
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VALEURS A NE PAS DEPASSER

(Limites absolues)

Tension

L2 (0 1 T équivalente au suffixe
placé pour indiquer le
type de la diode

Courants (Tj = 25°C avant surcharge)

tp = 10 us (impulsion carrée)
IRSM BZW 70 = 6 V 8 it ieeeoennonas e e e max 420 A
BZW 70 =11 ... e et e s e e e max 250 A
BZW 70 =18 . .ieee.n et e seseeee.. max 140 A
BZW 70 -39 ... c0een c et e e et e e e max 70 A
BZW 70 -62 e et e e e e e e e e max 50 A
tp = | ms (impulsion exponentielle)
IRSM BZW 70 = 6 V 8 ittt teeeersesocnonnanse max 45 A
BZW 70 -11 e et s et e e e e e e e max 30 A
BzwWw 70 -18 D, max 16 A
BZW 70 -39 c et e et e e e e s e e e e max 10 A
BZW 70 -62 T | -9 4 6 A
Puissance dissipée
PRSM S T T max 3 kW
Tj = 25°C avant surcharge
& tp =100 us ( impulsion exponentielle)
Températures
T C e e s e e et e et e e ettt ettt a0 - 65 a + 150 °cC
stg
Tj et e e et e e et ece e s s e et eeeaseeaaeeseeess Mmax 150 °C

(1) la tension V_ est la tension inverse maximale recommandée
pour un fonc%ionnement en continuj

A cette tension on assure la non-conduction de la divde
écréteuse.
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CARACTERISTIQUES

Tensions

Ve (2) (I =1 A; ;0= 25°C) ..., cee . max 1,5 V

V(CL)R (v) (3) V(BR)R (V) (4)
Tj = 25°C avant surcharge T. = 25°C
tp =500 us (impulsion exponentielle) ]
typ max min

EZW 70 - 5 V 6 9 10 ) 6,4 )
6 V 2 10 11,2 7,0
6 V 8 11 12,5 7,7
7 V 5 12 14 8,5
8 V 2 13,5 15,5 IR= 204 9,4 IR = 50 mA
9 V 1 15 17,5 10,4
10 17 19 11,4
11 19 21 12,4
12 21 23 13,8 /
13 23 26 15,3 )
15 22 26 3 16,8
16 25 29 18,8
18 28 33 20,8
20 32 38 IR= 10A 22,8 IR = 20 mA
22 36 43 25,1
24 41 48 28
27 47 54 31
30 44 52 34 )
33 49 58 37 A
36 56 65 40
39 63 72 IR= 5A 44
43 71 82 48
47 80 93 52 IR = 10 mA
51 89 104 58
56 98 116 64
62 104 116 J 70 /

(2) Mesure

(3) v -
(CL)R _
(4) VI BR)R =

impulsionnelle
tension d'écrétage
tension d'ayvalanche

n7



BZW 70

page 4/6
Courant_inverse de créte_
IRM
BZW 70 - 5 V 6 a8 BZW 70 - 6 V. 8 ..... e e e e max 500 uA
BZW 70 - 7 V 5 & BZW 70 - 62 c e e e e max 100 HA
Coefficient de température_
de la tension d'écrétage ettt et S typ + 0,1 7/°C
RESISTANCE THERMIQUE
Rip jog "trtrrrees e . . 60 C/W
METHODES DE MONTAGE
l. Montage sur cosses a souder a
une longueur de connexion :g = 10 mm
- ° - Q-
Rih j-a 60°C/W ’
2. Montage sur cosses d souder a FTT Abfj— //TTA
une longueur maximale a de connexion:
= 70°C
Rthj-a /W
3. Montage sur plaquette de circuit
imprimé 3 une longueur maximale
a de connexion
a
_ o
Rinja " 93O/ "
4. Montage sur plaquette de circuit £ 2

imprimé a une longueur a 10 mm

95°C/W

Rthj-a

NOTES DE SOUDURE ET DE MONTAGE

1.

Les points de soudure doivent &tre effectués a une distance d'au
meins 5 mm de l'extrémité du corps de la diode.

2. La température maximale admissible du fer ou du bain est de 300°C

3.

et le temps de soudure ne doit excéder 3 secondes.

Eviter toute zone de chaleur durant le montage, le corps de la
diode ne devant &tre en contact ou exposé a une température

supérieure a + 150°C.
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COURBES CARACTERISTIQUES GERESP 57 70.Psge 5/5

T ]Tll”
&‘\\ N ': N T{=25°C e {mpulsion carrée
N NN 4 65 °C === {mpulsion exponentielld
SRR s oc
NN SN
\NN N N <
103 N WA
N 7 N
S
“
T] 25 Cc7 Da \. \‘
65 °C q N
125 °C N
avant impulsion \
102
N
-
N
N
10 ]
10_2 10‘1 1 10 temps (ams) 102

La durée t_d'une impulsion exponentielle est le temps mis par
l'impulsioﬁ pour décroitre de son amplltude maximale 3 37 7 de
cette valeur. On suppose que l'énergie de cette impulsion disparait
aprés 2 fois ce temps.

4
10 ———impulsion carrée 104 102 FTFFF T+ F 117
==dmpulsion -ox?onenthllo - 1 Valeur max de I_ a [}
PRRM L pppy 2 Ig la tension v, * [
W) Tamb=125°C 1 " BNQEFP R Tarmp =65 °CH  (ma)
3 b N
SUIY
103 ALY 103 ] N C se=m=mx 10 7
R\
x “ NN b‘ob/'f
N S+ N [ Yo NJ ,\Q}:)q o Y
tp= <
102 |} mes 102 NN P TS 1 <¢;b"x Nl
S 3t = 10ps 3 s Q,'\
X A
N (\}4\
N 3 N )
' NN TR NN 100683 A
1o [ == 10 4 N 10-1 yd
X S 100 s 3 3 ==
i ] ‘ll)ms i
10me{ NI TR LTI
ms npe carrée
1 i l l I N i#ﬂ 1 le== = impulsion olp:ncnthlle 10—2
z
0 100 20 30 400 0 100 200 300" 400 0 50 100 150

T; (°0)
Fréquence de répétition

119



BZwW 70

age 6/6
VcL)r (V) VLR V) pag /
125 100 75 50 25 1 25 20 15 10 5
10 15 |13 |12 10|~ ~wfla® !
|~ o o Mo | -] d 2 -
w e M o ml\ng — g g R %%
)
g N O (23 - -
Valeurs max de o ™ - — 0
1 1 1 = 2
VicLir g 2 2 : °
poue 3, = a5vc BB RIS s ¢
avant impulsionffff® ™ o THI N =
;o N
tp=10ms T/ a
s 4 =10
tp= lOuno// 1 / tp- ms 10
y tp=leS ‘ln"// l/
/I 4 4
=1x:s / tp=10ms P .._.lmsl
| /
/ T {=1ms =100ps
I / I 4 7
] } i 7
F =1 m: 10 102
- 100ps / // , s/ / =100ps
=100ps l 1
| Al N ! ,
/ (A) = 10ps RSM
100! (A)
/ 4 i s 10p
aleurs max de V .., 8
= 10ps » + our T, = 25°C
i { } L 1.0 .b 5,10}‘“} 102 vast impulsion 103
Impulsions carrees
V(cL)r (V) VicLr V)
5 75 50 25 25 20 15 10 5
%';‘-2 8%83821 15 |13 |12 0] [~[of 8o ] 1!
5 &l =(RY 37
N 5| S
b-btp=mm° tP= 0ms Valeurs max de - >
98 2 v n b
© L] - cur
o ' | I | pour T, = 25°C g g
S g S avant gn uleil E ?
v = B I 3 E P sion 2 N
- ims 1/ S TRt =10ms 4
J |
T yAT RN
£ 10 4 10
/ 7' = ms 1 tp=10ms
. tp= 0 ms
/ =1I'ms
-=100us I
=1ms| 4 I
7 =100ps i -lm’
- 10
y 4 =100ps 1 i
< 10ps f 2 / f 2
10p 10 7 10
< 10ps | =100ps / /
=100us 1
Valeurs x de V 'l ll(l:;d I({i;w
nex de Veeum < 10us
pour ,j - 25°C -
= 10ps
avant impulsion
T T 11 516 s .
I[[llflltg 103 J'l‘l 103

Réf. 3809-10-74
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diodes écréteuses GGRI=P

de transitoires
serie BZW 91

Diodes au silicium utilisées principalement pour la protection
des équipements électriques et électroniques contre les transi-
toires.

Les séries sont les suivantes
- Polarité normale ( cathode reliée au boltier)
BZW 91 - 5V6 a 62

- Polarité inverse ( anode reliée au bolItier)
BZW 91 - 5V6R 3 62R

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

VR e e e e e ettt it et e 5,6 a 62 V

V(BR)R ....... C e . e . . e 6,4 a 70 V
T. = 25 °C avant surcharge

PRSM J max 27 kW
tp = 100 us (impulsion exponentielle)

BROCHAGE

Dimensions en mm Boltier :type DO-5

Diamétre du trou dans
le radiateur :max 6,5mm

T Poids net : 16,5 g

1/6"x 20 UNF

\
I

Accessoires disponibles:
56 264 A

14 "x 28UNF

Couple de serrage :
min 1,7 Nm (17 kg.cm)

max 3,5 Nm (35 kg.cm)

-" 1’&;’2 *+———26,5 max ———
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VALEURS A NE PAS DEPASSER

(Limites rbsolues)

Tension_

VR T équivalente au suffixe placé
pour indiquer le type de 1la
diode

Courants (Tj = 25°C avant surcharge)

tp = 10 Ps ( impulsion carrée)
IRSM BZW 91 = 6 V 8 (R) vttt itttttitneenens max 2800 A
BZW 91 -11 (2 J max 1700 A
BZW 91 -18 (G230 1 max 1000 A
BZW 91 -39 (R) ti ittt it i i i i max 480 A
BZW 91 -62 (003 T max 350 A
tp = 1 ms ( impulsion exponentielle)
IRSM BZW 91 = 6 V 8 (R) .. iiininneennnn max 660 A
BZW 91 -11 (R) ettt iiiiii e max 430 A
BZW 91 -18 (35 S max 240 A
BZW 91 -39 (02 T max 120 A
BZW 91 -62 (R) i it et it et e et ee max 85 A
Puissance dissipée
PRRM ....................................... max 25 kW
T = 65°C ; £ = 50 Hz
- mb
a
tp = IOPs ( impulsion carrée)
PRSM ..... e e e et i e e e e e max 27 kW
Tj = 25°C avant surcharge
a
tp =]OOPS ( impulsion exponentielle)

5 - 55 a + 175°C

T ettt e e e et max 175 °C

(1)La tension V_ est la tension inverse maximale recommandée pour

un fonctionnement en continu;
A cette tension on assure la non-conduction de la diode écréteuse,
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tensions

Vg (Ip = 10 A 5 T, = 25°C) | . .. ............ max 1,5 V
V(CL)R (v) (3) V(BR)R (v)y (4)
Tj = 25°C avant surcharge Tj = 25°C
tP =500 us (impulsion exponentielle)
typ max min
BZW 91 - 5 V 6 (R) 8,5 9,5 6,4 )
6 V 2 (R) 9,5 10,5 7,0 |1, = 5 A
6 V 8 (R) 10 11,5 7,7
7 V5 (R) 11 12,5 8,5 |
8 V 2 (R) 12 13,5/ 1,=150 A 9,4
9 VvV 1 (R) 13 15 10,4
10 (R) 14,5 17 11,4 IR = 2 A
11 (R) 16 19 12,4
12 (R) 17,5 22 13,8
13 (R) 19 26 | 15,3
15 (R) 22 28 16,8 /
16 (R) 24 31 18,8 )
18 (R) 26 34 20,8
20 (R) 28 37 IR=]OO Al 22,8
22 (R) 31 40 25,1 IR = 1 A
24 (R) 34 44 28
27 (R) 38 48 J 31
30 (R) 40 52 ) 34
33 (R) 44 56 37 )
36 (R) 49 61 40
39 (R) 54 66 44
43 (R) 60 72 IR= 50 A| 48
47 (R) 66 79 52 IR = 0,5A
51 (R) 72 87 58
56 (R) 79 97 64
62 (R) 86 97 ) 70 ;

(2) Mesure impulsionnelle
. ' - A
(3) V(CL)R tension d'écreéetage

(4) V(BR)R tension d'avalanche
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Courant inverse de créte

BZW 91 - 5 V 6 a BZW 91 - 6 V 8 .........IRM max 60
BZW 91 - 7 V. 5 a BZW 91 -30 .......-.IRM max 5
BZW 91 -33 a BZW 91 -62 .........IRM max 10
Coefficient de_température
de la tension d'écr@tage ......vevvveeveneen...S typ + 0,17
RESISTANCE THEPMIQUE
Rih foa "ttt ettt ettt 25
Ry §omb ™ * * * * ettt e e e 1,5
LB mbo B ® " " * et Feeetataeaten ettt tanenenaaenns 0,2

NOTES D'UTILISATION

mA
mA
mA

°C/W
°c/wW
°c/w

a) Pour des transitoires non repétitifs, la diode &créteuse peut &tre
utilisée sans radiateur pour des impulsions allant jusqu'ad 10 ms.

b) Pour des transitoires répétitifs, on devra utiliser un radiateur

Reh h-a-

En considérant la courbe des puissances P on a

RRM’?
T. max - T

i amb
R . + R + R =
th j-mb th mb-h th h-a Ps + 6 . PRRM
ol Tj max = 175 °C
T = température ambiante
amb
Ps = dissipation au repos en l'absence d'impulsions
) = t_ /T
o
Reh 5-mb 1,5 °C/W
= Q
Reth mb-h ©,2 “C/w

On peut ainsi déterminer la résistance thermique du radiateur Rih h-a®
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COURBES CARACTERISTIQUES

T~
N , A —
ST L mpulsion carrée
PRoM for~ ¥R 1 ----
(kW) B [~ \ﬁ ~ - impulsion exponentielle
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| 125 °C R _ \N:'\.“ N -ﬂ -\L
|-avant impulsionf|. | | [ | '\P§\:'N ~\l~r _
NN Y N
"""" "‘L"* 1 t- Q\ENE:‘L ~
NONUTNNSN N
\\\NNN Y N
! NN NN |1
11k I ] N
1171 L _ \\Q\ \\\
11] _] - 1 - \'\§ NN
i ,_ - N
1 = i o . NN RN
\\\:h~
11 Ll - \WN:
Fv«
107!
-2 -1 y
10 10 1 10 temps (ms) 2

La durée tp d'une impulsion exponentielle est le temps mis par
1'impulsion pour décroitre de son amplitude maximale a 37 7 de
cette valeur. On suppose que 1l'énergie de cette impulsion disparait

aprés deux fois ce temps.

102 PRRM_(KW) 7 02 PRRM (kW) -
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diodes écréteuses
de transitoires

serie BZW 93

Diodes au siliciu:a utilisées principalement pour la protection des
équipements électriques et électroniques contre les transitoires.

Deux séries existent

- Polarité normale (cathode reliée au boltier)
BZW 93 - 5 V 6 a3 62

- Polarité inverse (anode reliée au boltier)
BZW 93 - 5V 6 R a 62 R

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

=
I

= 25°C avant surcharge

ct
]

100 us (impulsions exponentielle)

BROCHAGE
Dimensions en mm
Boltier : type DO-4
:;CI] casres, ‘ Diamétre du trou de
! radiateur : max 5,2 mm
iﬁ”*w” Poids net : 6,5 g
483 Py
max Couple de serrage
' min 0,8 Nm ( 8 kg cm)
1o L max 1,7 Nm (17 kg cm)
max
10-32UNF o320
19
<———g'3-—>
79
~ory e Accessoire : 56262 A
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VALEURS A NE PAS DEPASSER

(Limites absolues)

placé pour

BZW

page

93

2/6

équivalente au suffixe
indiquer le type

de la diode

Courants (Tj = 25°C avant surcharge)

tp = 10 us ( impulsion carrée )
I BZW 93 - 6 V 8 (R) vi i it tinnenn e e e
RSM  Bzw 93 -11 (R) eeeeeeeaennnn,
BZW 93 -18 (020 J
BZW 93 -39 02
BZW 93 -62 (R) it it ittt i e e e
tp = 1 ms ( impulsion exponentielle)
I BZW 93 - 6 V 8 (R) ittt ittt e tennenns
RSM  Bzw 93 -11 (R) eeeeeeennnnennn,
BZW 93 -18 (R) it ettt ienenonenns
BZW 93 -39 (R) ittt te i eeennnnns
BZW 93 -62 (R) ti it ittt nennnens

P D

RRM
= ° . =
. Tmb 65°C ; f£ 50 Hz
a
tp = 10 us ( impulsion carrée)
PRSM ® & 6 6 0 0 0 & 0 0 0 s 0 0 0P 00 s 0 00 0 e e s P e 2 oo
Tj = 25°C avant surcharge
a
t =100 us (impulsion exponentielle)

Températures

© @ o 6 o e & o o 0 6 0 s 0 0 o 6 o 0 0 0 s 0 0 e 0 e e 0 s 0 e e e s e

Tstg

D I I I e S N I T R A A ) ® % 6 s 0 0 0 0 0 s e 0 e 0 e

T.
J

(1) la tension V
pour un fonctionnement en continu.

A cette tension on assure la non conduction de la diode écréteuse.

128
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max
max
max
max

max

max

max

300 A
180 A
100 A
50 A
33 A
58 A
33 A
20 A
10 A
6,5A
3 kW
3 kW

55 + 175 °cC
175 °C

est la tension inverse maximale recommandée
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tensions

Ve (2) (IF = 10 A ; Tj = 25°C) t.ieninn.n e max 1,5 V
V(CL) R (v) (3) V(BR)R(V) (4)
Tj = 25°C avant surcharge Tj = 25°C
tp =500 us (impulsion exponentielle)
typ max min

BZW 93 - 5 V 6 (R) 9 10 ) 6,4 )
6 V 2 (R) 10 11,2 7,0 | I,=2 A
6 V 8 (R) 11 12,5 7,7 )
7 V5 (R) 12 14 8,5 )
8 V 2 (R) 13,5 15,5 9,4
9 V 1 (R) 15 17,5 IR=20 A 10,4 IR= 1 Al
10 (R) 17 19 11,4
11 (R) 19 21 12,4
12 (R) 21 23 13,8 )
13 (R) 23 26 15,39
15 (R) 22 26 16,8
16 (R) 25 29 ) 18,8
18 (R) 28 33 20,8 IR= 0,5 A
20 (R) 32 38 22,8
22 (R) 36 43 IR=]O A 25,1
24 (R) 41 48 28
27 (R) 47 54 31 J
30 (R) 44 52 W 34 h
33 (R) 49 58 37
36 (R) 56 65 40
39 (R) 63 72 44
43 (R) 71 82 48 I,= 0,2 A
47 (R) 80 93 Ip= 5 A 52
51 (R) 89 104 58
56 (R) 98 116 64
62 (R) 104 116 ) 70 /

(2) Mesure impulsionnelle
(3) V(CL)R = tension d'écrétage
(4) v(BR)R = tension d'avalanche
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Courant inverse de créte

IRM
BZW 93 - 5V 6 a3 BZW 93 - 6 V 8 ..
BZW 93 - 7 V 5 a3 BZW 93 - 62 .....
Coefficient de température_
de la tension d'écretage.....ceeeeeeeeos
RESISTANCE THERMIQUE
Rif fog *frrrrrrem e
R
R b mbh®tft e

NOTES D'UTILISATION

a) Pour des transitoires non répétitifs,
€tre utilisée sans radiateur pour des

Pour des transitoires répétitifs,

Rth h-a°

b)

page

eeees Mmax 0,5 mA
esss Mmax 0,1 mA
.. S typ + 0,1%/°C
e 50 °c/w
e 5,0°C/W
e 0,6°C/W

la diode écréteuse peut
impulsions jusqu'd 10 ms.

on devra utiliser un radiateur

En considérant la courbe des puissances PRRM’ on a :
Tj max - Tamb
R . + R + R = =
th j-mb th mb-h th h-a PS + 6 . PRRM
ol Tj max = 175 °C
T = Température ambiante
amb
Ps = dissipation au repos en l'absence d'impulsions
5 =t /T
(]
Ren -mb 5,0 °C/W
- 6 °
Rth mb-h 0.5 "c/u
On peut ainsi déterminer la résistance thermique du radiateur
R L]
th h-a
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COURRES CARACTERISTICQUES

PreM (W)
~ TR T T TTTT
N L Tj=25 oC impulsion carrée
NS 65 °C —— ;
\\ \\ N \/ impulsion exponentielle
- A 125 oC
~
NOND NS
\;2E~t R ray
103 — D N\\; N
=25 00T RSN
7 650C SRR HSC
"
: 125 OC 1] D \‘ ‘\ \q
avant impulsion NN x:\ ~ PRRM (kW)
rant it ] N
1 RO [ TR 10 = S e
AN e
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102 b4+ NEh & = #-- N ]
S 1 T++ NN =105
- \\\ ) ~ N~ P
NG N~ 1
S TR
| SN - £ 1100pus T
N ~ ~~~‘
N 1«
10 10’1 \; I
-2 -1 N
10 10 1 10 temps (ms) 102 T
' . ., . 10 ms N
La durée tp d'une 1mgu181on exponentielle _
est le temps mis par 'impulsion pour décrol- -2
tre de son amplitude maximale 3 37 7 de cette
valeur. On suppose que l'énergie de cette
impulsion disparait aprés 2 fois ce temps.
1073
102 0 100 200 300 "= 400
0 Valeur max de IR i B .
la temsion V, Fréquence de répétition
IR 10 i e s
(mA) =125 °CH]
"RRM Tmbu T H
&W) I AERN
tp=10pus
/// \\ \\\ 4 P |
10 BZW93 - 5V6 to 6V8 1 =
1
1
\p~ N ~| IOOJE.‘
vd NG IS NN TN
~ 10—1 -
7
e // =
1 A \ w 1 mst
N N
N
o 10-2 10ms ™
> BZW93 - 7V5 to 62
L
// :
//
-1 10-3
10
0 10 200  300"7% 400
> .
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102
0 50 100 Tj(°C) 150
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BZW 93

V(cL)R (V)

102
Irsm
(A)

103

[

~
/"
/

Vi

2]

Valeurs max de ‘(CL)R

pour 'l‘j = 25°C
svant jmpulsion

102
IRsM
(A)

103

CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS

8.A. AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F — RC. PARIS B 672 042 470

Impulsions exponentielles

il

130 AVENUE LEDAU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - TELEPHONE : (1) 355.44.99

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INOUSTRIELS

MATERIAUX, COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS / ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES : CAEN - DREUX - EVREUX - JOUE-LES-TOURS - SURESNES - TOURS

R.T.C. LARADIOTECHNIQUE-COMPELEC

(2]

I

(cL)r

) S O A

L1

3806-10-74

I

V(cL)r (V)

pour Tj = 25°C
avant impulsion

Valeurs max de V

Réf.

—

~ W =
- = = =< e
e T T — _ _ =
i w
+ 1
RO.AC ; I :
- pTA9 | 117 9AS | |
= 8AQ - £6MZH i + < Wen9 wm>o.mo;_§_
SAL H "l.ll/
SR, :
ZAS | AE&,:MSLMJVGN. /u m10~w F— SAL
e T pzas
5 ! i i L “ﬂ _ ! , | NU N f~>o
or ; h _ ‘ , H, o it
T -e6mzd_ | | 3 T o |
— < - 11 -£6MZd
- Sw, —~——— — — | > < HH
e 0 = dy N T v 0 o : B
=pad BERISNN S~ 7% 3 []
: i 1 Ay x o~ o~ oy Wﬁ
P NN 2, 3 o <
€l X | | ) g T w > _r
[~ . h o, [ et
| il OW [ nn iR ~ 'm:
) Ga— A IR B RO
N i [l g po
wn _ ! 1 > aas Mo 2
- |
7)) ~N
o
_ S~ o
_m ~ o M < S - — 2
n - — - w w
& por o S B T T — NPT cemzd
=]
0¢ R ! — —] 0z |
QT -€6MZH | | ] — - L[] o 5
] L] Mor=d Sl | o~ sforsTIT] E ¥e__ L Wor.
Le R [s SMoor H @ ]
0g L I's o¢ ’
2 b Ll _ S pee :
[ oty e | 9¢ - }
A i 6¢ - C6MZE
ﬁmT% -€6MZd {,;_JE J/I/ T — ] o S
: L —0r=d N~ srl S -
N LA MR NR s o BE T M0eq ]
" g KON " bl
! Or < = €29 -comzd-
i S
29 -comzd ll/ li’. ' > o
s [ 9s-temza T %, N "N, o s )
= N X/ ors : = ~ !
B (S - Suuver At [ S A
- A N R | B G SN
7 S, ® emem 3 N
e '_vv A 7 boe 3 R
Jw N s s Q
& 4 LI s 23 Ty




diodes de regulation
de tension (Zener)

serie BZX 46

Ces diodes planar au silicium en boitier JEDEC DO-35 sont
utilisées comme diodes stabilisatrices de tension ou comme
éléments de filtrage ou de limitation de tension.

En série E 24, elles existent dans la gamme de tension 5,1 a
62 V a4 £ 5% de tolérance sur la tension.

Caractéristiques principales

Vz nom 5,13 62 V
PiotaTgmp=25"C ........ max 500 mw*
PzsM - v v max 15 w
T max 175 °c

Rth jia s 0,32 °C/mw

Valeurs a ne pas dépasser
(Limites absolues)

lF(AV) ....................... max 250 mA
IFRM « - - v e e e max 250 mA
Piot 8 Tamb=25°C . ............ max 500 mW*
Pzsm (t=1ms; T; =50 °C) ... ... max 15 W
Totg « e -~ B854+ 176°C
T; max 175 °C

(*) Pour une température ambiante différente de 25 °C,
P10t max est donnée page suivante.

Résistance thermique
0,32 °C/mwW

Brochage

Boitier JEDEC DO-35 (UTE F-80) (Dimensions en mm)

min 5,1

; h
I

i
U
N
o5t X |l 2
e o r——
| 25,4 lo_ 425 25,4 Ses |
min max min max

La cathode est indiquée par une bande colorée

Caractéristiques

(a Tj = 25 °C sauf indication contraire)

Chute de tension directe maximale
VE@IE=200mA). . ...ovveennnnn. max 1,5 V

Courant inverse maximal

Type avg (V) IR max (#A)
BZX 46 C5V1 1 1
BZX 46 C5V6 2 1
BZX 46 C6V2 3 1
BZX 46 C6V8 4,8 5
BZX 46 C7V5 53 5
BZX 46 C8V2 5,8 5
BZX 46 C9V1 6.4 5
BZX 46 C10 7 5
BZX 46 C11 8,4 5
BZX 46 C12 9,1 5
BZX 46 C13 9,9 5
BZX 46 C15 1,4 5
BZX 46 C16 12,2 5
BZX 46 C18 13,7 5
BZX 46 C20 15,2 5
BZX 46 C22 16,7 5
BZX 46 C24 18,2 5
BZX 46 C27 20,6 5
BZX 46 C30 22,8 5
BZX 46 C33 26,1 5
BZX 46 C36 27,4 5
BZX 46 C39 29,7 5
BZX 46 C43 32,7 5
BZX 46 C47 35,8 5
BZX 46 C51 38,8 5
BZX 46 C56 42,6 5
BZX 46 C62 47 1 5
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Caractéristiques (suite) GRESP 52x 46 - Page 212

Caractéristiques a rzK a lzk
VZnom VzT rzT ayz Izt
Tvpe (V) v) () (%/°C) ma) | | (mA)
min max max min max max
BZX 46 C5V1 5,1 48 5,4 17 -0,02 | 005 20 700 | 1
BZX 46 C5V6 5,6 5,2 6,0 1 -0,01 0,06 20 700 | 1
BZX 46 C6V2 6,2 5,8 6,6 7 0,00 | 0,07 20 700 | 1
BZX 46 C6V8 6,8 6.4 7,2 45 0,01 0,08 18,5 700 | 1
BZX 46 C7V5 7,5 7,0 7.9 5,5 0,01 0,09 16,5 700 | 05
BZX 46 C8V2 8,2 7.7 8,7 6,5 0,01 0,09 15 700 | 05
BZX 46 COV1 9,1 8,5 9,6 7.5 002 | 0,10 14 700 | 05
BZX 46 C10 10 9,4 10,6 8,5 003 | 01 12,5 700 | 0,25
BZX 46 C11 1 10,4 11,6 9,5 0,03 0,11 11,6 700 | 0,25
BZX 46 C12 12 11,4 12,7 11,5 003 | o 10,5 700 | 0,25
BZX 46 C13 13 12,4 14,1 13 003 | 0,11 9,5 700 | 0,25
BZX 46 C15 15 13,8 15,6 16 0,03 | 0,11 8,5 700 | 0,25
BZX 46 C16 16 15,3 17,1 17 0,03 | 0,11 7,8 700 | 0,25
BZX 46 C18 18 16,8 19,1 21 0,03 | o011 7,0 750 | 0,25
BZX 46 C20 20 18,8 21,2 25 003 | 0,11 6,2 750 | 0,25
BZX 46 C22 22 20,8 23,3 29 0,03 | o011 5,6 750 | 0,25
BZX 46 C24 24 22,8 25,6 33 004 | 0,12 5,2 750 | 0,25
BZX 46 C27 27 25,1 28,9 41 0,04 | 0,12 4,6 750 | 0,25
BZX 46 C30 30 28 32 49 004 | 012 4,2 1000 | 0,25
BZX 46 C33 33 31 35 58 004 | 0,12 3,8 1000 | 0,25
BZX 46 C36 36 34 38 70 004 | 0,12 3,4 1000 | 0,25
BZX 46 C39 39 37 a1 80 004 | 0,12 3,2 1000 | 0,25
BZX 46 C43 43 40 46 93 004 | 0,12 3,0 1500 | 0,25
BZX 46 C47 47 a4 50 105 004 | 0,12 2,7 1500 | 0,25
BZX 46 C51 51 48 54 125 004 | 012 2,5 1500 | 0,25
BZX 46 C56 56 52 60 150 004 | 0,12 2,2 2000 | 0,25
BZX 46 C62 62 56 66 185 004 | 0,12 2 2000 | 0,25

Courbe donnant la puissance maximale en fonction de la température ambiante

Pmax 4
500
(mW) 1
) d =4mm
\ = 10mm
: = 20mm
1
! |
1
166 \
|
! I
1
! H
! Tamb ( °C)
-25 (o} 25 125 175

Les diodes seront maintenues 8 4 mm maximum des extrémités des corps de verre par des supports dont la température ne
doit pas s'élever au-dessus de T, (impédance thermique négligeable).
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diodes de régulation
de tension (Zener)
500 mW série BZX 55

Diodes de régulation en boitier " JEDEC DO-35 " auxquelles la techno-
logie planar confére une résistance dynamique et un courant inverse
trés faibles.

Elles sont fournies dans la série E 24 ( environ * 5% de tolérance
sur la tension de fonctionnement)

Gamme de tension comprise entre 4,7 et 75 volts.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension de fonctionnement VZ nom 4,7 a 75 Vv
Puissance totale dissipée a 25°C(1) Ptot ma x 500 mw
a 50°c(2) max 400 mW

Puissance inverse créte dissipée

(non répétitive) PZSM ma x 30 W
Température de jonction Tj ma x 200 °cC
Résistance thermique jonction-ambiance(2) Rth(j—a]= 0, 38°C/mwW

BROCHAGE Dimensions en mm

Boitier JEDEC DO-35 (UTE F-80)

min 5,1

e [ )]
JAC=3—

osst_ X 2
= — (o)
i 254 625 |, 256 T

min max min max

La cathode est indiquée par une bande colorée

(1) Longueur maximale des connexions = 8 mm

(2) En air calme, au maximum de longueur des connexions.
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VALEURS A NE PAS DEPASSER

(Limites absolues)

Courants
Courant direct moyen(mesuré sur une

période de 20 ms) IF(AV] max 250 mA

Courant direct répétitif créte IFRM ma x 250 mA

Puissance dissipée

Puissance totale dissipée P ma x 500 mW (1)
tot ma x 400 mwW (2)

Puissance inverse non répétitive créte

= . = o

t 100 ps; Tj 150°C PZSM max 30 W

Températures

Température de stockage TStg - 65 a + 200 °C

Température de jonction Tj ma X 200 °C

Jonction-ambiance en air calme (3) R . = 0,38°C/mW
th(j-a)

CARACTERISTIQUES (Tj = 25°C sauf indication contraire)

Chute de tension directe maximale

I_ = 100mA; T = 25°C Y < 1,0 Y
F amb F

Courant inverse maximal Tj = 25°C !Tj =150°C

BZX 55 - C4V7 Vo = 1V Ip < 500 nA ; 10 uA
C5V1 vR = 1V I, < 100 nA 2 uA
C5V6 vR = 1V In < 100 nA 2 JA
C6V2 Vp = 2V I, < 100 nA 2 uA
CBVS8 Vg = 3V In < 100 nA 2 WA
C7V5 Vo = 5V I, < 100 nA 2 uA
C8VvV2 a C75 V., = 0,75 V I < 100 nA 2 MA

R Znom R

Tension de fonctionnement, résistance différentielle, coefficient
de température

Tension Résistance Coefficient de
BZX 55 ... de fonctionnement différentielle température
VZ (v) r, (Q) SZ (mv/°C)
al,=5mA al,=5mA aI,=1TmA al,=>5mA
pA z z z
min max max max typ

c4v7z 4,4 5,0 60 600 - 1,2
C5v1 4,8 5,4 35 550 1,0
C5V6 5,2 6,0 25 450 1,6
Cev2 5,8 6,6 10 200 2,5
cevs 6,4 7,2 8 150 3,0
C7V5 7,0 7,9 7 50 3,8
cavz 7,7 8,7 7 50 4,5
Cav1 8,5 9,6 10 50 5,5
Cc10 9,4 10,6 15 70 6,5
C11 10,4 11,6 20 70 7,7
C12 11,4 12,7 20 90 8,4
C13 12,4 14,1 26 110 9,8
C15 13,8 15,6 30 110 11,3
C16 15,3 17,1 40 170 i 12,8
c18 16,8 19,1 50 170 ! 14,4




CARACTERISTIQUES (suite)

GRES» 57%55 p.3/4

BZX 55 ... Tension Résistance Coefficient
différentielle de température
o
VZ V) r, ) S, (mv/°C)
IZ = 5 mA 7 = 5 mA a IZ = 1 mA a Iz = 5 mA
min max max max typ
Cc20 18,8 21,2 55 220 16,0
C22 20,8 23,3 55 220 18,7
C24 22,8 25,6 80 220 20,4
C27 25,1 28,9 80 220 22,9
C30 28,0 32,0 80 220 27,0
C33 31,0 35,0 80 220 29,7
C36 34,0 38,0 80 220 32,4
a IZ = 2,5 mA 5 = 2,5 mA a IZ=0,5 mA a IZ = 2,5 mA
min max max max typ
C33 37,0 41,0 90 500 35,1
C43 40,0 46,0 g0 600 38,7
C47 44,0 50,0 110 700 44,0
C51 48,0 54,0 125 700 48,0
C56 52,0 60,0 135 1000 55,0
ce2 58,0 66,0 150 1000 62,0
ces 64,0 72,0 180 1000 70,0
C75 70,0 79,0 220 1000 78,0
COURBES CARACTERISTIQUES
10 T
Zen E.
(°C/mW) ,:E“_‘J 5=.t_p. i
=
1
0=1
075
05 ===
0.33 -
10! 02
0.1
T s
R
102NN G0
= <0,001
10°3
10" 1 10 102 10° 104 tp (ms) 10°

(1) Si les conducteurs sont maintenus a Ta

mb

(2) En air calme, au maximum de longueur des

(3) En air calme, au maximum de longueur des

N

connexions, a Ta

connexions.

mb

25°C a 8 mm du corps de la diode.

= 50°C.
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite)

Puissance inverse maximum non

répétitive en fonction de la durée

T 1
100l Valeurs typiques ] de I'impulsion
Tj: 25°C ]
| Pzsm
| w)
lF 10'2
(mA)
3
® 0
~ ~
50 \>-: o \
e
0 NN [rgeasee
L0 N
: N
z 10 > \‘
150°C PN
- ™N
§
(o] 1
0 05 1 VW 15 o » s 10
ms,
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diodes de regulation

de tension (Zener) @

1L3W  série BZX 61

Diodes au silicium diffusées, en boitier DO-15, destinées & la régulation des ten-

sions en puissance moyenne.
La série se compose de 35 diodes dans la gamme de tensions de 7,5 & 200V, avec une

tolérance d'environ *5% (série E 24).

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension de régulation VZ nom 7,5 a 200 Vv

Tolérance sur cette tension (E24) environ * & %

Courant de régulation (créte): -de 7,5 & 75V IZM max 3,0 A
-de 82 a 200 v 1,5 A

Puissance totale dissipée a

Tamb = 25 °C Ptot max 1,3 W

Puissance inverse dissipée (créte

répétitive) PZRM max 6,0 W

Température de jonction Tj max 175 °c

BROCHAGE

Boitier DO-15 Dimensions en mm

_ non étamé
- \\

2
’|mox<‘ > max|*

D S ' I JOS
3 1| o
|
- 272 - - 28min -——|e- 575max e 28mn ‘—’|

max

La cathode est indiguée par une bande blanche .

RESISTANCE THERMIQUE

Voir courbes pages 3 et 4

INSTRUCTIONS POUR SOUDURE ET MONTAGE

1. Ne pas souder & moins de 5 mm du corps de la diode.

2. Température maximale du fer & souder ou du bain de soudure: 245 °C pendant 5 s

maximum.
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VALEURS A NE PAS DEPASSER( 1imites absolues selon publication CEI 134)

Courants

Courant de régulation (créte) : -de 7,5 & 75V IZM max 3,0 A
~de 82 a 200 v 1,5 A

Courant direct créte répétitif IFRM max 1,0 A
Puissances dissipées (voir courbes pages 3 et 4]

. . .z . ’ s - o
Puissance totale dissipée jusqu'a Tamb 25 °C Ptot max 1,3
Puissance inverse créte répétitive PZRM max 6,0
Puissance inverse créte non répétitive

= . = - = o
tp—100 uS; Tamb 55 & +25 °C PZSM max 300 W
Températures
Température de stockage TStg -65 & +175 °C
Température de jonction Tj max 175 °c
CARACTERISTIQUES (Tj = 25 °C, sauf indication contraire)
Chute de tension directe maximale

= . = ° <
IF 100 mA; Tamb 25 °C VF 1,5 V

Tension de fonctionnement, résistance différentielle, coefficient de température,
tension et courant inverses

Tension de Coefficient de Résistance Tension et courant
BZX B1.. fonctionnement température différentielle inverses
VZ (V) SZ (mv/°C) rZ(QJ IR(uAJ a VR(V]
min. I nom J max typ max max
IZ = 20 mA
C7V5 7.0 7,5 7,8 + 3,0 5,0 5 3
c8v2 7,7 8,2 8,7 + 3,3 7,5 5 3
C39v1 e,5 9,1 9,6 + 4,6 8,0 5 5
C10 9,4 10,0f 10,6 + 5,0 8,5 5 7
C11 10,4 11,0f 11,6 + 5,5 9,0 5 7
C12 11,4 12,0 12,7 + 6,0 9,0 5 8
C13 12,4 13,0 14,1 + 6,5 10,0 5 9
C15 13,8 15,0] 15,6 + 9,0 14,0 5 10
IZ = 10 mA
216 15,3 16 17,1 +10 186 5 11
Cc18 16,8 18 19,1 +11 20 5 13
C20 18,8 20 21,2 +12 22 5 14
C22 20,8 22 23,3 +13 23 5 15
C24 22,7 24 25,8 +14 25 5 17
C27 25,1 27 28,9 +16 35 5 19
C30 28 30 32 +21 40 5 21
C33 31 33 35 +23 45 5 23
C36 34 36 38 +25 50 5 25
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CARACTERISTIQUES [Tj = 25 °C, sauf indication contraire) (suite)

Tension de fonctionnement, résistance différentielle, coefficient de température,
tension et courant inverses

Tension de Coefficient de Résistance Tension et courart
BZX 514 . fonctionnement température différentielle inverses
VZ (V) SZ (mv/°C) r, () IR(uAJ a VR(V]
min |n0m | max typ max max
IZ = 5 mA
C33 37 39 41 +27 60 5 27
C43 40 43 46 +30 70 5 30
C47 44 47 50 +38 80 5 33
C51 48 51 54 +41 95 5 36
C56 52 56 60 +45 105 5 39
C62 58 62 66 +50 110 5 43
ces 64 68 72 +54 120 5 48
C75 70 75 79 +60 135 5 52
min max
c8z 77 82 87 0,06 0,13 175 5 55
C91 85 31 36 0,065 0,135 200 5 60
C100 94 100 106 0,065 0,135 220 5 66
C110 104 110 116 0,065 0,135 250 5 70
C120 114 120 127 0,07 0,14 270 5 80
C130 124 130 141 0,07 0,14 300 5 80
IZ = 2 mA
C150 138 150 156 0,08 0,15 950 5 100
C160 153 160 171 0,08 0,15 1000 5 110
C180 168 180 191 0,08 0,15 1100 5 120
C200 188 200 212 0,08 0.15 1250 5 140

COURBES CARACTERISTIQUES

1,5 150 e

nulysanca totale dissipée en fonc- TC'?'f:i:'t:- mae

i i mpérat s ¢ refia

tion de la tempéreture ambiasnte 2: cirouil < ven surfa-
F;.ot ’:th i-a ce m';hll"jl Je ]Uzm:on— v
(W) \ °c/w) 3: ccsses & scoder —

(ot
3
1 1oo_ﬁ2 —
~ 1
L~
o
A A
50
0,5 ‘
11
N
|
o LI 0
0 100 Tgmy (°C) 200 0 10 20

longucur de conducteur (mm)
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COURCES CARACTERISTIQUES tsuite)

1 TTTT [T 111
PzsMm LI [ 111
(W) Tamb= —55 to+ 25 0C
~
102 ™ H
— - '\.,\'T__" CTE F T ——ror ]
T o T EHT
~N HENE e ]
Lk
A _ p,‘
\:,\\ RN
\‘
10 fF/——7—= ISR S i~ S S — -
Anif - —t-PREH g
T ~;;;\”A“ LU
\\ i
T‘\
1 |
107! 1 10 102 tp@ms) 103
104 T
Zth j-a g FEHHE I | I
(°C/W) —
S
T T
103 = =3
5=
102 b LosHl L LT ==t T
0,2 1T r PO 7==’= il ue fl
0.1 T ?%
2
il sl -
0,02 et
10 ,02 — b
0,01H="4"14 gy S
—11.0,005
f— 6——,v 5
/‘
1
10—4 1073 1072 10-1 1 10 tp (s) 102

Les centrages des vileurs typiques ne peuvent étre donnés qu'a titre indicatif et sont susceptibles de variation.
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diodes de regulation
de tension (Zener)

29 W  série BZX 70

Les BZX 70 sont des diodes au silicium, sous enveloppe plastique, utilisées pour la stabilisation ou la référence en moyenne

tension.

La série comprend 22 types assurant une gamme de tensions Zener de 103 75 V avec une tolérance de + 5 %.

Caractéristiques principales
Gamme de tENSIONS ZENET « « v v v e e e e e e e e e e e e nom10a 75 V
TOIBrance . . . ..o o + 5 %
'ZRI\/I ...................................................................... max 5 A
Piot (Tamb = 25 °C) - ot max 25W
PG Ml e max 100 W
Tj ........................................................................ max 150 °C
Rth j-a (sur radiateur infini, et 10 mm de connexions) ................. .ol 50 °C'wW
Non étamé
Brochage gme [T e
(Dimensions en mm) E a K
Boftier SOD-18 8 s & o
La cathode se trouve du coté arrondi. 24min 12.5ma 24,min m
Valeurs a ne pas dépasser
(Limites absolues)
Courants
DB AN o o o e e max 1 A
LZRIMl - -« o v e e e e max 5 A
[ =1 = max 3 A
Puissances dissipées
Piot (Tamb = 25°C; montage selon méthode 2) .. .. ... .ot max 1,75W
Piot (montage sur radiateur infini avec 10 mm de connexions) ... ............ . max 2,5 W
P M+ - max 100 wW
Températures
LR TR R R R R —65a+ 150 °C
LR R max 1560 °C

Les tests d étanchéité de I'enveloppe plastique sont pratiqués sous chaleur humide, selon les exigences de la norme CEl 68-2

(test D. condition IV, 6 cvcles).
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Résistances thermiques GRESD 57¢ 70 -Page2/6

Rth j-a (montage selon Méthode 2). . o vt e 70  °C/W

Rth j-a (montage selon méthode L O 60 °CW

Rth j-a (montage sur radiateur infini avec 10 mm de connexions) .. ........... ... ..o 50 °C/W

Caracterlsthues (a Tj = 25 °C sauf spécification contraire)

IF=1A VFK 1.5V

VR = 2/3Vznom. Ig < 10 uA

vz Sz rz
min. nom. max. typ. typ. max.
c10 9.4 10 10.6V 7.0 mV/°C 0.75 4.0 Q
c11 104 11 116V 7.5mV:°C 0.80 45 Q
c12 11.4 12 12.7V 8.0 mVv/°C 0.85 50 Q
c13 12.4 13 141V 8.5 mV/°C 0.90 6.0 Q
139 15 156V 10.0 mvV'°C 1.0 8.0 Q
(Iz=20 mA) (Iz=20 mA) (Iz=20 mA)
c16 15,3 16 171V 11 mV.°C 2.4 9 Q
c18 16,8 18 19.1V 12 mV.°C 2.5 11 Q
c20 18,8 20 212V 14 mV.°C 2.8 12 Q
c22 20,8 22 233V 16 mV'°C 3.0 13 Q
C24 22,7 24 259V 18 mv°C 3.4 14 Q
c27 25,1 27 289V 20 mV/°C 3.8 18 Q
C 30 28 30 32V 25mV °C 4.5 22 Q
C33 31 33 35 V 30 mVv'°C 5.0 25 Q
C 36 34 36 38 V 32 mV-°C 55 30 Q
(Iz=10 mA) (Iz="10 mA) (Iz= 10 mA)

Cc39 37 39 41V 35 mV/°C 12 35 Q
Cc43 40 43 46 v 40 mv/°C 13 40 Q
c4a7 44 47 50 V 45 mV/°C 14 50 Q
C 51 48 51 54 V 50 mV/°C 15 55 Q
C56 52 56 60 V 55 mVv/°C 17 63 Q
Cc62 58 62 66 V 60 mV/°C 18 75 Q
C 68 64 68 72V 65 mV/°C 18 90 Q
C75 71 75 79 V 70 mVv/°C 20 100 Q

Notes d’emploi

1 — Determination de la puissance dissipée maximale permise
a) En régime continu :
Elle est donnée par la relation :

Tjmax — Tamb
Rth j-a

ol Tj max est la température de jonction maximale permise

Tamb est la température ambiante
Rth j-a est la résistance thermique totale de la jonction a | ambiante.

Ps max =

b) Enimpulsion:

Elle est donnée par la formule :
(Tj max-Tamb) — (Ps. Rth j-a)

Zth j-a

Pm max =
ou Ps est la dissipation en continu _
Zth j-a est 'impédance thermique effective de la jonction a I ambiante ; elle est fonction de Ia durée de | impulsion et du

rapport cyclique.
(Voir courbes : — impédances thermiques en fonction de la durée d impulsion.)

La diode étant polarisée dans le sens zener et le courant zener étant donng, Ps se déduit de la courbe Pz = f (Iz) (voir courbes
caractéristiques). s additionné a Pm calculé d aprés la formule ci-dessus, donne PZR\.

PzrRm = Ps + Pm max
IZzRM se déduit de la valeur de PzR\ sur la courbe Pz = f(lz) et est comparé avec la valeur limite absolue.
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Exemple d’application

Soit une diode BZX 70 C 30 montée sur circuit imprimé, les connexions étant au maximum de leur longueur. Dans ces condi-
tions Rth j-a = 85 °C/W (voir ci-aprés, méthode de montage n° 3). Soit encore les données suivantes :

Tamb= 60°C.

I7=25 mA.

Rapport de cycle= 0,1.

Soit une diode BZX 70-C 30 montée sur circuit imorimé, les connexions étant au maximum de leur longueur ; dans ces condi-
tions Rth j-a = 85 °C/W (voir ci-apres, méthode de montage n® 3). Soient encore les données suivantes :

Tamb = 60°C

lz=25mA

Rapport de cycle= 0,1

Durée d impulsion= 1 ms

La courbe Pz = f(lz) pour BZX 70-C 30 4 Iz7= 25 mA donne Ps (ou Pz) = 0,9 W.

La courbe impédance thermique en fonction de la durée dimpulsion pour un montage sur circuit imprimé pour une durée
d'impulsion de 1 ms et un rapport de cycle de 0,1 donne :

Zthj-a=0,2°CW
En appliquant la formule on a:

P max:(150—60)9;(0,9>< 85): 147 W

et
PZRmM=09+147=2,37W

De la courbe Pz = f (Iz) pour PzZr\ (ou Pz)= 2,37, IzrMm (ou lz).z 65 mA.

Comparée a la valeur limite absolue, ce courant est admissible.

T

! =H
e

Rapport cyclique : & -t
=

Dissipation

Méthodes de montage et influence sur la résistance thermique

1. Montage sur cosses a souder a une lonqgueur de connexion : a= 10 mm ‘"0*‘
Rthj-a = 60°CW |

2. Montage sur cosses a souder a une lonqgueur maximale a de connexion :
Rthj-a = 70°CW

3. Montage sur plaquette de circuit imprimé a une longueur maximale a de -
connexion : r—-i:] a
Rth j;a = 85 OC w 1

4. Montage sur plaquette de circuit imprimé a une longueura= 10 mm : v 5 2
Rthj-a = 95°CW

Notes de soudure et de montage

1. Les points de soudure doivent étre effectuées a une distance d’au moins 5 mm de I'extrémité du corps de la diode.
2. La température maximale admissible du fer ou du bain est de 300 °C et le temps de soudure ne doit pas excéder 3 secondes.

3. Eviter toute zone de chaleur durant le montage, le corps de la diode ne devant pas &tre en contact ou exposé a une tempé-
rature supérieure 8+ 150°C.
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diodes de regulation
de tension (Zener)
400 mW série BZX 75

Diodes stabilisatrices de tension, en boitier JEDEC DO-7 destinées plus particuliérement a la régulation des
faibles tensions.
La série comprend quatre types avec des tensions de référence nominales de 1,4 a 3,6 V (tolérance =+ 5 %).

caractéristiques principales brochage Dimensions en mm
VF ....................... typ. 1,4 a 3,6 \" : = . X

(tolérance + 5 %) £ § non étamé
VR ettt max 10 V % S  2maxers =-2max

I A L K
VRRM ......................... max 10V i iF' ¥ ia ) :
max 250 mA J_ S L
FRM 25,4min -ﬂ——«b—ZG max—e—+1-25,4min
Piot (Tamb =32°C) .. max 400 mW U :l
L—IJ min

Boitier JEDEC DO-7
(la bande colorée indique la cathode).

valeurs .a ne pas dépasser
(limites absolues)

N R T T S T P max 10 V
VRRM + - v v vt v o e e e e e e e e e max 10 V
e T T P max 250 mA
Riot Tamb =32°%C) « o e max 400 mW
TStg .................................................................. —659Ca+175°C
Tj ........................................................................ max 200 °C
Rth(i-amb) ................................................................... 0,42 °C/mW
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caractéristiques a

25 °C

GRESP:x 79.Page 2/4

Tension de régulation Coefficient de (. e .
(chute de tension directe) température Résistance différentielle
TYPES Vg S
f=1 kHz
min max typ. typ.
BZX 75/C1V4 1,16 1,34V — 4mV/oC 60 Q2
BZX 75/C2V1 1,75 2,05V — 6mV/°C 90 Q2
BZX 75/C2V8 2,33 2,70V — 8mV/°C 1202
BZX 75/C3V6 3,02 345V — 10mV/0C 150 Q2
min typ. max typ. typ. max
BZX 75/C1V4 1,33 1,4 147V —3,3mV/°C 6 10Q
BZX 75/C2V1 1,99 2,1 2,21V —5,0mVv/°C 9 15Q
BZX 75/C2V8 2,66 2,8 294V —6,6mV/°C 12 200
BZX 75/C3V6 3,42 3,6 3,78V —8,2mV/°C 15 25Q
BZX 75/C1V4
BZX 75/C2V1} max 500 nA
Ig(VR=5 V) e

Qg (Ip=10mA a Vg =5 V ; Ry =500 Q)
Cq (VR =0 f=1MHz)

150

BZX 75/C2V8
200 nA
BZX 75/C3V6} ma S
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R.T.C. LARADIOTECHNIQUE-COMPELEC

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS
MATERIAUX, COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS / ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC
CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS
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Réf. 5C2422-12-1970




diodes de regulation

de tension (Zener)

900 mW  série BZX 79

Ces diodes planar au silicium en boitier JEDEC DO-35 sont utilisées comme diodes stabilisatrices de tension ou comme

éléments de filtrage ou de limitation de tension.

Elles existent en deux séries E 24 :

— B 4+ 2% de tolérance sur la tension.

— Ca+59% de tolérance sur la tension.

Chacune des deux séries comprend 30 diodes dans la gamme de tensions 4,7 &4 75 V.

Caractéristiques principales

Vz.oo nom4,73a75 V

Piotd Tamb=25°C . ... .. max 500 mW(1)
Piot @ Tamb =50°C . ... .. max 400 mW(2)
PzsM - - oo max 30 w
T max 200  °C

Rth A 0,38 °C/mW(1)

Valeurs a ne pas dépasser
(Limites absolues)

IF(AV) ....................... max 250 mA
IERM - - oo max 250 mA
Piot 8 Tampb=25°C . ... ......... max 500 mW(1)
Piot 3 Tamb =50°C .. ... ........ max 400 mW(2)
Pzgm (t =100 ps;T; =150 °C). ... .. max 30 W
Tgtg oo —65.a + 200 °C

TP max 200 °C

Rthja oo 0,38 °C/mW(1)

(1) Longueur maximale des connexions = 8 mm.

(2) En air calme, au maximum de longueur des connexions.

Brochage

Boitier JEDEC DO-35 (UTE F-80) (Dimensions en mm)

min 5,1

.

U U
n n
+ k | | | l a
956 ——— — 0
* vl |
e 25,4 le 6,25 | 25,4 | 1,85 |
min max min max

La cathode est indiquée par une bande colorée

Caractéristiques

(a Tj=25 °C sauf indication contraire)

Chute de tension directe maximale
VE@Igp=10mAet T,p,=25°C) ..... max 0,9 V

Courant inverse maximal

Type avg (V) IR max (nA)
BZX 79 - 4V?7 2 3 000
BZX 79 - 5V1 2 2 000
BZX 79 - 5V6 2 1000
BZX 79 -6V2 4 3 000
BZX 79 - 6V8 4 2 000
BZX 79 - 7V5 5 1 000
BZX 79 - 8V2 5 700
BZX 79 - 9V1 6 500
BZX 79-10 7 200
BZX79-11a13 8 100
BZX79-15a75 0.7 VZ nom 50
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Caractéristiques (suite) GRESP 52x79-Page22

SERIEB
Vz (V) rz (Q) Sz (mv/°C) Cq (PF)

Type af=1MHz

min max typ max min typ max typ max

BZX 79 B4V7 4,61 4,79 50 80 - - 14 - 130 180
BZX 79 B5V1 5,00 5,20 40 60 - - 08 - 110 160
BZX 79 B5V6 5,49 5,71 15 40 - 1,2 — 95 140
BZX 79 B6V2 6,08 6,32 6 10 - 2,3 - 90 130
BZX 79 B6V8 6,66 6,94 6 15 - 3 - 85 110
BZX 79 B7V5 7,35 7,65 6 15 - 4 - 80 100
BZX 79 B8V2 8,04 8,36 6 15 - 4,6 - 75 95
BZX 79 B9V1 8,92 9,28 6 15 - 5,5 - 70 90
BZX 79 B10 9,80 10,20 8 20 - 6,4 - 70 90
BZX 79 B11 10,80 11,20 10 20 — 7,4 - 65 85
BZX79B12 11,80 12,20 10 25 - 8,4 - 65 85
BZX 79B13 12,70 13,30 10 30 — 9,4 - 60 80
BZX 79B15 14,70 15,30 10 30 - 11,4 - 55 75
BZX 79 B16 15,70 16,30 10 40 — 12,4 — 52 75
BZX 79 B18 17,60 18,40 10 45 - 14,4 - 47 70
BZX 79 B20 19,60 20,40 15 55 - 16,4 - 36 60
BZX 79 B22 21,60 22,40 20 55 - 18,4 - 34 60
BZX 79 B24 23,50 24,50 25 70 — 20,4 — 33 55

a |Z =2 mA
BZX 79 B27 26,50 27,50 - 80 - 23,5 - 30 50
BZX 79 B30 29,40 30,60 - 80 - 26 - 27 50
BZX 79 B33 32,30 33,70 - 80 - 29 - 25 45
BZX 79 B36 35,30 36,70 - 90 - 31 - 23 45
BZX 79 B39 38,20 39,80 - 130 - 34 - 21 45
BZX 79 B4A3 42,10 43,90 - 150 — 37 - 21 40
BZX 79 B47 46,1C 47,90 - 170 — 40 - 19 40
BZX 79 B51 50,00 52,00 - 180 - 44 - 19 40
BZX 79 B56 54,90 57,10 - 200 - 47 - 18 40
BZX 79 B62 60,80 63,20 - 215 - 51 - 17 35
BZX 79 B68 66,60 69,40 - 240 - 56 - 17 35
BZX 79 B75 73,50 76,50 - 255 - 60 - 16,5 35
Vz (V) rz (§2) Vz (V) rz ()
Type alz=20mA

min nom max typ max min nom max typ max

BZX 79 B4V7 - 4,2 - 425 500 - 5 — 8 20
BZX 79 B5V1 - 4,7 - 400 480 - 5,4 — 6 20
BZX 79 B5V6 — 5,4 - 80 400 - 5,7 - 4 20
BZX 79 B6V2 - 6,1 - 40 150 - 6,3 — 3 10
BZX 79 B6V8 — 6,7 - 30 80 — 6,9 - 25 10
BZX 79 B7V5 - 7.4 - 30 80 - 7,6 — 2,5 8
BZX 79 B8V2 - 8,1 — 40 80 - 8,3 - 3 8
BZX 79 B9V1 - 9 - 40 100 - 9,2 — 4 8
BZX 79 B10 - 99 - 50 150 - 10,1 — 4 10
BZX 79 B11 - 10,9 - 50 150 - 1.1 - 5 10
'‘BZX 79 B12 - 11,9 - 50 150 - 12,1 - 5 10
BZX 79B13 - 12,9 - 50 170 - 13,1 - 5 15
BZX 79 B15 — 14,9 - 50 200 — 15,1 — 6 20
BZX 79 B16 - 15,9 - 50 200 - 16,1 — 6 20
BZX 79 B18 - 17,9 - 50 225 - 18,1 — 6 20
BZX 79 820 - 19,9 - 60 225 - 20,1 — 7 20
BZX 79 B22 - 21,9 — 60 250 - 22,1 — 7 25
BZX 79 B24 — 23,9 - 60 250 - 241 - 7 25
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SERIE C
-
Cq4 (pF
Foe Vg (V) r2(Q) S, (MV/°C) s =d1“|’v|:'z
min max typ max min typ max typ max
a Iz =5mA VR =0
BZX 79 C4V7 4,4 5 50 80 - 3,5 - 14 0,2 130 180
BZX 79 C5V1 4,8 5,4 40 60 - 27 - 0,8 1,2 110 160
BZX 79 C5V6 52 6 15 40 -2 1,2 2,5 95 140
BZX 79 C6V2 5,8 6,6 6 10 0,4 23 3,7 90 130
BZX 79 C6V8 6,4 7,2 6 15 1,2 3 4.5 85 110
BZX 79 C7V5 7 79 6 15 2,5 4 53 80 100
BZX 79 C8V2 7,7 8,7 6 15 3,2 4,6 6,2 75 95
BZX 79 C9V1 8,5 9,6 6 15 3,8 5,5 7 70 90
BZX 79 C10 9,4 10,6 8 20 4,5 6,4 8 70 90
BZX 79 C11 10,4 11,6 10 20 5,4 74 9 65 85
BZX 79 C12 11,4 12,7 10 25 6 8,4 10 65 85
BZX 79 C13 12,4 141 10 30 7 9,4 1 60 80
BZX 79 C15 13,8 15,6 10 30 9,2 11,4 13 55 75
BZX 79 C16 15,3 17,1 10 40 10,4 12,4 14 52 75
BZX 79 C18 16,8 19,1 10 45 12,4 14,4 16 47 70
BZX 79 C20 18,8 21,2 15 55 14,4 16,4 18 36 60
BZX 79 C22 20,8 23,3 20 55 16,4 18,4 20 34 60
BZX 79 C24 22,8 25,6 25 70 18,4 20,4 22 33 55
BZX 79 C27 25,1 289 - 80 - 23,5 - 30 50
BZX 79 C30 28 32 — 80 - 26 - 27 50
BZX 79 C33 31 35 - 80 — 29 — 25 45
BZX 79 C36 34 38 - 90 - 31 - 23 45
BZX 79 C39 37 41 - 130 — 34 - 21 45
BZX 79 C43 40 46 — 150 - 37 — 21 40
BZX 79 C47 44 50 — 170 - 40 — 19 40
BZX 79 C51 48 54 - 180 - 44 - 19 40
BZX 79 C56 52 60 - 200 - 47 - 18 40
BZX 79 C62 58 66 - 215 - 51 - 17 35
BZX 79 C68 64 72 — 240 — 56 - 17 35
BZX 79 C75 70 79 - 255 — 60 — 16,5 35
VZ (V) rz (Q) VZ (V) rz (Q)
Type dlz=20mA
min nom max typ max min nom max typ max
BZX 79 C4V7 3,7 4,2 4,7 425 500 4,5 5 54 8 15
BZX 79 C5V1 4,2 4,7 53 400 480 5 5,4 5,9 6 15
BZX 79 C5V6 4,8 5,4 6 80 400 5,2 5,7 6,3 4 10
BZX 79 C6V2 5,6 6,1 6,6 40 150 5,8 6,3 6,8 3 6
BZX 79 C6V8 6,3 6,7 7,2 30 80 6,4 6,9 74 2,5 6
BZX 79 C7V5 6,9 7,4 7,9 30 80 7 7,6 8 25 6
BZX 79 C8V2 7,6 8,1 8,7 40 80 7,7 8,3 8,8 3 6
BZX 79 C9V1 8,4 9 9,6 40 100 8,5 9,2 9,7 4 8
BZX 79 C10 9,3 9,9 10,6 50 150 9,4 10,1 10,7 4 10
BZX 79 C11 10,2 10,9 11,6 50 150 10,5 1.1 11,8 5 10
BZX 79 C12 11,2 11,9 12,7 50 150 11,5 12,1 12,9 5 10
BZX 79 C13 12,3 12,9 14 50 170 12,5 13,1 14,2 5 15
BZX 79 C15 13,7 14,9 15,5 50 200 13,9 15,1 15,7 6 20
BZX 79 C16 15,2 15,9 17 50 200 15,4 16,1 17,2 6 20
BZX 79 C18 16,7 17,9 19 50 225 16,9 18,1 19,2 6 20
BZX 79 C20 18,7 19,9 21,1 60 225 18,9 20,1 214 7 20
BZX 79 C22 20,7 21,9 23,2 60 250 20,9 22,1 23,4 7 25
BZX 79 C24 22,7 23,9 25,5 60 250 22,9 241 25,7 7 25
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Caractéristiques (suite)

SERIE C
Vg (V) rz () Vz (V) r7 ()
Type al, =0,1mA aly; =0,5mA aly =10 mA

min nom max typ max min nom max typ max

BZX 79 C27 250 | 269 | 289 65 30 | 252 | 2,0 | 293 | 10 45
BZX 79 C30 278 | 299 | 320 70 300 | 281 | 30,1 | 324 | 15 50
BZX 79 C33 30,8 | 329 | 350 75 325 | 31,1 | 331 | 354 | 20 55
BZX 79 C36 338 | 359 | 380 80 350 | 341 | 361 | 38,4 | 25 60
BZX 79 C39 367 | 389 | 410 80 350 | 37,10 | 20 | 41,5 | 25 70
BZX 79 C43 9,7 | 429 | 46,0 85 375 | 40,1 | 431 | 465 | 25 80
BZX 79 C47 437 | 468 | 500 | 85 375 | 441 | 47,0 | 50,5 | 30 90
BZX 79 C51 47,6 | 50,8 | 540 90 400 | 48,1 | 51,1 | 546 | 35 100
BZX 79 C56 51,5 | 557 | 60,0 | 100 425 | 521 | 56,1 | 608 | 45 110
BZX 79 C62 57,4 | 61,7 | 660 | 120 450 | 58,2 | 62,1 | 670 | 60 120
BZX 79 C68 63,4 | 67,7 | 720 | 150 475 | 642 | 682 | 732 | 75 130
BZX 79 C75 69,4 | 747 | 790 | 170 50 | 703 | 753 | 80,2 | 90 140

Courbes caractéristiques

72592291

Puissance inverse maximum non
répétitive en fonction de la durée
de | impulsion
PZSM
(W)
102
O T
N Ee T
N \ (initiale)
10 -~ T
NS !
0
1507C g
(initiale)
T E ~~
— | +
|- “T—" i
i
1 ‘ '
107" 1 t (ms) 10
7259113
0 ESsiiiiEes ESm =
3 H
Zin ;;(4
{°C/mW) - tple i
BE1 tp ‘ tp
l--T 6=?
1 — —t 58 —
6=1 1 .
075 =
05 =
N H ——
10" o
0,2 H
0,15
LH
L Y
0,05
1A f g
A TrAN002
10l S0,01
<0,001
7
H [ {1 ]
10*3 L ll
107 1 10 102 10° 104 t, (ms) 10°
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N A N T - +10 IEEEES ’]m"“
EEEEE / s, I
Valeurs typ. | {mv/°C) Voleu‘rs typ. |+
1001 1225 | TTj=]25 n 0T
| +7,5) -
, 1 BZX79- 10
( IZ) 9Vv1
" © +5 H
NS 8v2
°He 7
ofH 'SVVB
© ' +2,5 5V2
> o
50 < lS\Il(i
] —1
2 - 5V1
N 0 - =
© L -
BRERrg 47
1
-2,5
]
/
0 -5
0 0,5 1 VE(V) 15 0 S 10 15 20
Iz (mA)
5 7269448 5 7269449
10 Valeurs typ. 10 Valeurs typ|]
Tamb =25°C v Tamb=25°C
AVy Av;
(mV) (mV)
Ptut max
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Courbes caractéristiques (suite)

104 7264495.2
Valeurs typ.
Tj=25°C
rdiff f=1kHz
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diodes de regulation
de tension (Zener)

T C

série BZX 87

2,70 W

INTRODUCTION

Ces diodes sont fabriquées suivant une technologie qui permet d'accroitre, toutes choses égales d'ailleurs (dimen-
sions du cristal, du boitier...), la dissipation maximale de 50 %. .

Elles couvrent toute la gamme normalisée E 24 (a environ 5 % de tolérance sur la tension) de 5,1 475 V.

Leur encombrement restreint les désigne plus particuliérement pour touteimplantation a haute densité de composants.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
VZ i, nom. 5,1a75 \"
U — max. 2,75 W

P gM rereeerrersemsensensninnn. max. 100 w
Tj ................................ max. 200 °C
Rth—j-a .......................... max. 117 °C/W

VALEURS A NE PAS DEPASSER

(Limites absolues selon publication CEl 134)

l7 e limité par P, . max
'FRM .................................. max 400 mA

[ RM woeerermemes e limité par Pzpy max
P max 1,5 W (1)

max 2,75 W (2)
PsrM (Tamp =175°C;t =100 us
et 5§ =0,001) ...coeevnnirennnn. max 7,5 W
PZSM (Tamb =25°C;t=100ps) max 100 W
-65a+200 °C
T e max 200 °C

(1) En air calme jusqu'a T, = 25°C, la diode étant
montée sur des cosses a souder avec des connexions
a la longueur maximale.

(2) Si la température des connexions a 10 mm du corps

est de 25 °C.

RESISTANCE THERMIQUE

En air calme, pour une longueur maximale
des connexions = 28 mm

T —— 117 °C/W

DONNEES MECANIQUES

Boitier SOD-51

(Dimensions en mm)

cem— e
comcmemd

_.ﬁ,
.
|

28 min 1 6.5 max 28 min

1.05 max

La cathode est indiquée par une bande de couleur

CARACTERISTIQUES @T;=25°0)

Chute de tension directe maximale

VE@IE=0,2A) e max 1V

Courant inverse maximal

Type a VR (V) [IR max (RA)
BZX 87 - C5V1 2 10
BZX 87 - C5V6 2 5
BZX 87 - C6V2 2 3
BZX 87 - C6V8 3 1,5
BZX 87 - C7V5 3 0,6
BZX 87 - C8V2 3 0,4
BZX 87 - C9V1 5 0,3
2
BZX 87 -Cl10a75 S'VZ nom 0,2
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CARACTERISTIQUES (surTE)

Tension de fonctionnement V7. résistance différentielle rz, coefficient de température SZ, capacité de la diode Cq

C4 (pF)
Vo (V Q) S, (mV/°C d
Type z M) z { z (mV/°0) af= 1MHz

min max min max min typ max min max
BZX 87 C5V1 4,8 54 4 10 -1,5 0 1,5 200 250
BZX 87 C5Vé6 5,2 6 2 5 -0,2 1,5 2,5 180 225
BZ X 87 C6V2 5,8 6,6 1,5 3 1,5 2,4 3,3 350 400
BZX 87 C6V8 6,4 7,2 1 3 2,2 3,1 3,9 300 350
BZX 87 C7V5 7 7,9 1 3 2,8 3,8 4,7 270 310
BZ X 87 C8V2 7,7 8,7 1,5 4 3,5 4,5 5,5 250 280
BZX 87 C9V1 8,5 9,6 2 4 4,3 5,4 6,5 210 250
BZX 87 C10 9,4 10,6 2 5 5,2 6,3 7,5 190 230
BzX 87 C11 10,4 11,6 3 5 6,2 7.4 8,6 170 220
BZX 87 C12 11,4 12,7 3 6 7,2 8,4 9,8 165 200
BZX 87 C13 12,4 14,1 3 7 8,2 9,4 11,2 165 200
BZX 87 C15 13,8 15,6 4 10 9,6 11,4 12,8 160 190

a IZ =10 mA

BzX 87 Cl6 15,3 17,1 4 10 11,1 12,5 14,4 140 180
BzX 87 C18 16,8 19,1 5 15 12,6 14,5 16,6 120 160
BZX 87 C20 18,8 21,2 5 15 14,6 16,6 18,8 110 150
BZ X 87 C22 20,8 23,3 5 20 16,6 18,6 2,9 100 135
BZX 87 C24 22,8 25,6 6 20 18,6 20,7 23,4 95 130
Bz X 87 C27 25,1 28,9 7 25 21,0 23,8 26,8 90 120
BZX 87 C30 28 23 8 25 23,8 26,9 30,6 80 110
BZX 87 C33 31 35 10 30 26,6 30,0 34,2 75 95
BZX 87 C36 34 38 10 35 29,6 33,4 38,0 70 90
Bz X 87 C39 37 41 15 40 32,6 37,0 41,6 65 80
BZX 87 C43 40 46 15 50 36,0 41,6 47,6 62 75
BZ X 87 C47 44 50 20 60 40,4 46,1 52,6 60 75
BZX 87 C51 48 54 30 70 44,6 51,0 57,6 55 70
BZX 87 C56 52 60 35 80 49,2 56,6 64,8 52 65
BZ X 87 C62 58 66 40 90 56,0 63,4 72 50 60
BZX 87 C68 64 72 45 110 62,4 70,4 79,2 46 58
BZX 87 C75 70 79 45 125 69,2 78,4 88,0 44 55
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Tension de fonctionnement V5, résistance différentielle r7

vV, (V) r7 (Q) Vo (V) r7 (Q)
Type z z z z
min nom max typ max min nom max typ max
a|Z:]mA &|Z=100 mA
BZX 87 C5V1 3,3 3,8 4,3 425 500 4,9 5,2 55 1,2 2,5
BZ X 87 C5V6 4,1 53 58 400 500 5,3 5,7 6,1 1,0 2,0
BZX 87 C6V2 5,6 6,0 6,5 40 200 59 6,3 6,7 0,8 2,0
BZX 87 C6V8 6,3 6,7 7,1 40 120 6,5 6,9 7,3 0,6 2,0
BZX 87 C7V5 6,9 7,4 7,8 20 |- 100 7,1 7,6 8,0 0,5 1,5
BZ X 87 C8V2 7,6 8,1 8,6 20 100 7,8 8,3 8,8 0,5 1,5
BZX 87 C9V1 8,4 9,0 9,6 25 100 8,6 9,2 9,8 0,8 2,0
BZX 87 C10 9,3 9,9 10,5 30 120 9,5 10,1 10,8 0,8 2,0
BZX 87 C11 10,3 10,9 11,5 30 120 10,5 11,1 11,8 0,8 2,0
BZX 87 C12 11,2 11,9 12,6 30 150 11,5 12,1 12,9 1,0 2,0
BZX 87 C13 12,2 12,9 14,0 30 150 12,5 13,1 14,3 1,2 2,5
BZX 87 C15 13,6 14,9 15,4 30 150 13,9 15,1 15,8 1,2 2,5
aly =1mA aly =50 mA

BZX 87 C16 15,2 15,9 17,0 30 150 15,4 16,1 17,3 1,2 3,0
BZX 87 C18 16,7 17,9 19,0 30 150 16,9 18,1 19,3 2,0 5,0
BZX 87 C20 18,7 19,9 21,1 30 150 19,0 20,2 21,5 2,5 6,0
BZX 87 C22 20,7 21,9 23,2 30 150 21,0 22,2 23,7 2,5 6,0
BZX 87 C24 22,6 23,9 25,5 30 150 23,0 24,2 26,0 3,0 8,0
BZX 87 C27 24,9 26,9 28,8 30 150 25,3 27,2 29,2 4,0 8,0
BZX 87 C30 27,8 29,9 31,9 30 150 28,2 30,2 32,5 4,0 8,0
BZX 87 C33 29,8 32,9 34,9 30 150 31,2 33,3 35,5 50 10
BZX 87 C36 33,8 35,9 37,9 30 150 34,2 36,3 38,5 5,0 10
BZX 87 C39 36,8 38,9 40,9 40 150 37,5 39,5 42,0 6,0 "2
BZX 87 C43 39,8 42,9 45,9 50 150 40,5 43,5 47,0 8 15
BZX 87 C47 43,8 46,9 49,9 55 200 44,5 47,5 51,0 10 2
BZ X 87 C51 47,8 50,9 53,8 60 200 48,5 51,8 55,5 12 25
BZX 87 C56 51,8 55,9 59,8 60 200 52,5 56,8 61,5 15 30
BZX 87 C62 57,6 61,8 65,8 70 200 58,5 62,8 | 67,5 16 30
BZX 87 C68 63,5 67,6 71,7 80 225 65,0 69,0 74,0 18 35
BZX 87 C75 69,3 74,5 78,6 100 250 73,0 77,5 84,0 20 35
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COURBES CARACTERISTIQUES
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a
3 7272307.2 7Z272306.1
1 l' Pyissance dissipee maxi-
m W a male admissible en fonction E:*| | |-
Prot N[ | de |o température ambiante 200
o
W) Rth
(°c/w)
2 2 A 150 Valeurs max
[2a,1b ].a 3
$ N
[ 2b N 2’
N N — =
} 3a, 3b 100 i 1
< \ 2 s
A N '1 "’,—'
3 ! AN \ [
ANAN j-t-p
A, A 50 =
k\\
ANN
0 I 0
0 100 T,mp (°C) 200 0 10 20 30

| = longueur des conducteurs (mm)

METHODES DE MONTAGE

1. sur dissipateur infini (t.p. = point de fixation des conducteurs)
2. sur cosses a'souder

3. sur circuit imprimé avec la surface de soudure minimale nécessaire pour une bonne conductibilité électrique.

a. longueur des conducteurs = 10 mm

b. au maximum de longueur des conducteurs.

7277010
7,5 _ «
S, BZX87-C10 Tj=25°Ct0 150°C
(mv/°C) églv{ Valeurs typiques
5.0 cav2
C7V5
C6V8
2,5 b7 C6V2
C5V6
LA 17
= C5V1
oA —
~a
Wi
-25
0 50 100 1, (ma) 150
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COURBES CARACTERISTIQUES (surTe)

104 7277011
Montage sur cosses a souder au maximum Valeurs typiques
de longueur des conducteurs Tamb = 25 oc

AV, T
(mV) —1
P
——1T— Ptotmax
///
108 |
] -
I7(c.c.)=20mA+—
o
/
- L
102 I (c.c.) 5L0mA A
V4 Z
7
7/
/ 4
[I
10 L
0 5 10 15 20
Vz(V)a Tj=25°C

105 7277012
Montage sur cosses a souder au maximum Valeurs typiques
de longueur des conducteurs Tamb = 25 oc

AVy
(mV)
|+ Protmax
104 =
—
I7(e.c.)=5mMA ——
/1/ L
P _ P
A i7(c.c)=10mA //
3
Z 2z
-
yd
/ T
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0 25 50 75

Vz (V) a T;=25°C
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diodes de réeféerence
de tension

BZX 90
a BZX 93

Diodes de référence de tension en boitier JEDEC DO-35. va|eurs é ne pas dépasser

Ces diodes présentent un coefficient de température trés

faible et sont utilisées comme sources de référence. (Limites abSO|UeS)
Courants
Caractéristiques principales 12 max 50 mA
IZM - - v max 50 mA
min | nom] max Puissance dissipée
Piat (T <50°) .......iinn.. max 400 mW
Vz (alz=756mA)........... tot ©'amb
S, | (3 Température
zllalz=75mA) (1) Totg e vt rrmeeeeeneeeann — 654 + 200 °C
valeurs maximales

Tamb < - e v - 5534 4100 °C
0,
BZX90 ........... ... ... ... 0,01 %/°C Résistance thermique
0
BZX 91 ..... ... . ... 0,005 %/°C Rth 8 < 0,375 °C/mW
BZX 92 ... 0,002 %/°C
BZX93 ..., 0001 %°c| Caractéristiques
Tamb e e e e e e e e e e — 553+ 100 °C a Tamb =25 °C (sauf indication contraire)
min | nom l max
Brochage Vz (a1z=75mA)...... 62 | 65 | 68 V
(Dimensions en mm) iAVz|(a 17 =7,5 mA) valeurs maximales
, aT,mp=—-55a+25°C:BZX90 .... 52 mV
min 5,1
rL‘—’rL BZX91 .... 26 mV
Luj L'.I BZX92 .... 10,4 mV
n i’ BZX93 .... 52mV
| > — A .
,e,gs‘:"::zd':]:‘z‘_—_w:ﬁ AT,mb=+254+100°C: BZX 90 .... 48 mV
' ' | BZX91 .... 24 mV
B —wle 23 el 100 i BZX92 .... 96mV
Fig. 1 BZX 93 .... 48mV
|Sz| &1z =75 mA; Tamp =—554a + 100 °C)
Valeurs maximales : BZX 90 .. 0,01 %/°C
Boitier JEDEC DO-35 - F.80 BZX 91 .. 0,005 %/°C
La cathode est indiquée par une bande colorée BZX 92 .. 0,002 %/°C
BZX 93 .. 0,001 %/°C
(1) Voir graphique fig. 8 rzalz=75mA. . ... ... ..., 15 Q
Appendice

Le coefficient de température Sz de la tension de référence VRgg est obtenu de I’équation suivante :

VREF 1 = VREF 2

S, =
z (Tamb 2 — Tamb 1% VREF nom

x 100 %/°C
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Courbes caractéristiques
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ASz en fonction de 17-valeurs typiques 03
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diodes de regulation
de tension (Zener)
400 mW

série BZY 88

Diodes au silicium en boitier JEDEC DO.7 principalement
utilisées comme stabilisatrices courant-tension ou comme
diodes de référence.

La série comprend 24 types dans la gamme des tensions
de zener nominales de 3,3 V a 30 V avec une tolérance de
5 %.

Caractéristiques principales

Brochage Boftier DO-7
ém non étamé
g 2max ,—_I max
g 1 ) k
“’J - 7] =
o ‘ N
Alslamln 4 7l6max H 25'4rnin
J 13 min. ,Ui Dimensions en mm

Valeurs a ne pas dépasser
(limites absolues)

Vz +5% . de 3,3Va30 \%
IZRM  ceeeoee e max 250 mA IE max 250 mA
= = max 250 mA
— o
Plot(Tamp =50°C) ........ max 400 mW IZRM oo max 250 mA
Pzsm (Tj= 150°C; t=100us) max 15 w Ptot (Tamb=50°C) ................... max 400 mW
T e max 200 °C Pzsm (Tj= 180 °C; -2 100us) .......... max 15 W
TGUG < c v v —65a+ 175°C
Rthj-a - rveeee 0,37 °C/mw L T max 200 °C
Rthj-amb <« v v e v 0,37 °C/mwW
I 4 - - - o
Caractéristiques (T; = 25°C)
VEIFE =10 mMA) L L e e e e e e e e et e e max 0,9V
Vz (V) Sz (mV °C) ra (Q)
alz= 5mA alz= 5mA alz=5mA
BZY 88...
min nom. max min typ. max min tvp. max
C3v3 3.1 3.3 3,5 — 4 - 23 — 05 70 83,5 110
C3Vveé 3.4 3,6 3,8 — 35 - 2 - 05 65 76 105
Vv3C9 3,7 3,9 4.1 - 25 — 2,05 — 05 60 76 100
C4Vv3 4 4,3 4,5 - 25 - 1.8 — 05 55 70 90
c4v7 4.4 4,7 5 - 2 - 1,565 0 49 62 85
C5V1 4.8 5,1 54 - 1,75 - 12 0 34 46 75
C5V6 53 5,6 6 - 15 - 02 + 1 10 22 55
cev2 5.8 6,2 6.6 + 05 + 2 + 35 1 7 27
cevs 6.4 6.8 7,2 + 2,3 + 3,2 + 3.8 0,5 3 15
C7V5 7.1 7,5 7,9 + 3.1 + 4,2 + 59 0,5 3 15
c8v2 7.8 8,2 8,7 + 4,2 + 5 + 6 0,9 3,5 20
CoV1 8.6 9.1 9,6 + 4,8 + 6 + 7 1 4,75 25
c10 9.4 10 10,6 + 6 + 7 + 7,5 2 5 25
C11 10,4 11 11,6 + 7 + 87 + 9,1 3 7 25
c12 11,4 12 12,6 + 8,5 + 9 + 9,6 4 8 35
C13 12,4 13 141 +10 + 10,5 +11,5 4 10 35
C15 13.9 15 15,6 +12 +12,5 + 14 4 15 35
C16 15,4 16 171 +12 +13 +14 5 20 40
c18 16,9 18 19,1 + 14 + 15 + 18 7 25 45
C20 18,9 20 21,2 + 16 +17 +19 10 30 50
Cc22 20,8 22 23,3 + 17 +19 + 21 15 35 60
C24 22,7 24 25,9 + 20 + 21 + 24 20 40 75
Cc27 251 27 28,9 +22 + 23,5 +27 25 50 85
C30 28 30 32 + 25 +26 +29 30 60 95




Caractéristiques (Tj = 25 °C) (suite)

GRESP 527 88.Page 2/6

Cd (pF) IR
BZY 88... avR -3V aVvR (V) =
typ. typ. max
C3Vv3 395 1 0,54 3 WA
C3Vve6 370 1 0,25 3 aA
C3V9 335 1 0,1 3 u A
C4v3 270 1 0,1 3 uA
cav7 290 2 0,25 3 WA
C5V1 275 2 0,15 1 aA
C5V6 260 2 0,6 1 aA
cev2 240 2 0.1 1 uA
Cc6v8 220 3 0,025 1 A
C7V5 190 3 15 500 nA
Cc8v2 150 3 1" 400 nA
CaVv1 140 5 8 400 nA
c10 110 7 2,5 S A
Cc11 90 7 2,5 4 A
C12 80 8 2.5 2 A
C13 65 9 2,5 LA
C15 60 10 2,5 A
C16 55 10 2,5 LA
C18 50 13 2,5 4 A
C20 45 14 2,5 A
C22 43 15 2,5 A
c24 42 17 2,5 WA
Cc27 40 19 2,5 WA
C30 35 21 2,5 WA

Détermination de la valeur maximale
de la puissance en régime impulsionnel

|¢— T ———>|

—ur——l—r 6:+

_____ 4\—--**" \"ﬁ%_ﬂ_fPT

Rot l
Pour une impulsion moins longue que le temps de stabili-
sation de la température on a :

Pm - timax—Tamb — (PD % Rthj-amb)
Rtht

Pour une impulsion plus longue que le temps de stabilisa-
tion de la températureon a :
Tjmax — Tamb

- P
Rthj-amb D

Pm -

avec Pp = puissance dissipée en régime continu,
Rtht = réSistance thermique transitoire.

Exemple de calcul pour déterminer
le courant de Zener maximal

Dans cet exemple, nous avons choisi une diode BZY 88/C7
V5 utilisée sous les conditions suivantes :

Tamb = 60°C; —=10mA; 5 =0,1;t=1ms

Nous déterminons, d'apres la courbe Pz - f (l7), la dissipa-
tion Pp al'état stable : Pp - 76 mW (point A).

Nous connaissons la résistance thermique entre la jonction
et 'ambiance : Rtpj-amp = 0,31, etde la courbe : Rypy -~ f(1):
avec un o de 0,1 et t .= 1 ms, nous pouvons tirer la valeur
de la résistance thermique transitoire : Rtht = 41,5 °C W.

Nous possédons maintenant tous les éléments pour calculer
Pm a laice de la formule :
p . Timax—Tamb — (Rthj-amb X PD)
m -
Rth
soit Py = 2,2W

La puissance de créte maximale dissipable est -
PZRM " PD+ Pm 2,28 W.

Nous pouvons donc déterminer de la courbe Pz .= f (Iz)le
courant de Zener maximal : Izrm = 250 mA (point B).
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diodes de régulation GR=P»

de tension (Zener)
O W  série BZY 91

Diodes au silicium stabilisatrices de tension en boitier métallique JEDEC DO-5. La série se compose de 22 diodes
dans la gamme de tension de 103 75 V.

caractéristiques principales

Ve 10275V

[ZRM ......................... max 100 A

P (Tgp =65°C) oo, max 75 W

b"’chage Dimensions en mm

Boitier JEDEC DO-5

.-. s ilmT* 153 Couple de serrage : min 1,7 Nm
‘ 1/4"x 28UNF ' 4 max 3,5 Nm

Diameétre du trou dans le
radiateur : max 6,5 mm

1a"x 28UNF l

22 Accessoire : 56264 A
mox_.
_’| 1101:-?2 26,5 max 72608901

valeurs a ne pas dépasser
(limites absolues)
IFAV ....................................................................... max 10 A
IFRM ....................................................................... max 30A
IZRM ....................................................................... max 100 A
Piot (Tﬂ) =65 00) e max 75W
Pzom (Tg, = 65 OCt =100 US) . . . oot e e e e e e .. max 4,4 kW
ProM (T =65°Ct=1mSs) . ... max 1,48 kW
PzoM (Tp =65 °C3t=10mSs) . .....ooni e max 500 W
Prom (Tip = 65°C;t =100MS) . ..o oottt ettt e e e max 170 W
Tstg .................................................................... —55a+175°
’I‘j ........................................................................ max 175 °C
ReRjufb + v # vttt e e e 1,47 °c/w
Rinfor---vvvrevnens e e e e e e e e e e et e e, 0,2 °C/W



caractéristiques (Tfb = 25 °C)

GRESP 577 91-010 2 C75, Page 2/6

VEAR =10 A) . ..o max 1,5 V
Ig (VR = ':'VZ nom.) ........................................................... max 1 mA
Caractéristiques a :
I Ig a Vg

Type Vz Sz 72 IV IV VI QY

BZY 91 V) (mV/°O)| ()
min nom max typ max max

C 10 (R) 9,4 10 10,6 9,0 0,4 2 1 6,8
C 11 (R) 10,4 11 11,6 9,9 0,4 2 1 7,5
C 12 (R) 11,4 12 12,6 10,8 0,5 2 1 8,2
C 13 (R) 12,4 13 14,1 11,7 0,5 2 1 9,1
C 15 (R) 13,8 15 15,6 13,5 0,6 2 1 10
C 16 (R) 15,3 16 17,1 14,4 0,6 2 1 11
C 18 (R) 1¢€,8 18 19,1 16,2 0,7 2 1 12
C 20 (R) 18,8 20 21,2 15,0 0,8 1 1 13
C 22 (R) 20,8 22 23,3 16,5 0,8 1 1 15
C 24 (R) 22,7 24 25,9 19,2 0,9 1 1 16
C 27 (R) 25,1 27 28,9 22,2 1 1 1 18
C 30 (R) 28 30 32 25,5 1,1 1 1 20
C 33(R) 31 33 35 29,0 1,2 1 1 22
C 36 (R) 34 36 38 32,4 1,3 1 1 24
C 39 (R) 37 39 41 35,1 1,4 0,5 1 27
C 43 (R) 40 43 45 39,6 1,5 0,5 1 30
C 47 (R) 44 47 50 438 1,7 0,5 1 33
C 51 (R) 48 51 54 47,4 1,8 0,5 1 36
C 56 (R) 52 56 60 52,6 2 0,5 1 39
C 62 (R) 58 62 66 58,2 2,2 0,5 1 43
C 68 (R) 64 68 72 64,0 2,4 0,5 1 47
C 75 (R) 70 75 79 71,0 2,6 0,5 1 51

178



GRESP e7v 9110 2 ¢75, Page 3/6

Détermination de la valeur maximale de la puissance en régime impulsionnel

’:'T '
2 N

Pour une impulsion moins longue que le temps de stabilisation de la température on a :

p = 5™ ~ Tamb — Repj-amb X Pp)
m Rint + G X Reptp-amb)

Pour une impulsion plus longue que le temps de stabilisation de la température on a :
T. max — T
p - amb

P
m R’thj-amb D

avec Py = puissance dissipée en régime continu;

Ryt = résistance thermique transitoire.

Exemple de calcul pour déterminer le courant de Zener maximal admissible pour une BZY 91/C56 :
T =SO°C;IZ=0,5A;6=O,l;t=1ms
_ (Tj max — Tymp) — (Rthj-amb XPp)

Fm Rint + 6 X Repfp-amp)

= 0. = 0. = 0
Tj max = 175 °C; Ty, = 50 °C; Ry oy, = 3,67 °C/W

Du réseau de courbe Rint = f (t) nous déduisons : Ript = 0,23 OC/W a laide de 8 et t.

amb

Du réseau de courbe Py = f (I7) nous déduisons : Pp avec I = 0,5 A (point A)
Pp=28W
ainsi P, = 49 W
La puissance maximale disponible est : Pz = Ppy + P
Nous tirons du réseau de courbe Ry}, = f (t) (point B) la valeur maximale du courant Zener : Izrm = 1.3 A.
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courbes caractéristiques
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diodes de regulation
de tension (Zener)
20 W  série BZY 93

Diodes au silicium, stabilisatrices de tension, en boitier JEDEC DO-4. La série se compose de diodes en polarité
directe, la cathode au boitier : BZY93/C7VS a BZY93/C75; et de diodes en polarité inverse, I’anode au boitier :
BZY 93/C7V5R a BZY 93/C75R. Le symbole sur le boitier indique la polarité.

caractéristiques principales brochage Dimensions en mm
B CB
10-32 UNF E 10-32UNF  4max_ &
< ~
Vg nom 7,54 75V i ‘ i -H- 1 ¥
maxelle2 L
IZRM v o eee e max 20 A =95 1 e I ]
*—9,3 max
Ptot (T mb = 75 OC) ............... max 20 w 4——’%22—4--2013 maxJ

Boitier JEDEC DO-4.
Couple de serrage : min 0,8 Nm
max 1,7 Nm

| . dé Diamétre du trou dans le radiateur : 5,2 rum
V? ?urs a ne pas oepasser Accessoire : 56262 A
(limites absolues)

L A max S A
IZRM ....................................................................... max 20 A
Pt (T mb =75 %C) oo max 20 W
Pzom (Tj SAT50C 6= 100 [S) « .o oo e e max 500 W
Tty v ~65a+175°C
L3 T PP max 175 °C
Rihjfo - e s °c/w
Rihfbor 0,6 °C/W
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VE (I =5 A) . oottt
Caractéristiques a 17 Ig @ Vg
: 57 :
Types Vs (V) (mV°0) 17 (82) (en A) (HA) V)
min max typ. typ. max max
c7V5(R) 7,0 79 3 0.04 0.3 2 100 2
C8V2(R) 7.7 8.7 4 0.05 03 2 100 5.6
C9V1(R) 8,5 9.6 5 0.07 0.5 1 50 6.2
C10(R) 94 10.6 7 0.07 05 1 50 6.8
C11(R) 10.4 11.6 75 0.08 1 1 30 75
C12(R) 11.4 12,7 8 0.08 1 1 50 8.2
C13(R) 124 14,1 8.5 0.08 1 1 30 9.1
C15(R) 13,8 15.6 10 0.10 1.2 1 50 10
C16(R) 15,3 17,1 11 0.18 1.2 0.5 S0 11
C18(R) 16,8 19,1 12 0.20 1.5 0.5 50 12
C20(R) 18,8 21.2 14 0.20 1.5 0,5 50 13
C22(R) 208 233 16 0.21 1.8 0.5 50 15
C24(R) 227 259 18 0,22 2 0.5 50 16
C27(R) 251 289 21 0,25 2 0.5 50 18
C30(R) 28 32 25 0.30 25 0.5 50 20
C33(R) 31 35 30 0.32 3 0.5 50 22
C36(R) 34 38 32 0.75 4 0.2 50 24
C39(R) 37 41 35 085 5 0.2 50 27
C43(R) 40 46 40 090 6.5 0.2 50 30
C47(R) 44 50 45 1 7 0.2 50 33
C51(R) 48 54 50 1.2 75 0.2 50 36
C56(R) 52 60 55 1.3 8 0.2 50 39
C62(R) 58 66 60 15 9 0.2 50 43
C68(R) 64 72 65 18 10 0,2 50 47
C75(R) 71 79 70 2 10,5 0.2 50 51
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Détermination de la valeur maximale de la puissance en Exemple de calcul pour déterminer le courant de Zener
régime impulsionnel maximal admissible pour une BZY 93/C 12 :

Tymb = 50 °Cilz = 05 A:

e T §=01:t=1ms;Rypimp =2 °c/w

- 5:+ . ijax'Tamb B (Rthj-ambx Pp) )
. T T P, = Ry + 6 X Ry amt) dans laquelle
P, | Timax = 175 °C: Ty = 50 °C

Rhj-amb = Rehj-fb * Rehfor * Rthr-amb =

—____—__J-——+-—+ ————— —4 ___________ -
l

T 5+06+2=76°W
A A A _ -
? M '10' Rihfo-amb = Renfbr * Rinr-amb =
l 1 06+2=26°C/W

y y

Du réseau de courbe Ry = f (t) nous déduisons

Ripe = 092 OC/W a laide de & et t
Pour une impulsion moins longue que le temps de stabi-

lisation de la température on a : Du réseau de courbe P, = f (I7) nous déduisons Py avec
p = Bmax'Tamb B (Rthj-ambx Pp) [Z :. 0.5 A (point A)
m Rtht + (X Rthfb‘amb) Ainsi Pm =6l W

Si I'impulsion est plus longue que le temps de stabili- La puissance de créte dissipable est
sation de la température on a : Pm =PptP,=68W

P = IM - Pp Nous tirons enfin du réseau de courbe P, = f (Iz)

Rthj-amb (point B) la valeur maximale du courant de Zener

avec Py puissance dissipée en régime continu Izrm =5 A.

et Ry}, ¢ résistance thermique transitoire.

courbes caractéristiques
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diodes de regulation
de tension (Zener)

1LOW  série BZY 95

Diodes au silicium stabilisatrices de tension en boitier métallique JEDEC DO-1. La série se compose de 22 diodes
dans la gamme de tension de 10 & 75 V. Puissance dissipée : 1,5 W a 25 °C.

caracteristiques principales

Vg i nom 10a 75V
IZRM ........................... max S A
0
Piot Tamp <25°C) oot max 1,5 W
brochage Dimensions en mm

Boitier DO-1

k J_ a
. # "3 La cathode est reliée au boftier
g
osi|. £, .
191max | =
8.51max
35min 17.78Max
Agmln
valeurs a ne pas dépasser
(limites ahsolues)
IFAV ........................... max 1 A IZRM ........................... max S A
IFRM ........................... max 3 A
0
Prot (Tamb < 25 0C) « v et ettt et e e e e e e max 1,5 W
PZSM ....................................................................... max 100 W
N 0
TStg ......................................................... PR —65a+175°C
Tj ........................................................................ max 175 °C
0
Rthj-amb ...................................................................... 100 °C/W
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caractéristiques [Ii = 25 °C)

BZY 85-C10 & C75,Page 2/2

VEAR =1 A) max 1,5V
Caractéristiques a I7 IR VR
Type Vv, (V) 5z r, () mA) | (uA)
BZY 95 zt (mV/°C) z ™
min max typ. typ. max max
Cc10 9.4 10,6 7,0 0,75 4 50 10 6,8
cil1 10,4 11,6 75 0,80 45 50 10 75
c12 114 12,7 8,0 0,85 5 50 10 8,2
c13 12,4 14,1 8,5 0,90 6 50 10 9,1
c15 13,8 15,6 10,0 1,0 8 50 10 10
c16 15,3 17,1 11 24 9 20 10 11
C18 16,8 19,1 12 2,5 11 20 10 12
C20 18,8 212 14 28 12 20 10 13
c22 20,8 233 16 30 13 20 10 15
C24 22,7 259 18 34 14 20 10 16
C27 25,1 289 20 38 18 20 10 18
C30 28 32 25 45 22 20 10 20
C33 31 35 30 5,0 25 20 10 22
C36 34 38 32 55 30 20 10 24
C39 37 41 35 12 35 10 10 27
C43 40 45 40 13 40 10 10 30
Cc47 44 50 46 14 50 10 10 33
Csl1 48 54 50 15 55 10 10 36
C56 52 60 55 17 63 10 10 39
C62 58 66 60 18 75 10 10 43
C68 64 72 65 18 90 10 10 47
C75 70 79 70 20 100 10 10 51

R.T.C. LARADIOTECHNIQUE-COMPELEC
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diodes de regulation
de tension (Zener)
1O W  série BzY 96

Diodes au silicium, stabilisatrices de tension, en boitier métallique JEDEC DO-1. La série se compose de 8 diodes

dans la gamme de tension de 4,7 a 9,1 volts. Puissance dissipée : 1,5 W a 25 oC.

caractéristiques principales

VZ ........................ nom47a91V

IZRM ......................... max 3,5 A

Piot Tamp <25°C) ... . ... max 1,5 W

brochage Dimensions en mm

Boitier DO-1

‘ ]
==( a e - La cathode est reliée au boftier
1 . | g
! 5 =
051 g,
191me | =
, 51max
35min 17.78me
le Agmin
valeurs a ne pas dépasser
(limites absolues)
IFAV ......................................................................... max 1 A
IFRM ......................................................................... max 3 A
]ZRM ....................................................................... max 3,5 A
Piot (Tamb S 25 00) oo max 1,5 W
PZSM ....................................................................... max 20W
L —~ 653+ 175 °C
Tj ........................................................................ max 175 °C
Rth(j—a.mb) ...................................................... 100°C/W
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BZY 86-C4V7 & COV1,Page 2/2

caracteristiques [Ti = 25 °()

VF (IF =l A e max 1,5V
Caractéristiques a Iz Ig @ Vg
1yPe Vs (V) >z r7 () mA) | (A V)
BZY 96 (mV/°C)
min max typ. typ. max max

C4V7 44 5,0 - 0,6 2,5 10 100 20 1
C5V1 438 54 + 0,1 1 5 100 20 1
C5Vé6 5.3 6,0 + 1 0,7 4 100 20 1
C6V2 5.8 6.6 +2 0.6 3 100 20 2
co6vVse 6,4 72 +3 0,6 3 100 20 2
C7V5 7,0 7.9 + 4 1 35 50 20 3
c8V2 7,7 8,7 +5 1,2 35 50 20 5,6
C9Vli 8,6 9,6 + 6,4 1,8 45 50 20 6,2

G>
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diodes de reférence
de tension

>

1N 821/3/5/7
1N 821/3/5/7 A

Diodes de référence de tension en boitier JEDEC DO-35.
Ces diodes présentent un coefficient de température trés
faible et sont utilisées comme sources de référence pour
instruments tels que des voltmeétres digitaux, alimentations
stabilisées de précision, étalons, etc...

Caractéristiques principales

min | nom [ max

Vo (alz=75mA)......... 5,89|6,2 |6,51 v
lavy | (217 =7,5 mA) (1)

valeurs maximales

IN821/821 A .. ... ... . . . ... 96 mV
TN823/823 A . ... ... . . . . ... ... 48 mV
IN825/825 A ... .. .. . ... ... . ..., 19 mV
1N827/827 A . ... . .. . ... .. ... 9 mV
Tamb « - oo - 554+ 100 °C
Brochage

(Dimensions en mm)

min 5,1

, rl.\

ll- lll
U U
§ F;
* k I l a
0,56 —. e
086 ———) } T @
Y |
25,4 lo_ 4,25 25,4 Jesi
min max min max

Fig. 1

Boitier JEDEC DO-35 - F.80
La cathode est indiquée par une bande colorée.

(1) Voir graphiques

Valeurs a ne pas dépasser
(Limites absolues)

Courants

bz max 50 mA
IZM - o max 50 mA
Puissance dissipée

Piot TambSB0°C) ..ot max 400 mW
Température

Totg - cvvvmeee e — 65 a + 200 °C
Tamb « - v v ree e — 55 a + 100 °C
Résistance thermique

Rthja «ocvoreeee e 0,375 °C/mwW
Caractéristiques

a Tj = 25°C (sauf indication contraire)

min l nom| max

Vz(@lz=75mA)...... 5,89 | 6,2 I 6,561 V
[AVZ|( a1z =7,56 mA (1) valeurs maximales
aT mp=-55 125 +75et+100°C

- TN 821/82T A, 96 mV
- TNB823/823 Ao 48 mV
= TN825/825 A 19 mV
-1 NB827/827 A 9 mV
Sy (aly;=7,5 mA) (1)
-1 N821/821 A................. +0,01 %/°C
-1N823/823 A +0,005 %/°C
-1N825/825A.............. +0,002 %/°C
-1N827/827 A ................. + 0,001 %/°C
rz (a 7 =7,5 mA)
-1 NB821 a827 ..o max 15 Q
-1N821 Aa827 A... oo, max 10 Q

(1) Voir graphiques pages suivantes
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GRESP 'V 821/821 A..., Page 2/4

Courbes caractéristiques

3] +0,15 o
2 ASZ en fonction de |7 - Valeurs typiques Qe
E -+0,002  §°
w  +0.1 &
\ <
<
T I +0,001
+0,05
0 0
'
-0,05
-0,001
1'
-0,1
A
--0,002
-0,15
4 5 6 7 8 9 10 11
Iz (mA)
10 RS AN 74P
1 FSSAL2S LA 100
(mA) A
Z
7.5
]
]
Tamb= + 100 °C_LATA,
5 A
L P
1 1A
+25] | -55
2,5
0
-75 -50 -25 0 25 50 75
AVz max a1y =7,5 mA
1000
Iz
()
100 \\\
\\
A\
AVAN
\\
\\
\\ _—
\\ \ 1065
QRE( 25 °C
- 0,
© 55°¢”1 NN
o
AN
AN
NNA
1
1 0 iz (A) 100
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GRE>» '\ 821/821 A..., Page 3/4

% 1,0 Iz =75mA I
3 f =500 Hz ~
x
20,8 1
z A S
5 S— —
0.6 /
J 4
0,4 Il
V4
0,2 v
/
y4
0
10 100 1000
fe (kHz)
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diodes a capacité variahle
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diode a capacité variahle

BA 102

Diode au silicium en boitier JEDEC DO-7, A& capacité variable en
fonction de la fréquence, destinée aux circuits d'accord, aux

oscillateurs locaux et 3 la commande automatique de fréquence dans
les bandes HF et VHF.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension inverse continue \" max 20 \
Courant inverse i VR = 20 V;Tj =80°C I: < 5 HA
Température de jonction Tj max 90 °C

Capacité de la diode a3 £ = 0,5 MHz
et VR = 4 V ( pour les plages de

capacité voir page 2) Cd 20 3 45 pF
Cd(VR= 4 V)
Rapport des capacités a f < 300 MHz c (V=10 V) > 1,4
d*'R
Résistance série pour VR = 4 V r, < 3 Q
BROCHAGE
Boitier JEDEC DO-7 (dimensions en mm)
non étamé
2.~ 2
_’MGI‘_ _’Ml
. I
25 ¥ _a__ _ ﬂ —_
max F 4’,7 ‘—\\
¥ sos: U u
Li 4
2.4 76 84|
min max min
13 min

La cathode est indiquée par une bande colorée
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VALEURS A NE PAS DEPASSER(Limites absolues)

Tension inverse VR max 20 v

Courant direct IF max 50 mA

Température de stockage TStg - 55 a + 90 °C

Température de jonction Tj max 90 °C

RESISTANCE THERMIQUE

Jonction-ambiance en air calme R . 0,5°C/mW
th j-a

CARACTERISTIQUES (a Tj = 25°C sauf indication contraire)

Courant inverse a Tj = 80°C
et VR = 20 V IR < 5 HA
Capacité de la diode a f = 0,5 MHz
et V_, = 4 V
R
BA 102 Cy 20 a 45 pF
Plages de ( BA 102 A (blanc)® Cy 20 a 25 pF
( BA 102 B (jaune) Cy 23 a 31 pF
capacité ( BA 102 C (bleu) Cd 29 a 38 PF
P ( BA 102 D (vert) Cd 36 a 45 pF
Cd(VR=4 V)
Rapport des capacités a f < 300 MHz > 1,4
Cd(VR=lO V)
Résistance série de la diode
a VR = 4V r, typ 1,7
< 3

L Cg 'D
&JﬁYL%FACZ}O
L = inductance des connexions = 6 nH
ry = résistance série de la diode
Cg = capacité de la diode (voir page 3)

(*) Ces valeurs sont indépendantes de la fréquence jusqu'a 300 MHz

(10 mm entre les deux points de mesure)

(**) Non recommandées pour des utilisations en grosses quantités
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COURBES CARACTERISTIQUES

@BA 102

=20V

O

=
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>
S
T

Y

as

(2]

0.05|

am*

0.01)

0.005

0.002]

.001
0 0

page 3/4
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diodes a capacite variahle @

BB 105 A
BB105 B BB 105 G

Les BB 105 A, B et G sont des diodes planar au silicium a capacité variable.

La BB 105 A est utilisée en UHF jusqu’a 790 MHz et la BB 105 B jusqu’a 860 MHz, tandis que la BB 105 G est
destinée plus spécialement aux utilisations VHF.

Ces diodes sont livrées par sachet de 12. Dans la gamme de tension inverse de 0 a 28 V, la différence de capacité
entre deux diodes est inférieure 2 3 % pour les BB 105 A et B et a 6 % pour les BB 105G.

caractéristiques principales

VR oo max 28 V
IR(VR=28V) ... ..., max 50 nA
BB105S| A| B |G
€a VR 2 {max 2,823 2.8 pF
CqVp= 3V) {mm 4 1454
Cq (VR =25 V) max|5S |6 |6
rD(VRtelle que Cy =9 pF; . 0610710l g
f=470MHz) . ........ YP- | 010, I,
2 {max 08log12]@
brochage Dimensions en mm
0,8
, o P
e Boitier SOD-2
wmp——to o= =z} 5‘ :
—| 26 L_ l«rf‘;x _.l _.! 26 |- ’_. 24 l=— La bande blanche indique la cathode .
-~ 129min—— . r?lﬁ( -— BB 105 A et B : marqué sur 1'enveloppe.

BB 105G : point vert sur 1'enveloppe.

0'28 tdtr ) e e e —
0.19 + 7261372.3
A —4
valeurs a ne pas depassei
(limites absolues)
VR ...................... max 28 V IF ........................... max 20 mA
VRM .......................... max 30 V
Tstg .............................................................. ... —55a+100°C
Tj ....................................................................... max 85°C
0,4 °C/mW



GRE>» - 105n,

caractéristiques [Ti = 25 °C sauf indication contraire)

IR(VR=28V) . max
IRVR =28V Ty =85°0) .. ... ... .. max
Cd (VR = 1 V, f=1 MHZ) .......................... typ.
CqOVR= 3Vif=1MHz)................... ....... typ.
Cq(VR=25V;f=1MHz). ... .................... min
d VR ) {max
Ci;(Vp = 3V .
_‘l(_ﬁt___) (F=1MH2) ........................ min
Cq (VR =25V) max
rp (VR telle que Cq = 9 pF; f =470 MHz). . ... ... ... L {z&
n (Ig=5mA;f=200MHz). ... ... ... .......... .. typ.

Instructions de montage

- Les fils peuvent étre pliés avec un rayon de 0,5 mm min.

— A la température maximale de soudure de 300 °C le temps maximal admissible de soudure est de 3 secondes. Le boitier

plastique doit toujours étre & une température inférieure a 125 °C.

courhes caractéristiques

’0 1 1 ! M | 11T
M I HE B 4 4
—— Valeurs typiques 4+
S S R SR . 1
e e ]
(nA) L -t T =60° -1
S e
l IEEEN
= ——
/ Rl
, / ; ;
y 4 e
V4 1 1 i
V4 1 .
V4 - ![%i‘
f ]25°c; m
A /1]
T I
// T /
/ i
il
10- =% - /
- 1 M1 V4
Il | y 4
1 4
1/
- 4
A I
t T
/|
10-2
1 ' 10 Ve(v) 102

204

BB 105 A

50
1
17

11.5
2.3
2.8

4
5

0.6
0.8

04

1050,

BB 105 B

G
20,

BB 105G

50

1
17,5
11,5

40

i i
60 fl-(°C)

Page 2/4
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BB 105A, 105B, 105G, Page 3/4

881058
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BD 105A, 1N5B, 105G, [aue 444

5 S B R .8 o
SR LS5 EEN I NS S
n =coefficient de R nabe
température de la ., ., . ...,

10-% :
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diode a capacité variahle

BB 106

La diode BB 106 est une diode d’accord en enveloppe
plastique.

Cette diode est principalement destinée a I’accord électro-
nique des sélecteurs de canaux VHF. Elle nécessite une
tension de polarisation comprise entre 0,5 et 28 volts.

Les diodes sont livrées par groupes” de 3 ou de 4 et la
différence de capacité mesurée en plusieurs points entre
0,5 et 28 volts entre deux diodes d'un méme groupe est
inférieure a 3 %.

{*) pour groupes de 6 ou de 12 : nous consulter.

Caractéristiques principales

VR - max 28 V

Cq(VR=3V ;f=05MHz)......... min 20 pF

Cq(VR=25V;f=05MHz)........ 4 25,6 pF

Cq (Vg = 3V)

od R . 4536

Cq (VR =25V)

rD (VR pour Cq =25 pF ; f =200 MHz). . VP 04 &
max 0,6 2

Brochage

* _
1.155‘;3::; o IF— 2

26 | e . 26 |- *—>l l
»l . - max i l 2.4
U |, ¥+ W T —— e rv?xagx
0,28 ‘ T ———
0,19 * B = 7
77613722
Ay

Valeurs a ne pas dépasser

VR ot max 28 V
VRM -« - v v oo re e e max 30 V
IE max 20 mA
Tstg ........................ — 553+ 100 °C
LT T T max 85 °C
Rthj-amb ......................... 400 °C/W

Caractéristiques (Tqmp = 25°C sauf

indication contraire)

IR(VR=28V). ... .. ............. max 50 nA

IR(VR=28V ;T ,=85°C)........ max 200 nA
typ. 0,4 Q

rp (V our Cy = 25pF ; f= 200 MHz) ..

DR P d P 2) max 0,6 §2

Cq(VR= 3V, ;f=05MHz)........... min 20 pF

Cq(VR=25V ;f=05MHz)........... 4 35,6 pF

Cq (Vp= 3V

CalVR=3V) 4536

Cq (VR =25V)

Dimensions en mm

Boitier SOD-23

L a bande rouge indique la cathode
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T I aee cd('l),q SeREEw 4 4+444 BREEI 4
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- 2 : s e HHH
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B H AT r I TN
= 282883828 200222s8dss8ndntntusnananssnns
28 a”» +t++ 1ttt -ttt 1+ttt
10-1 1 10 Vel v) 102 0 0 d 6o frc) 80
’03 Vo = 28V EHHEEEEE 10 Valeurs typiques
Ig R FH T HH A Ip Ti =60 °C
(nA) (nA)
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‘ douhlgs dipdes
a capacite variable

>

BB 204 B
BB 204 G

Doubles diodes & capacité variable et cathode commune,
les BB 204 B et 204 G sont principalement utili-

plastique T0-82,

en boitier

sées pour l'accord en modulation de fréguence ( bande II).
Tension inverse continue VR ma x 30 Vv
Courant inverse a VR = 30 V IR < 50 nA
Température de Jjonction Tj ma x 100 °cC
BB 204 B| BB 204 G
Capacité de la diode 3
f = 1 MHz et V, = 3 V C 37 - 42 34 - 39 pF
R d “ /
\4
Rapport des capacités & Cylvg= 3 V) ¢ 2. 65
£ = 1 MHz €,V =30 V) yp 2.
Résistance série a f = 100 MHz
[VR telle que Cd = 38 pF) Ty typ 0O, Q
< o,
Boitier T0-92 Dimensions en mm
TZ260675
) - ] +0r?5
;.} fé \Q ) ’mm
BB 204 B marquage en bleu
° " ¢ _ BB 204 G marquage en vert
i 16 |- <+ 5,2max ’[‘ 12,7min
|
}‘ i _'_‘L ) ‘0,28
L8 } L Y R
max 2':"7 O “‘“‘ — .
' | } Sur 2,5 max
“’i e ng non contrle
VALEURS A NE PAS DEPASSER
(Limites absolues)
Tension
Tension continue inverse VR ma x 30 Vv
Courant
Courant continu direct IF ma x 100 mA
Températures
Température de stockage TSt -55 a + 100 °C
Température de jonctiaon Tj & ma x 100 °C
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CARACTERISTIGUES BB 204 B - BE 204 G
(pour chague diode) (Tj = 25°C) D.2/2
Courant inverse
a VR = 30 V IR < 50
Capacité de la diode BB 204B | BB 204G
i
a f = 1 MHz !
VR = 3V Cd \37 42 34 - 39/
V., =30 V A
R Cd typ 14
Rapport des capacités Cy W= 3 V) "
. (v.=so vy F 2,85
af = 1 MHz d R
Résistance série
a f = 100 MHz
VR telle que Cd = 38 pF Ty typ 0,2
< 0,4
COURBES CARACTERISTIQUES
10 e 10°2 n =coefficient de
Valeurs typiques température de la
r wan T 1T
Al
Ip 4 11
(nA) r,:eo“c/ ( piépF) 1,20 & 60°C
/!
1 ’J r 1073
> A y 4 [1] \\‘
on /.
25 Cf mi
% W
// N YP
107 —— 7{/77“ bt 1074
A "
0° 10 Vg (V) 102 1041 10 Vg (V) 10?
100 I l [
(:;) {212';% i
75
A
50 ™ G
N
-
25 g
P~
010" 1 10 Vg (V) 102

nA

nF

G>
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‘ _ diodes
a capacite variable

BB205B
BB 205 G

Les BB 205 B et BB 205 G sont des diodes planar épitaxial & capacité
variable.

La BB 205 B est utilisée en UHF jusqu'a 860 MHz tandis que 1la
BB 205 G est destinée spécialement aux utilisations VHF.

Ces diodes sont livrées par unités d'emballage de 6.000 pieces. Chaque
sachet d'emballage contient un minimum de 12 diodes appariées et un
maximum de 2.000, le nombre maximal de paquets de 12 étant de 6.

Dans une plage de tension inverse comprise entre 0,5 et 28 V, 1la
différence de capacité entre 2 diodes d'un méme sachet est inférieure
a 3 %.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
VR ma x 28 V
. ma x 60 °C
J
IR (\/R = 28 V; Tj = 25°C) < 50 nA
BB 205 B | BB 205 G
Cd (VR = 25 V; f = 500 kHz ) 1,9 - 2,2 1,8 - 2,6 pF
Cd (VR = 3 V; f = 500 kHz ) typ 11 11 pF

BROCHAGE

Boitier S0OD-23 Dimensions en mm
0,8
0,7 L
L‘L‘“-:m O ;—\._L—r_‘r——_—:] mlax ? )
— 26 }4— |<— 4'1 —-—l —->I 26 --— *—> |<—
' max ! 24
- 12,9 min ——— — n?‘:,:‘gx -—
0,28 L__—:z::
0.19 } f 7261372.3

La bande blanche indique la cathode

BB 205 B : marqué sur l'enveloppe
BB 205 G : point vert sur l'enveloppe
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GRE=» =5 205 5 - BB 205 G

p.2/4
VALEURS A NE PAS DEPASSER
VR max .8 vV
VRM ma X 30 v
IF ma x 20 mA
Tj max 85 °C
T - 55 a + 1060 °C
stg
RESISTANCE THERMIQUE
Rth j-a = 0,4 °C/mW
CARACTERISTIQUES (Tj = 25°C sauf indication contraire)
BB 205 B BB 205 G
IR (VR = 28 V) ma x 50 50 nA
IR (\/R = 28 V ; Tamb = 85°C) ma X 1 1 uA
Cy (Vg = 1V ; f =500 kHz) typ 17 17 pF
Cd (VR = 3V ; f = 500 kHz) typ 11 11 pF
Cd (VR = 25 V ; f = 500 kHz) typ 1,$8 - 2,2 1,8 - 2,6 pF
Cd (VR = 3 V) min 5,0 4,3
C v =35 vJ ' f = 500 kHz
d R max 65,0 6,0
RS (f = 470 MHz; C = 9 pF) typ 0,7 0,9
ma X 0,8 1,2
Ty [IF= 5 mA; f =200 MHz) typ 0,4 0,4

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Les fils peuvent &tre pliés avec un rayon de 0,5 mm min.
A la température maximale de soudure de 300°C, le temps maximal
admissible de soudure est de 3 secondes.

Le boitier plastique doit toujours étre & une température
inférieure & 125 °C.
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GRE>>» oc 205 B - 88 205 G

p.3/4
| ) |
COURBES CARACTERISTIGUES
3
10 :valeulrs]fly . 10 Vgr=28V
T;=60°C+11H Ig Piid
Ir (nA) /,
+
(nA) / , 6/‘0/
/ ] 10 >
1 l,/ ;
I, /'/
V4 -
7125°CH o ket
q /
e
107 // ./
: 7 R
7
// 1 -
. 7
/
A
10_2 \ 2 10—1
1 10 Vg (V) 10 0 25 50 T,(°C) 75
} o 1072
valeurs typ. M=coefficientdetemperature:
de la diode
102 N T,=0 to 60°C
&pF/pF)
Vg =3V T °C
CylT)
d Jo 10-3
Cq(T,=25°C) =
LA12V i
- — 25V N
1 Ntyp
— 9
1
107 \
N
0.98 5 - 107 2
0 25 5 T,(50) 5 1 10 Vr(V) 10



BE 2058 - ®BE Z056

G

p.4/4
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diodes a capacité variable @

documentation provisoire

Elles

INTRODUCTION

Les BB405 A, 405 B et 405 G sont des diodes & capacité variable en boitier de verre
D0-34 scellé hermétiguement.
sont fournies appariées et la différence de capacité entre 2 diodes est de

+1,5% dans la plage de tension inverse comprise entre 0,5 et 28V.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Tension inverse continue max 28 Vv
Courant inverse a VR=28 \Y, < 50 nA
BB405B BB405G
Capacité de la diode > 2,0 2,0 1,8 pF
a f = 500 kHz et VR= 25V < 2,3 2,3 2,5 pF
Rapport des capacités Cd(VR= 3V) > 4,5 4,8 4,5
a f = 500 kHz ——
C, (vV_=25V) < 6,0 5,8 6,0
d R
Résistance série a f = 470 MHz FD typ- 0,6 0,55 0,9
[VR telle que Cd = 9 pF) < 0,8 0,8 1,2
DONNEES MECANIQUES
Boitier D0-34 Dimensions en mm
508
I H |~ | g .
: @
maxt l]r S £ 1 @
1,27 l___ _J - 027 _,|1,7 -
max =~ max max
B 25,4 3,04 254 -
min max min

La bande blanche indigue la cathode
BB 405 B: bande bleue supplémentaire
BB 405 G: bande verte supplémentaire

“ dans cette zone, diamétre non contrélé.




E_’d‘/t CE ) Fage s

VALEURS A NE PAS DEPASSER (1imites absolues selon publication CEI 134)

Tensions

Tension inverse continue VR max 28 Vv
Tension inverse de créte VRM max 20 Ve
Courant

Courant direct continu IF max 20 mA
Températures

Température de stockage TStg -55 a +100 °c
Température de jonction a VR Tj max 85 °C

CARACTERISTIQUES [Tamb = 25 °C sauf indication contraire)

Courant inverse BB40SA | BB405B | BB405G
Vg = 28V I < 50 50 50 nA
= o = ° _
Vg = 28V; T__ =85 °C I < 1000 1000 1000 nA
Capacité de la diode
Vo= AV C, typ 17 17 17 pF
& £=500 kHz [V,= 3V Cy typ 11,5 11,0 11,5 pF
Vo= 25V C, > 2,0 2,0 1,9" pF
< 2,3 2,3 2,5 pF
Rapport des capacités c,lv = 3v) > 4,5 4,8 4,5
3 f = 500 kHz 4 R____
CqVe=25V] < 6,0 5,8 6,0
Résistance série
4 f = 470 MHz r typ .61 0,55 0.8 &
(VR telle que Cd= 8 pF D < 0.8 0.8 T2«

* Pendant le réglage des sélecteurs, des tensions pouvant atteindre 35V sont permises
pendant 5 minutes, & condition que le courant inverse ne dépasse pas 100 uA.

Ces carac téristiques sont celles d'un produit en développement. Elles pourront éventusllement 8tre modifiées du fait des contraintes de fabrication. Leur publication n'implique pas

nécessaitement la mise en fabrication de ce produit.
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Ces informations sont données a titre indicatif et sans garantie quant aux erreurs ou omissions. Leur publication nimplique pas que la matiére exposée soit libre de tout droit de brevet
et ne confére aucune licence de tout droit de propriété industrielle. RT.C. LA RADIOTECHNIQUE COMPELEC n'assumant en outre aucune responsabilité quant aux conséquences de
leur utilisation. Ces caractéristiques pourront éventuellement étre modifiées sans préavis, et leur publication ne constitue pas une garantie quant 3 la disponibilité du produit. Ces
infarmations ne peuvent étre reproduites par quelque procédeé duv, ce soit. en tout ou partie, sans l'accord écrit de R T.C. LA RADIOTECHNIQUE COMPELEC.
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